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A. Typenverzeichnis

a. alpha-numerisch

Seite
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b. Kleinleistungstransistoren (R

thuc= 15 K/W) nach Anwendungsgebieten

Seite Seite
Aligemein im NF-Bereich NF-Leistungsverstéarker, Treiber- und
10A3 DIN 41868 - JEDEC TO 92 Z Endstufen
NPN 10A3 DIN 41868 -JEDEC TO 92 Z
BC 635, BC 637, BC 639 22 5 NPN
BC 368 "2 1
PNP BC 635, BC 637, BC 639 23 5
BC 636, BC 638, BC 640 2% 7
PNP
BC 369 "2 3
BC 636, BC 638, BC 640 "2 7
c. Epitaxial-Planare Mittelvolt-Transistoren
Gehéuse TO 202 | SOT 32 TO 92 TO 92 SOT 23 | Anwendungen
) BCE BCE CBE
Eigen-
schaften
NPN
Ucgo>250V BF 869S | BF469S | BF422S Insbesondere
UcBO >300V BF871S | BF471S | BF420S Video-Endstu-
fen in Fernseh-
PNP geraten
Ucao>250 \Y BF 870S | BF470S | BF423S
Uggo>300 V BF 872S | BF472S | BF421S
NPN
Uego >300 V S627T
Ucgo>350V S$628T Allgemein
Uggo > 400 V $629T
NPN
Uggo>250 V $922TS | BF 8228 | Telefon-Hybrid-
Uggo >300 V S$920TS | BF820S schaltungen,
PNP Monitore,
Uego>250 V $923TS | BF 823§ | Fernsehgerate
Ucgo>300 V S921TS | BF821S
d. Hochvolt-Leistungstransistoren fiir schnelle Schaltanwendungen
Uces 600V 700V 800V 1000V 1200V Gehéuse
IC
1,0A TE 13002 TE 13003 BUX 86 BUX 87 SOT 32
ECB ECB B CE B CE
2,0A BUX 84 BUX 85
4,0 A TE 13004 TE 13005 BUT 46 BUT 46 A
BUT 93
8,0A BUT 56 BUT 56 A 10 220
TE 13006 TE 13007 BUT 54
12 A BUT 76 BUT 76 A S876T
TE 13008 TE 13009
" Gepaart lieferbar 2) Komplementar-Typen 3 In Gruppen lieferbar

(Fortsetzung néchste Seite)
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Schnelle Hochvolt-Leistungstransistoren

U,
CES —
Gehéuse: ;“Trgp—g
1500 0BU705 0BU 908 BUV 71
Vv oBU 205 eBU 208A
1400
1300 BU 204 BU 207 9BU 903 BUV 70
BU546
1200
1100 BU 902
BU 536

1000 BUV 47 BUV48A

eBUX 47 6BUX48 A
900 BU 426 A BU 526

BUV 47 BUV 48
BUX 47 BUX 48
800
TBU 426 TBUV48T
700 +
2 3 4 5 6 7 10 mA

Vi

Betriebsstrom IC_—
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1. Erlauterungen zu den technischen Daten

1.1. Aligemeine Angaben

1.1.1. Typenbezeichnungssystem flr Halbleiter nach Pro Electron

Die Typenbezeichnung fiir Halbleiter als Einzelelement besteht aus:

Zwei Buchstaben und einem laufenden Kennzeichen

Beispiel: B

Material

Der erste Buchstabe gibt Auskunft Gber das Aus-
gangsmaterial:

A GERMANIUM (Bandabstand 0,6-1,0 eV) "
B SILIZIUM (Bandabstand 1,0-1,3 eV) "
C GALLIUM-ARSENID (Bandabstand >1,3 eV) "

R VERBINDUNGSHALBLEITER z.B. Kadmium-
Sulfid

Der zweite Buchstabe beschreibt die Haupt-
funktion:

A DIODE: Gleichrichtung, Schaltzwecke,
Mischung

DIODE: mit veranderlicher Kapazitat

C TRANSISTOR: Kleine Leistungen, Tonfre-
quenzbereich

D TRANSISTOR: Leistung, Tonfrequenzbereich
E DIODE: Tunneldiode

F TRANSISTOR: Kleine Leistungen, Hochfre-
quenzbereich

DIODE: Oszillator und andere Aufgaben
DIODE: auf Magnetfelder ansprechend

HALLGENERATOR: in magnetisch offenem
Kreis

L TRANSISTOR: Leistung, Hochfrequenzbe-
reich

M HALLGENERATOR: in magnetisch geschlos-
senem Kreis

FOTOKOPPLUNGSELEMENTE
STRAHLUNGSEMPFINDLICHE ELEMENTE
STRAHLUNGSERZEUGENDE ELEMENTE
THYRISTOR: fir kleine Leistungen

T o v =z

F 470
Funktion Kennzeichen

S TRANSISTOR: fur kleine Leistungen, Schalt-
zwecke

THYRISTOR: fiir groRRe Leistungen.
TRANSISTOR: Leistungsschalttransistor
DIODE: Vervielfacher

DIODE: Leistungsdiode, Gleichrichter,
Booster,

< X c H

Z DIODE: Referenzdiode, Spannungsreglerdio-
de, Spannungsbegrenzerdiode

Das laufende Kennzeichen der Bezeichnung be-
steht aus:

® einer 3-stelligen Zahl (100 bis 999) fir Bauele-
mente zur Verwendung in Rundfunk- und Fern-
sehempfangern usw.

® einem Buchstaben und einer 2-stelligen Zahl
(Y10 bis A99) fiir Bauelemente fiir professio-
nelle Gerédte und Anwendungen.

Ein Zusatzbuchstabe kann verwendet werden,
wenn das Element nur in einer Hinsicht (elektrisch
oder mechanisch) vom Grundtyp abweicht.

Die Buchstaben haben keine feste Bedeutung, mit
AusnahmedesBuchstabensR, derdie entgegenge-
setzte Polaritat zum Grundtyp angibt.

Das beschriebene Bezeichnungsschema wird nur
RO

hai Tunan anoawandat dia hai DRO El ECOT
OCi ypen angeéwendaey, Gie O8I rnvu cucus

angemeldet sind.
Einige Typen werden anders bezeichnet (JEDEC):

1N mit zwei bis vier Ziffern
kennzeichnet eine Diode

2N mit zwei bis vier Ziffern
kennzeichnet einen Transistor.

" Die genannten Materialien sind Beispiele
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1.1.2. Z&hlrichtungen, Zahlpfeile

Die Z&hlrichtung von Spannungen wird angegeben
entweder

durch einen Zahlpfeil, der vom MeRpunkt zum
Spannungszentrum weist,

oder

durch einen Doppelindex, wobei der erste Index
den MeRpunkt und der zweite Index den Bezugs-
punkt bezeichnet. (Fig. 1.1.).

A A A
———
Uy Uas U= ~Uq7 Uga= ~Upg
—_—
B B B 84 4319

Fig. 1.1.

Der Zahlenwert der Spannung ist positiv, wenn das
Potential am Zahlpfeilschaft héher ist als an der
Zahlpfeilspitze, d.h. wenn die Potentialdifferenz
des MeRpunktes (A) gegenliiber dem Bezugspunkt
(B) positiv ist.

Entsprechend ist der Zahlenwert der Spannung ne-
gativ, wenn das Potential am Zéhlpfeilschaft niedri-
ger ist als an der Zahlpfeilspitze, d.h. wenn die Po-
tentialdifferenz des MeRpunktes gegeniiber dem
Bezugspunkt negativ ist.

Fiir Wechselspannungen wird die einmal gewahlte
Zéahlrichtung beibehalten. Der Wechselcharakter
der Spannung kommt durch den zeitlichen Wech-
sel des Vorzeichens ihrer Zahlenwert zur Geltung.

Die Zahlrichtung von Stromen wird durch einen
Zahlpfeil im Leitungsstrich angegeben. (Fig. 1.2.).

A I B A la==1y B
o——»——0 o0—a——0O0

844320
Fig. 1.2.

Der Zahlenwert des Stromes ist positiv, wenn die in
der Zahlpfeilrichtung bewegten Ladungstrager po-
sitiv sind (konventionelle Stromrichtung) oder
wenndie entgegen der Zahlpfeilrichtung bewegten
Ladungstrager negativ sind.

Entsprechend ist der Zahlenwert des Stromes ne-
gativ, wenn die in der Zahlpfeilrichtung flieRenden
Ladungstrager negativ sind oder wenn die entge-
gen der Zahlpfeilrichtung flieBenden Ladungstra-
ger positiv sind.

Fiir Wechselstrome wird die einmal gewahlte Zahl-
richtung beibehalten. Der Wechselcharakter des
Stromes kommt durch den zeitlichen Wechsel des
Vorzeichens seiner Zahlenwerte zur Geltung.

A2

Zahlrichtungen bei Bauelementen mit drei oder
mehr Anschlissen:

Generell gelten folgende Festiegungen:

Die Stromzahlpfeile weisen in Richtung auf das
Bauelement.

Die Spannungszahlpfeile werden so gewahlt, daR
als Spannungsbezugspunkt die dem Eingang und
Ausgang gemeinsame Elektrode dient.

Beispiel: NPN-Transistor in Emitter-, Basis- und Kol-
lektorschaltung in Fig. 1.3.a...1.3.c.

84 4326

84 4328

84 4327

Fig. 1.3.

Zéahlrichtungen bei Vierpolen:
Firalle Vierpoldarstellungen gelten dieim nachste-
henden Bild festgelegten Zéhlrichtungen:

I ;!
S b L2 |
Uy Vierpol Y2
o—_ ———o0

84 4329
Fig. 1.4.

Die Eigenschaften von Transistoren lassen sich
durch Ersatzschaltungen beschreiben, deren
Schaltungselemente (im Gegensatz zu den Vierpol-
koeffizienten) Uber einen gréBeren Frequenzbe-
reich als konstant angesehen werden kénnen. |hre
Werte hangen ab vom Arbeitspunkt und von der
Temperatur.

Am weitesten verbreitet ist die Funktions-Ersatz-
schaltung nach Giacoletto, mit der die Funktion
eines Transistors bei Kleinsignalbetrieb fiir Fre-
quenzen f<0,1- f. recht gut beschrieben wird.

1.1.3. Transistor-Ersatzschaltung



84 4330

Ybe 9e

Fig. 1.5.

Mit

Yire = Gpet i~ @ Cpe
Yoo = Gpot i @ Gy
Yee =0cet i+ w- Cpe
und

A =1+ (Yoot Yoo oy

erhélt man die Koeffizienten fir die Admittanzform
der Vierpolgleichungen (y-Parameter) in Emitter-
schaltung:

1
Yie = Y11= A (Yoo + Yb‘c)

=Y. =1—ln -V
Yie = Y21e= 5 m — Ybrol
1
Yoo = Ya2e= 2 oo Yoo (Gm—Yoe) + Yoo + Y.

1.2. Aufbau der Kurzzeichen

Kurzzeichen fir Strome, Spannungen und Leistun-
gen (nach DIN 41785 Blatt 1).

Bei Stromen, Spannungen und Leistungen wird fir
das Kurzzeichen selbst entweder ein GroRbuchsta-
be oder ein Kleinbuchstabe verwendet, je nachdem
ob es sich um einen zeitlich konstanten Wert
(Gleichwert, Mittelwert usw.) oderumeinen Augen-
blickswert handelt.

Im Index bedeuten GroBbuchstaben Gesamtwerte,
Kleinbuchstaben Werte von Wechselgroen. Die
im Index benutzten Buchstaben sind so festgelegt,
daR aus lhnen die betreffenden Anschliisse des
Halbleiterbauelementes und die MeRbedingungen
zu entnehmen sind.

Das Aufbauschema fiir die Kurzzeichen und Indizes
geht aus der nachstehenden Tabelle hervor:

Kennbuchstaben

Kleinbuchstabe GrofRbuchstabe

Werte zeitlich kon-
stanter Grof3en
(Gleichwerte, Mittel-,
Effektiv- und Scheitel-
werte)

Augenblickswerte
zeitlich veranderlicher
GroRen

Buchstaben im Index

Kleinbuchstabe GroRbuchstabe
Wechselwerte Gesamtwerte
(vom arithmetischen (vom Wert Null an
Mittelwert an gezahlt gezahlt)

Kurzzeichen fur Widerstande, Leitwerte, Vierpol-
koeffizienten usw.

BeiWiderstanden, Leitwerten, Vierpolkoeffizienten
usw. werden fiir das Kurzzeichen selbst GroRbuch-
staben verwendet, wenn mit der KenngréRe Eigen-
schaften von Schaltungen beschrieben werden,
von denen das betreffende Halbleiterbauelement
lediglich ein Bestandteil ist. Kleinbuchstaben wer-
den beniitzt, wenn die entsprechende KenngréRe
die Eigenschaften des Bauelementes selbst kenn-
zeichnet.

Diese Regeln gelten nicht fir Induktivitaten und Ka-
pazitaten. Bei diesen GroRen wird fiir das Kurzzei-
chen selbst immer ein GroRbuchstabe verwendet.
Im Index bedeuten GroRbuchstaben GroRsignal-
werte bzw. fir Gleichspannungsbetrieb giiltige
Werte.Kleinbuchstaben kennzeichnenKleinsignal-
werte bzw. fuir Betrieb mit Wechselspannung guilti-
ge Werte.

Wenn mehr als ein Buchstabe im Index gebraucht
wird (hgg, hye), dann sind die Buchstaben im Index
entweder alle groR oder alle klein.

Ist der Index aus Zahlen und Buchstaben zusam-
mengesetzt, dann dienen die Buchstaben zur Un-
terscheidung von GroBsignal- und Kleinsignalwer-
ten.

GroRen, beidenen Abweichungenvondengenann-
ten Regeln vorkommen, sind in der Zusammenstel-
lung der Kurzzeichen getrennt aufgefihrt.

Das normale Aufbau-Schema fiir die Kurzzeichen
und Indizes zeigt folgende Tabelle:
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Kennbuchstaben
Kleinbuchstabe

GroRRbuchstabe

Halbleiterbauelement
ohne &uRere Schalt-
elemente, ausgenom-
men Induktivitdten und
Kapazitaten

Halbleiterbauelement
mit duBeren Schalt-
elementen, duRere
Schaltung; alle Induk-
tivitaten und alle
Kapazitaten

Buchstaben im Index
Kleinbuchstabe

GroRRbuchstabe

Wechselwerte
Kleinsignalwerte

Gleichwerte
GroRsignalwerte

Beipiele:

Rg

Generatorwiderstand

Gy
Leistungsverstarkung

hie
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

r
p
Parallelwiderstand, Dampfungswiderstand

1.2.1. Beispiele fur die Verwendung von Kurzzeichen nach DIN 41785 und IEC 148

a) Transistor

Ie
Gleichstromwert (ohne Signal)

873233

Wecie.mi‘]rx“““/ﬁ_

lcav
Mittelwert des Gesamtstromes
lew: Ie

GroRtwert des Gesamtstromes
Ic; Iceff

Effektivwert des Wechselstromes
Il

Icav /

Gesamtstrom

cm; c

Scheitelwert des Wechselstromes
ic

Augenblicksgesamtwert

i

|
| feav o
e I Iem ic Augenblickswert des Wechsel-
j stromes
i Es gilt:
ohne Signal | mit Signal t—a— lem = lcav+ lom
ic=lcav+ic
b) Diode
Ue
DurchlaRBspannung
} Uy
Ur Sperrspannung
v
Fsm Ursm
Urrm Stpf&durcf_]laf_Sspannung
Upw (nicht periodisch)
Ursm
StoRsperrspannung
ol  A——— y g\ (nicht periodisch)
A Urrm
Periodische SpitzendurchlaR-
spannung
Urw 1 U
y RRM
RRM W .
Periodische Spitzensperrspannung
Ursm Urwm
UR 873234 ScheiteldurchlaBspannung
+ Urwim
Scheitelsperrspannung
Fig. 1.7
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1.2.2. Die Symbole und deren Erklérung

AQL
Annehmbare Qualitétslage, siehe Kap. 3.

B, b
Basis, BasisanschluRR

C.c
Kollektor, Kollektoranschlu

(o}

Kapazitaten

Aus der Transistor-Ersatzschaltung (Abschnitt
1.1.3.) ist zu erkennen, da® im Innern eines Transi-
stors mehrere Kapazitaten wirksam sind. Zuséatzlich
treten noch durch die Zuleitungen zum Transis-
torelement gegebene Kapazitaten auf. Fiir die An-
wendung der Transistoren spielen die Kapazitaten
im allgemeinen erst bei héheren Frequenzen eine
Rolle. Dabei sind allerdings nicht die Kapazitaten
der Ersatzschaltung interessant, sondern dieim Be-
trieb wirksamen Kapazitaten. Diese lassen sich am
besten mit den y-Koeffizienten erfassen:

G

Die KurzschluR-Eingangskapazitat Cy;= C; (manch-

mal kurz "Eingangskapazitat” genannt) ist der

durch den Faktor (j - w) dividierte Imaginarteil der

KurzschluR-Eingangsadmittanz y,,=y;.

Je nach verwendeter Grundschaltung wird dem

Kurzzeichen der betreffenden Kapazitat im Index

ein e, b oder ¢ angehéngt.

Cip

KurzschluB-Eingangskapazitét in Basisschaltung
1

Cup=Cip=ji - IM (Vi)

Cie

KurzschluB-Eingangskapazitét in Emitter-

schaltung

1
Ci1e=Cie= J_m Im (yie)

Cissg1
Gate 1-Source Eingangskapazitét in Source-
Schaltung

Cissa2

Mot N Cniinmnn Tl oo o lomimmem it ten O ntimmn
Jdale £-ouulie cingatigyskapaciiat i urve-
Schaltung

C

o

Die Kurzschlu3-Ausgangskapazitat (manchmal
kurz "Ausgangskapazitat” genannt) ist der durch
den Faktor (j-w) dividierte Imaginéarteil der
KurzschluB-Ausgangsadmittanz

V22=Yor C22=Co-

Cob

o]
KurzschluB-Ausgangskapazitét in Basisschaltung

1
C22=Cop= Jo Im (y,p,)

C

oe
KurzschluB-Ausgangskapazitdt in Emitterschal-

tung

1
CZZe = Coe= ]—0) - Im (yoe)

COSS
Ausgangskapazitat in Source-Schaltung

CI'SS

Riickwirkungskapazitat in Source Schaltung

Cﬁr

Die Riickwirkungskapazitét ist der durch den Faktor
(—j - w) dividierte Imaginérteil der Riickwartssteil-
heity;, =y, Cy=—Cy;=—C,.

Cl’]rb

Rickwirkungskapazitét in Basisschaltung (=-C,,)

1
—Ci2p=Cyp=7—" Im(yy)
jo

Cﬁre

Riickwirkungskapazitat in Emitterschaltung
(==C) 1

- C1Ze = Cl‘]re= ]E Im (yre)

Neben diesen mit den y-Koeffizienten festgelegten
Kapazitaten gibt es in den Datenbléttern noch Ka-
pazitatsangaben, die auf einer direkten Kapazi-
tatsmessung beruhen:

C,

cB
Die Kapazitat zwischen Kollektor und Basis ohne
Streukapazitaten

Ceso

Die Kapazitat, die zwischen Kollektor und Basis bei
nicht angeschlossenem Emitter und anliegender
Kollektor-Basis-Sperrspannung meRbar ist, wird
als Kollektor-Basis-Kapazitdt bezeichnet.

Es gilt der Zusammenhang

CCBO ~ Coe ~ Lob

Ces
Die Kapazitat zwischen Emitter und Basis ohne
Streukapazitaten
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Ceso

Die Kapazitat, die zwischen Emitter und Basis bei
nicht angeschlossenem Kollektor und anliegender
Emitter-Basis-Sperrspannung mefbar ist, wird als
Emitter-Basis-Kapazitit bezeichnet.

Es gilt der Zusammenhang:
Cero ~ Cie = Cip
wobei C,, bzw. C,, ebenfalls fir die anliegende

Emitter-Basis- bzw. Collector-Emitter-Sperrspan-
nung gelten.

C.
Lastkapazitat

CP
Parallelkapazitat,
Gehé&usaekapazitat

D
Drain

Am
Intermodulationsabstand

E e
Emitter

R
Induktive Energie

F
RauschmaB, Rauschzahl

Die Rauschzahl ist der fir eine gegebene Frequenz
und eine gegebene Bandbreite geltende Quotient
aus der vom Transistor an den Lastwiderstand ab-
gegebenen Rauschleistung p, und der mit der Lei-
stungsverstarkung G, multiplizierten Eingangs-
rauschleistung p,. Die Eingangsrauschleistung
stammt von dem auf Rauschbezugstemperatur
(T,= 290K) befindlichen Ausgangswiderstand des
Signalgenerators
P2

Gy py
Wird dieses Verhéltnis in dB angegeben, dann er-
héalt man das Rauschmalf:

F P2
d—B——1O. Ig G, p;
Rauschzahl oder RauschmaR werden fiir einen be-
stimmten Arbeitspunkt, fiir einen bestimmten Ge-
neratorwiderstand, bei einer bestimmten Frequenz
oder fiir einen Frequenzbereich angegeben.

f
Frequenz

F

c
Mischrauschmafd
fq

Grenzfrequenz

F=

A6

fhfe

h¢.-Grenzfrequenz

(B- Grenzfrequenz, fg)

Frequenz, bei der die KurzschluBstromverstérkung
h;, des Transistors in Emitterschaltung auf das
0,707-fache des fiir f=1kHz geltenden Wertes ge-
sunken ist.

fim
Intermodulationsfrequenz

meX
Maximale Schwingfrequenz

Frequenz, bei der die Leistungsverstarkung des
Transistors fir beidseitige Leistungsanpassung den
Wert 1 annimmt.

fr

Transitfrequenz

Produkt aus dem Betrag der KurzschluRR-Stromver-
starkung h;, und der MeRfrequenz fy,, bei der h;, ge-
messen wird. Die MeRfrequenz ist so gewéhlt, dal
sie in einem Bereich liegt, in dem der Betrag der
Stromverstarkung mit ca. 6 dB/Oktave abnimmt.
Die zughdrige Kreisfrequenz wy = 2 - I+ f; ist defi-
niert als der Reziprokwert der mittleren Laufzeit
(transit time) der Minoritatstrager durch die Basis-
zone.

g

Leitwert

G.g

Gate

Gg

Generatorleitwert

9gi

KurzschluR-Eingangsleitwert

Jib

KurzschluR-Eingangs-Leitwert in Basisschaltung
gib = Re (y;p)

Gie

KurzschluB-Eingangs-Leitwert in Emitterschaltung
gie = Re (yie)

9

KurzschluR-Ausgangsleitwert

Job

KurzschluB-Ausgangs-Leitwert in Basisschaltung
gub =Re (yob)

gOE

KurzschluR-Ausgangs-Leitwert in Emitterschaltung
goe =Re (yoe)

Gy,

Leistungsverstéarkung in Basisschaltung



G
pe
Leistungsverstarkung in Emitterschaltung
Gps
Leistungsverstarkung in Sourceschaltung

9r

KurzschluR-Rickwirkungsleitwert

Gu

Unilateralverstarkung

hee

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis (B)
Verhéltnis des Kollektorstromes /. zum Basisstrom
Iz bei bestimmten Werten der Kollektor-Emitter-
Spannung U und des Kollektorstromes /¢.

Fir diese KenngroRe wird auch das Kurzzeichen B
verwendet.

h
Die Hybridmatrix ist ein Anordnungsschema der
h-Koeffizienten

h.h,
hf hu

h =

h‘l h12

hy1hpa

Die Koeffizienten der Hybrid (h)- Matrix werden
Ublicherweise nur fir Niederfrequenz benitzt. Sie
gelten jeweils fir einen bestimmten Arbeitspunkt
und eine bestimmte Frequenz. Diese Frequenz ist
Ublicherweise 1 kHz, so daR die entsprechenden h-
Koeffizienten reelle Werte haben.

Aus den (reellen) h-Koeffizienten lassen sich fol-
gende BetriebsgroRen ableiten:

Rg il P
)ug @ \U1 Vierpol IUQ Ry
84 4331
Fig. 1.8.
Stromverstéarkung
/ hy. - G h
G=22_"21"%5 21

T, hyy G 1+ hyylG,
Spannungsverstarkung

_Y =hy
“u hy1(hay + Gy) = hyg - hyy

D

Eingangswiderstand
hiphos

" hy, + G

r. =

in __I 1
Ausgangsleitwert

Ly his - hy,

Jour = U, =M~ hi; + Rg

Leistungsverstarkung

Pout |
P Pin u

=G

v [hi1{hyy + Gl = hyg - hyql - (hyy + GY)
Die h-Koeffizienten (h-Parameter) sind die Koeffi-
zienten der Vierpolgleichungen in Hybridform:
Uy=hi-dly+h-Uy=hy Ly +hiy Uy
Ly=hi-Ly+hy-Uy=hyy-Ly+hyy-Uy

h;

KurzschluR-Eingangsimpedanz
7

hi=hw=1r) u,=0

Je nach verwendeter Grundschaltung wird den
Kurzzeichen der h-Koeffizienten im Index ein e, b
oder c angehangt

hy,
KurzschluB-Eingangswiderstand
tung (Kleinsignalwert)

hie
KurzschluB-Eingangswiderstand in Emitterschal-
tung (Kleinsignalwert)

in Basisschal-

h
L;erlauf-Spannungsrijckwirkung
h,=hy, = 51 /,=0

2] L1 =
hrb

Leerlauf-Spannungsriickwirkung in Basisschal-

tung (Kleinsignalwert)

hre

Leerlauf-Spannungsriickwirkung in Emitterschal-
tung (Kleinsignalwert)

hy

KurzschluR-Stromverstéarkung

hf=h2] ={#2\ '
\i1) =0
hfb

KurzschluB-Stromverstarkung in Basisschaltung
(Kleinsignalwert)

hfe

KurzschluB-Stromverstarkung in Emitterschal-
tung (Kleinsignalwert). )
Verhéltnis des Kollektorwechselstromes i zum Ba-
siswechselstrom 1, bei wechselstrommé&Rigem
Kurzschluf® zwischen Kollektor und Emitter und
kleiner Ansteuerung.

A7



Fir diese KenngroRen wird auch das Kurzzeichen B
verwendet.

Die KurzschluBstromverstarkung wird meistens
bei 1 kHz und einem im Datenblatt angegebenen
Arbeitspunkt gemessen.

h

o
Leerlauf-Ausgangsadmittanz

hy=h Ly
0o =12\ 1,

hob
Leerlauf-Ausgangsleitwert in Basis-Schaltung
(Kleinsignalwert)

hoe

Leerlauf-Ausgangsleitwert
(Kleinsignalwert)

_/1=0

in  Emitterschaltung

I
Basis-Gleichstrom

lem
Basis-Spitzenstrom

le
Kollektorgleichstrom

Iego

Kollektorstrom bei offenem Emitter

Ein Reststrom ist der in einer Transistorzuleitung
flieRende Strom bei Anliegen einer Sperrspannung
an dem betreffenden AnschluR und einemweiteren
AnschluB. Die Beschaltung des dritten AnschluRes
wird angegeben.

Kollektor-(Basis-) Reststrom /cgo und Kollektor-
Basis-Sperrspannung Uggy bei offenem Emitter
(le=0)

844332 Iego

LI

Ucso

Fig. 1.9.

lceo
Kollektorstrom bei offener Basis
Kollektor-(Emitter-)Reststrom /g und Kollektor-
Emitter - Sperrspannung Uggo bei offener Basis
(lg= 0).
844333

Iceo

Uceo

Fig. 1.10.

A8

Icen

Kollektorstrom mit einem Widerstand Rgg zwi-
schen Emitter und Basis.

Kollektor-(Emitter-) Reststrom Iz und Kollektor-
Emitter-Sperrspannung Uggg mit einem Wider-
stand zwischen Basis und Emitter. Bei der Angabe
von Uggg bzw. Igg ist in den Datenbléttern der dazu
gehdrende Wert von Ry angefiihrt. Bei grof3eren
Werten von Rg; gilt die Sperrspannung Ucgq bzw.
der Restrom /¢gq.

84 4334

Icer

Il
"+

Fig. 1.11.

Ices

Kollektorreststrom bei KurzschluR Basis-Emitter
Kollektor-Reststrom /ogg =/cgs und Kollektor-Emit-
ter-Sperrspannung Ugeg bzw. Kollektor-Basis-
Sperrspannung Uggg bei KurzschluR zwischen Ba-
sis und Emitter.

84 4335

Ices =/cas

1y

Fig. 1.12.

Icev
Kollektorreststrom bei gesperrter Emitterdiode

Kollektor-(Emitter-) Reststrom /cg, und Kollektor-
Emitter-Sperrspannung Uggy bei gesperrter Emit-
terdiode, d.h. Vorspannung in Sperrichtung zwi-
schen Basis und Emitter.

844336

Icev

Fig. 1.13.

leex
Kollektorreststrom bei in FluRrichtung vorge-

spannter Emitterdiode

Kollektor-(Emitter-) Reststrom /oy bei in FluBrich-
tung vorgespannter Emitterdiode.

Der Wert der Basis-Emitter-Spannung Ugg ist so
gewahlt, daB kein nennenswerter Basisstrom
flieRt.



844337 1

LI

sd

Fig. 1.14.

lem

Kollektor-Spitzengleichstrom

Scheitelwert des Kollektorstromes bei sinusformi-
gem Betrieb fir eine Betriebsfrequenz f = 25 Hz
bzw. bei nicht sinusférmigem Betrieb fiir eine Im-
pulsfolgefrequenz f=25 Hz und fiir ein Tastverhalt-
nis tp/Tg 0,b.

I, Ioss
Drain-Strom

3
Emitterstrom

leso

Emitterreststrom bei offenem Kollektor
Emitter-(basis-) Reststrom /g und Kollektor-Basis-
Sperrspannung Uggg bei offenem Kollektor (/o = 0).

84 4338
B0 N

H+

L

Ugso

Fig. 1.15.

*lgy2sm
Gate 1/Gate 2-Source Spitzenstrom

*lgis: larss
Gate 1-Source Strom

tlgzs lazss

Gate 2-Source Strom
h

Eingangsstrom

I

KurzschluBstrom

la

Ausgangsstrom

Is

Speisestrom, Versorgungsstrom
K

Kelvin

/
Lange, Anschludrahtlange

Ls

Serieninduktivitat
My
Anzugsdrehmoment

m
Modulationsgrad

P
Leistung

P.

1
Eingangsleistung

Py, Pq
Ausgangsleistung

Ptot
Gesamtverlustleistung

Innerhalb des Arbeitsbereiches, der durch die ma-
ximal zuléssigen Strome und Spannungen und dem
absoluten Grenzwert der Verlustleistung festge-
legt ist, wird die zuléssige Verlustleistung Py 11«
durch die maximal zulassige Sperrschichttempera-
tur Tinax die im Betrieb maximal auftretende
Umgebungstemperatur T, bzw. Gehdusetempe-
ratur T, und den Warmewiderstand Ry, ;5 bzw.
Rinc mit folgenden Gleichungen festgelegt:

ijax - 7-amb

Piotmax (@amb) = Reun

T

ijax — lcase

bzw. P,

totmax (Case) =

RthJC

In allen anderen Fallen gilt als Begrenzung fiir die
Verlustleistung der in den Datenbléttern angegebe-
ne erlaubte Arbeitsbereich.

Py

Verlustleistung, allgemein

Tob

Basisbahnwiderstand

Rge

Widerstand zwischen Basis und Emitter
Ie
Gleichstrom-DurchlaRwiderstand
Iy

Differentieller DurchlaRwiderstand
Rs

Generatorwiderstand

6

Eingansgwiderstand

A9



R
Lastwiderstand

I

Parallelwiderstand, Ddmpfungswiderstand

Iq

Ausgangswiderstand

Rinca
Warmewiderstand Kanal-Umgebung

Rihsa )
Waérmewiderstand zwischen Sperrschicht und
Umgebung

Rinsc
Warmewiderstand zwischen Sperrschicht und
Gehause

N
Stehwellenverhéltnis

S, s

Source

|SZ1e|
Vorwaértstibertragungsfaktor

T
Periodendauer

T
Absolute Temperatur, Kelvintemperatur
OK=-—273,15°C

Einheit: K (Kelvin)

t
Zeit
T

Temperatur, Celsiustemperatur
Einheit: °C

T

amb

Umgebungstemperatur

Bei merklicher Eigenerwérmung des Bauelemen-
tes: Temperatur der Umgebungsluft unterhalb des
Bauelements im thermischen Gleichgewicht.

ments: Temperatur der Umgebungsluftin unmittel-
barer Umgebung des Halbleiterbauelements.

T

amb

Umgebungstemperaturbereich
Bei den absoluten Grenzdaten der zuldssige Be-
reich der Umgebungstemperatur.

Te

Kanaltemperatur

A10

T

case

Gehéausetemperatur

Temperatur an einer definierten Stelle der Gehau-
seoberfliche des Bauelementes im thermischen
Gleichgewicht.

Falls nicht anders angegeben, gilt als Geh&usetem-
peratur bei Bauelementen im Metallgehduse die
Temperatur der Grundflache des Gehauses.

ty
Verzégerungszeit, siehe Schaltzeiten Kap. 1.2.3.

t
Abfallzeit, siehe Schaltzeiten Kap. 1.2.3.

tfr

Vorwértserholzeit (DurchlaBverzégerungszeit)

T,

Sperrschichttemperatur

Raumlicher Mittelwert der Temperatur, den die
Sperrschicht im Betrieb aufweist. Bei Transistoren
handelt es sich im wesentlichen um die Temperatur
der Kollektorsperrschicht, da deren Eigenerwaér-
mung am grof3ten ist.

K

Temperaturkoeffizient

Quotient aus der relativen Anderung einer elektri-
schen GroéBe und der verursachenden Tempera-
turédnderung At bei sonst konstanten Betriebsbe-
dingungen.

T

Temperatur der Anschludrahtein derHalterungim
Abstand/vom Gehause

toff

Ausschaltzeit, siehe Schaltzeiten, Kap. 1.2.3.
t
Einschaltzeit, siehe Schaltzeiten, Kap. 1.2.3.
t

Impulsdauer

L

on

Tastverhéltnis

£,

Anstiegszeit, siehe Schaltzeiten, Kap. 1.2.3.

trr

Rickerholzeit (Sperrverzdgerungszeit)

tS

Speicherzeit, siehe Schaltzeiten, Kap. 1.2.3.

Tsd

Loéttemperatur

Maximal zuldssige Temperatur beim Loten mit defi-
niertem Abstand vom Gehéuse und festgelegter
Dauer. Siehe Kap. 2.2.



Tstg

Lagerungstemperaturbereich

Temperaturbereich, bei dem ein Bauelement, das
keiner elektrischen Beanspruchung unterworfen
ist, gelagert und/oder transportiert werden kann
ohne Schaden zu nehmen.

Ugs

Basisspeisespannung (Basisvorsorgespannung)
Uge

Basis-Emitterspannung

UBEsat

Basis-Sattigungsspannung

Die Basis (-Emitter-) Sattigungsspannung Ugg,,; ist
die Basis-Emitter-Spannung, die zur Kollektor-
Emitter-Sattigungsspannung Uggg,; gehort.

Uer)
Durchbruchspannung

nungserh6hung einen steilen Anstieg des Sperr-
stromes hervorruft. Sie wird angegeben als Span-
nung bei einem bestimmten, in den Datenbléttern
vermerkten Wert des Sperrstromes.

Usriceo
Kollektor — Basis — Durchbruchspannung, Emitter
nicht angeschlossen.

Ugrceo

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Messung bei offenem Basis-Emitterkreis mit im-
pulsférmiger Kollektoreinstromung.

In der vorliegenden MeRschaltung wird der mit
induktiver Kollektorlast periodisch geschaltete
Prifling nach erfolgter Abschaltung so lange im
Durchbruch betrieben bis die wéhrend der Ein-
schaltzeit in der Induktivitdt gespeicherte Energie

Spannung in Sperrichtung, von der ab eine Span- ?
lc
16 1,
Usz=10\l 88 43 ‘meR
U,
5V CE
3 Impulse YigR)cEO
b
+ =01
tp=10ms
864317
Fig. 1.16 Fig. 1.17
f zweiter Durchbruch 85 4318
IC Einsatz des zweiten
Durchbruchs
Yce omax Yer)cEO Ysr)cev
(=Y(gr)ceo

Ugg —=

Fig. 1.18: Vollstandiges, d.h. durch Uberschreiten der Grenzwerte erhaltenes Ic, Ugg- Kennlinienfeld eines

Transistors (Beispiel: NPN-Transistor).

A1



vollig abgebaut ist. Dies ist der Fall, wenn derin den
Kollektoreingepragte Durchbruchstrom sagezahn-
férmig vom Endwert des Einschaltstromes auf Null
abgeklungen ist.

Der Uigr)ceo-Grenzwert wird fiir den Strom /., defi-
niert, bei dem sich die niedrigste Durchbruchspan-
nung des Transistors einstellt.

Durchbruchstrom und Kollektorinduktivitat sind so
gewahlt, daB die Durchbruchenergiebelastung
weit unterhalb der Zerstdrungsgrenze des Transi-
stors liegt.

Ugrcev
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung, bei be-
stimmter Sperrspannung zwischen Basis und
Emitter.

Ugrips
Drain-Source Durchbruchspannung

Ugreso
Emitter - Basis - Durchbruchspannung, Kollektor
nicht angeschlossen.

Ugrjeco
Emitter - Kollektor - Durchbruchspannung, Basis
nicht angeschlossen

T Ur1ss
Gate 1-Source Durchbruchspannung

* Ugrjc2ss
Gate 2-Source Durchbruchspannung

Ucs
Kollektor-Basisspannung

Ucgo

Kollektor-Basis-Sperrspannung, Emitter nicht an-
geschlossen.

Allgemein bezeichnet man bei Transistoren eine an
zwei Anschlisse gelegte Spannung als Sperrspan-
nung, wenn diese so gepolt ist, daR die betreffende
Sperrschichtin Sperrichtung betrieben wird. Dabei
wird die Beschaltung des dritten Anschlusses ge-
trennt angegeben.

Ucc
Kollektorversorgungsspannung
Uce
Kollektor-Emitter-Spannung
Uceo

Kollektor-Emitter-Sperrspannung, Basis nicht an-
geschlossen

Ucer
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei einem Wi-
derstand Ry zwischen Basis und Emitter

A12

Uces
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei KurzschluR
Basis-Emitter.

UCEsat

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

Die Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Uggeq
ist als die Kollektor-Emitter-Spannung an der Uber-
steuerungsgrenze fiir einen bestimmten Kollektor-
strom /¢ definiert.

Uggsat Wird angegeben

a) als Kollektor-Emitterspannung, bei der die Kol-
lektor-Basisspannung fiir einen bestimmten
Wert des Kollektorstromes den Wert Null an-

nimmt.
f Upg=0
e
ben I
844339 Ucgsat Ueg — ™
Fig. 1.19.

b) fiir einen bestimmten Kollektorstrom /. und ei-
nen bestimmten Basisstrom /g, wobei der dazu
gehorende Kennlinienpunkt unter Berticksichti-
gungderExemplarstreuungen mit Sicherheitim
Ubersteuerungsbereich liegt.

Ucg=0 84 4340

—

Ucg—

gegeben Ic

UcEsat
Fig. 1.20.

c) bei einem Kollektorstrom /. fiir eine Kennlinie
mit /g = konst., die durch den Kennlinienpunkt
le=K- I (z.B.K=1,1) bei einer bestimmten Kol-
lektor-Emitter-Spannung (z.B. Usg=1V) geht.

1 84 4341

Ic /
1 1, b

B
o 1
/
Ucesat UYce=1V Ucg—=
Fig. 1.21.



UCEsatHF
Kollektor-Emitter-HF-Sé&ttigungsspannung

Ucev

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei gesperrter
Emitterdiode

Ups

Drain Source Spannung, maximum

Ueso

Emitter-Basis-Sperrspannung bei offenem Kollek-
tor

Ur

DurchlaRspannung

DurchlaBspannung der integrierten Schutzdiode

Ug1s(orr
Gate 1-Source-Abschniirspannung

Ugas(oFR)

Gate 2-Source-Abschniirspannung

Unr

Hochfrequenzspannung, Effektivwert

Opr

Hochfrequenzspannung, Scheitelwert

UI’]

Rauschspannung, Effektivwert

Ug

Sperrspannung

An einem PN- bzw. NP-Uberg?ng gelegte Span-
nung, die so gepolt ist, dal der Ubergang in Sperr-
richtung betrieben wird.

Us

Speisespannung, Versorgungsspannung

Ur

Temperaturspannung

y
Die Admittanzmatrix ist ein Anordnungsschema
der y-Koeffizienten:

y= {yiyr\ _ (y11y12\
\-nyo/ \y21 -sz/

Die y-Koeffizienten (y-Parameter) sind die Koeffi-
zienten der Vierpolgleichungen in Admittanzform:
L=y Uy U=y Yty Y,

L=V Uty U=y Uy +¥p,- U

Yi
KurzschluB-Eingangsadmittanz

I~

]
Vi=yn=

<|

i) Y,=0

Je nach verwendeter Grundschaltung wird den
Kurzzeichen der y-Koeffizienten im Index ein e, b
oder ¢ angehéngt.

Yio
KurzschluR-Eingangsadmittanz in Basisschaltung
(Kleinsignalwert).
Yie=0ip +jwC;
Yie
KurzschluB-Eingangsadmittanz in Emitterschal-
tung (Kleinsignalwert).
Yie=Gie +jwCi
Yr
Kurzschlu3-Riickwarts-Steilheit (Remittanz)
1

- I
Ve =VY12 yz y1=0

|yrb1
KurzschluR-Rickwartssteilheit (Remittanz) in Ba-
sisschaltung (Kleinsignalwert).
Y= \yrb|eXptprb
= G +ijrb

[Vrel
KurzschluR-Riickwartssteilheit (Remittanz) in
Emitterschaltung (Kleinsignalwert.)

Vie = Vi eXP0,,
= gre + jmcre

Y
KurzschluR-Vorwarts-Steilheit (Transmittanz)
Ls

Vi) V,=0

Yi=Vo =

Vol
KurzschluR-Vorwaértssteilheit (Transmittanz), in

Basisschaltung (Kieinsignalwert)
Yio= Vol eXP0g,

KurzschluR-Vorwartssteilheit (Transmittanz), in
Emitterschaltung (Kleinsignalwert).
yfe = ‘yfelequ)fe

7
KurzschluB-Vorwértssteilheit in Source Schaltung

bei vorgegebenem Arbeitspunkt und Frequenz.



Yo
Kurzschlu3-Ausgangsadmittanz

2
b,y =0

Vo=V =
yob i .
KurzschluB-Ausgangsadmittanz . in Basisschal-
tung (Kleinsignalwert)

Yob=9op T1C,,

er

KurzschluR-Ausgangsadmittanz in Emitter-Schal-
tung (Kleinsignalwert)

yoe = gOB =ijoe

Aus den y-Koeffizienten lassen sich folgende Be-
triebsgréRen ableiten:

84 4342

la L ]

é ii”e Uy |Vierpol Y2 |In

WL=6L+jB

Y6 =Cg*jBg

Fig. 1.22.

Stromverstarkung

_Ls_ Yo Yo
L Y Wt YD -y,

Spannungsverstérkung
U -y
G,= x2_ T
U ¥tV
Eingangsadmittanz
! RATRST
Va2 t Vo

Ausgangsadmittanz
yoha Vi
out yz 22 y11+YG

Leistungsverstarkung

Py G
out L
GP= P .aq. 'IGuJQ
n *in
G| [
Gin | Y2tV

Fir Niederfrequenz werden in einigen Fallen, far
Hochfrequenz durchweg die Koeffizienten der Ad-
mittanz (y)-Matrix oder Elemente der Ersatzschal-
tung nach Giacoletto (siehe 1.1.3) beniitzt. Die y-
Koeffizienten gelten jeweils fiir einen bestimmten
Arbeitspunkt und einen schmalen Frequenzbereich
in der Umgebung einer bestimmten Frequenz.

Diey-Koeffizienten werden teilweise getrennt nach
Realteil undImaginérteil oder nach Betrag und Pha-
se angegeben.

Yi=g; +/COCi

g
KurzschluB-Eingangsleitwert
C

i
KurzschluB-Eingangskapazitét
Yr=9,+joC = |yrl - exp (jip,)

9r
KurzschluB-Rickwirkungsleitwert
Cl’
KurzschluB-Rickwirkungskapazitat
|v:|

Betrag der Riickwartssteilheit

(PI'
Phasenwinkel der Riickwiértssteilheit

Vi=|y¢|- exp (- @)

il

Betrag der Vorwartssteilheit

P

Phasenwinkel der Vorwartssteilheit
Yo =0, +J¢C,

gO

KurzschluB-Ausgangsleitwert

CO

KurzschluR-Ausgangskapazitat

Y,

G
Generatorscheinwiderstand

0]
Phasenwinkel

Prp
Phasenwinkel der KurzschluR-Vorwartssteilheit Yeo

Pre
Phasenwinkel der KurzschluR-Vorwartssteilheit y;,

Prp
Phasenwinkel der KurzschluR-Riickwartssteilheit y,,,



Zinp

Thermischer Widerstand bei impulsbelastung. Bei
der Ermittlung der maximalen Verlustleistung eines
Transistors bei periodischem, rechteckférmigem
Pulsbetrieb (P;,;) muR mit dem Impulswérmewi-
derstand Z,,, gerechnet werden. Es gilt:

TjM - Tcase

Zinp

Tm=Scheitelwert der maximal zulassigen Kristall-
temperatur bei periodisch eingeschwungenem Im-
pulsbetrieb.

Tyv ist gleich
Damit ist die maximale Verlustleistung bei Pulsbe-
trieb:

Piotm =

T,

jmax ZU setzen.

T'max - Tcase

PtotM = Z
thP

Z,pistim Datenblattin Abhéngigkeitder Pulsdauer
t, angegeben. Das Tastverhaltnis

t
Tp ist Parameter in diesen Kurven.

Es ist darauf zu achten, daR der so ermittelte P, -
Wert mit dem erlaubten Arbeitsbereich in Uberein-
stimmung zu bringen ist, d.h. daR bei hohen Ugg-
Werten evtl. eine Reduktion bedingt durch Strom-
konzentration berlicksichtigt werden muR.

n
Wirkungsgrad

Ts

Speicherzeitkonstante

T 842246
zthp Rypyc =175 K/W
1 ST
1t
K/W[7=0.5 ==
- 3o 7
- + A,
0,2 fom === -~ " |4
-",' Lq 4
0.1 pmm=T] —’// "% //
/"/ //, y/
L~ e 4
o1 0,05 jo=r 1" /] /
1 2 7
0,02 — +
/
0.01P% %
(V] /"
Einzelimpuls
l | | | Fig.1.23
0.01 10-6 10-5 1074 1073 10-2 101 100 s
’ tp——-—- -

Fig. 1.23
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1.2.3. Schaltzeiten

Die Ubergénge zwischen Sperrzustand und Durch-
laRzustand eines Transistors erfolgen auch bei
sprunghaften Anderungen der SteuergréRe nicht
abrupt, sondern beanspruchen Zeit. Zuséatzlich sind
diese Ubergange gegeniiber Spriingen der Steuer-
groRe verzogert. Daflir gelten Zeitbegriffe, die mit
den folgenden, fiir NPN-Transistoren geltenden Bil-
dern erklart werden.

Fig. 1.24 zeigt die zugrunde liegende Schaltung.

844343

Fig. 1.24

Fig. 1.25a den restlichen Verlauf der SteuergréRe
(des Basisstromes ig) und Fig. 1.25 b den zeitlichen
Verlauf des Kollektorstromes i beim Verandern der
Schalterstellung.

Aus dem zeitlichen Verlauf des Kollektorstromes
nach Fig. 1.25 b im Vergleich zu dem zeitlichen Ver-
lauf des Basisstromes lassen sich die Schaltzeiten
ablesen:

Ty : Verzégerungszeit
t, : Anstiegszeit
tonlty+t)  : Einschaltzeit

ts : Speicherzeit
t : Abfallzeit

tolts+t)  : Ausschaltzeit
Schalterstellung 84 4344
a f 2 1 2
ig B1
0
=), / 1 ——
B2
'c
b}
ia Ie
0,1 /
Ic
el gt
::], <
d
'onl“' fe— tos —=
Fig. 1.25

Diese Schaltzeiten hingen ab vom Transistortyp
und von der verwendeten Schaltung. Sie gelten im
Ubrigen nur, wenn die Flankensteilheiten des An-
steuerimpulses wesentlich groRer als die Flanken-
steilheit des Kollektorimpulses sind.
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Die Einschaltzeit wird umso kirzer, je groBer der
Ubersteuerungsfaktor ist. Die Ausschaltzeit wird
umso langer, je groRerder Ubersteuerungsfaktorist
und umso kiirzer, je groRer der Ausrdumfaktor ist.

Ausrdumfaktor a

Er ist das Verhaltnis zwischen dem beim Ableiten
derimBasisraum gespeicherten LadungflieRenden
Ausrdaumstrom /g, zum Basisstrom /g :

__ﬁ= _ hego - lsa
lso le
Ubersteuerungsfaktor (i
Er ist das Verhaltnis zwischen dem zum Steuern
benétigten Basisstrom /g, (Steuerstrom) und dem
Basisstrom /g, = .S der erforderlich ist, um den

FEO
Transistor bis an die Ubersteuerungsgrenze U.g=0

durchzusteuern:
o heeo Im
fj= —— =

=%
Mit dem Ubersteuerungsfaktor "ii“ und dem Aus-
raumfaktor "a” sowie den vom Transistortyp gege-
benen Werten der Einschaltzeitkonstante Tg gelten
folgende Zusammenhénge fiir die Schaltzeiten:

tmroin (4=01
e i-0.9
In a+0,9

a+0,1

t~1-
2
i-01
In,_,ﬂs——‘—_o'9
jnatog
a+0,1 \\§_“
[o]
1
[o] 2 3 4 6 8 9 10
844345 i,a —
Fig. 1.26
¢ | a+i
~T1.+In
s s a+1
[a=0]
{, ]
a+i Ay
In-—1— A — ﬁ:
a+ ' A g
Lo m
1 ———— 70
%1 2 3 510
844346 U —o=
Fig.1.27



1.2.4. Schaltverhalten von Hochvolt-Leistungstransistoren

lg2

88 6186

Fig. 1.28. Grundschaltung fiir ohmsche Last

UCE sat

88 6187 t——

Fig. 1.30. Typischer Strom-Spannungsver-
lauf bei ohmscher Last

I? ‘ i}
B1
11
"
; —
} )
’||31 ' ‘ZL
i t
2 ) V
* —

Fig. 1.32. Typische Ansteuerbedingungen bei
ohmscher Last
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Fig. 1.29. Grundschaltung fiir induktive Last

S TjKlemm

@

Fig. 1.31. Typischer Strom-Spannungsverlauf bei
induktiver Last

1 88 6188

B1

/l32 _lt_>

| L .
B1 kdl_

11 t
lg2 V

Fig. 1.33. Typische Ansteuerbedingungen bei
induktiver Last
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~——— harte Sattigung
(starke Ubersteuerung)
ts/tf = oo e it Ant|salttlgulngsbeschaltung
C~ Copt
Ig1= konstant

B2 —=

88 6190

Fig. 1.34. Typische Schaltverlaufe bei unter-
schiedlicher Ansteuerung

4 C
bl bl
o P>t
B B
1
L]
875658 E

Fig. 1.35. Antisattigungsbeschaltung

(Baker clamp)
Uce sat dyn.
Ucpg =1500 V
\ ,UCESEIIOOO A
Uegs =500V

88 6189

Fig. 1.36. Typisches Einschaltverhalten
(Dynamische Sattigung)
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2. Montagevorschriften

2.1. Alilgemeines

Die Einbaulage der Halbleiterelemente ist beliebig.
Bei allen Halbleiterbauelementen ist das Abbiegen
der AnschluRdrahte in einem Abstand von mehrals
1,5 mm vom Gehduseboden gestattet, falls der
Durchmesser der AnschluRdrédhte 0,5 mm nicht
liberschreitet. AnschluRdréhte mit groRerem
Durchmesser sollen nicht gebogen werden.

Der Einbau von Halbleiterbauelementen in der N&-
he von warmeerzeugenden Bauelementen erfor-
dert die Beachtung der erhohten Umgebungstem-
peratur.

2.2. Lotvorschriften

Die Halbleiterbauelemente miissen beim Einloten
in die Schaltung gegen thermische Uberlastung
geschiitzt werden. Es empfiehlt sich, die Anschlu-
dréhte moglichstlang zulassen und die Lotstelle an
das Ende der Drahte zu legen. Gegebenenfalls
missen MaRnahmen fiir eine ausreichende War-
meableitung getroffen werden. Die Sperrschicht-
temperatur der Halbleiterbauelemente darf beim
Léten die maximal zuldssige Sperrschichttempera-
tur nur kurzzeitig (max. 1 Minute) Gberschreiten,
und zwar bei Silizium-Bauelementen bis 200 °C.
Die in Fig. 2.1. angegebenen Létkolben- bzw. Lot-
badtemperaturen sind maximal zuléssig.

2.3. Warmeableitung

Die an den Sperrschichten von Halbleitern in War-
me umgesetzte Verlustleistung mul zur Erhaltung
des thermischen Gleichgewichtes an die Umge-
bung abgefiihrt werden.

Bei Bauelementen, die mit kleiner Verlustleistung
betrieben werden, reicht dazu im allgemeinen die
natiirliche Warmeableitung Gber das Gehéuse an
die umgebende Luft aus.

Bei mit groRerer Verlustleistung betriebenen Bau-
elementen missen zum Verbessern der Warme-
ableitung Kiihlfahnen oder Kihlsterne vorgesehen
werden, womit die warmeabgebende Oberflache
vergroRert wird.

Bei Leistungsbauelementen schlieBlich miissen
Kahlbleche oder spezielle Kithlkdrper verwendet
werden, deren Kiihlwirkung noch durch besondere
den kann.

Die in der Sperrschicht erzeugte Warme wird
hauptsachlich durch Warmeleitung zur Gehause-
oberflache oder zum Geh&duseboden abgefiihrt. Ein
Maf dafir ist immer der thermische Widerstand
Sperrschicht-Gehause Ry,,c, dessen Wert durch
die Konstruktion des Bauelementes festgelegt ist.
Die Warmeabgabe vom Gehéause zur Umgebungs-
luft erfolgt durch Warmeabstrahlung, Konvektion
und Warmeableitung. Sie wird durch den duRReren



Kolbenlétung Tauch- bzw. Schwallbadlétung
Temperatur | Abstand der | Max. zu- | Temperatur | Abstand der Max.
des Lotstelle vom | ldssige des Lotstelle vom | zuldssige
Lotkolbens Gehéause Lotzeit Lotbades Gehause Lotzeit
Metall- =245°C 1,5...5 mm 5s =245°C >1,5mm 5s
gehause =245°C >5mm 10s
245..350°C >5mm 5s 245..300°C >5mm 3s
Kunststoff- =245°C 2..5 mm 3s =245°C >2mm 3s
gehause =245°C >5 mm bs 245...300°C >5mm 2s
23A3
DIN 41869 =250°C - 10s =250°C - 10s
(SOT 23)
Fig. 2.1.

bzw. den thermischen Widerstand Gehaduse-Um-
gebung Ry,ca ausgedriickt. Der gesamte thermi-
sche Widerstand zwischen Sperrschicht und Um-
gebungsluft ist:

Rinaa= Rinac + Rinca
Die maximal zulassige Gesamtverlustleistung

Piotmax €ines Halbleiterbauelementes 18Rt sich mit
der Gleichung
P _ ijax - Tamb _ T]max - Tamb
tot max —
* Rinsa Rinsc + Rinca
berechnen.
T

jmax
Maximal zulassiger Wert der Sperrschichttempe-
ratur

T

amb
Im Betrieb unter unglinstigsten Bedingungen auf-
tretender GroR3twert der Umgebungstemperatur.

Rinac
Thermischer Widerstand zwischen Sperrschicht
und Gehéuse.

Rihua
Thermischer Widerstand zwischen Sperrschicht
und Umgebung

Rinca

Thermischer Widerstand zwischen Gehause und
Umgebung, dessen Wert von den Kiihibedingun-
gen abhangt.

Bei Verwendung eines Kuhlbleches oder eines
Kahlkérpers wird Ry, c4 bestimmt von dem Wéarme-
kontakt zwischen Gehause und Kithlkérper, vonder
Waérmeausbreitung im Kihlkérper und von der
Wérmeabgabe des Kihlblechs an die Umgebung.
Die maximal zulassige Gesamtverlustleistung 1aBt
sich demnach fiir ein gegebenes Halbleiterbauele-
ment nur durch &ndern von T, und Ry,c5 beein-
flussen. Derthermische Widerstand R;;,co muRR den

Angaben der Kiihlkorperhersteller entnommen
oder durch Messungen bestimmt werden.
Werden Kiihlbleche vorgesehen und ist keine opti-
male Auslegung erforderlich, dann gentigen fol-
gende Naherungsangaben fiir die Dimensionie-
rung:

Die nachstehenden Kurven geben denthermischen
AuBenwiderstand R,,ca an, der bei Verwendung
quadratischer Kihlbleche aus Aluminium mit der
Kantenlange a gilt, wenn das Gehéause des Bau-
elements mit einer ebenen Flache direkt auf dem
Kihlblech aufliegt.

Die aus Fig. 2.2. und 2.3. gewonnenen Kantenlan-
gen a bei vorgegebenem R, ., werden je nach Ein-
baulage und Oberflache des Kiihlbleches mit den
Faktoren o und p multipliziert:

a=a-P-a

o = 1,00 bei senkrechter Montage

o = 1,15 bei waagrechter Montage

B = 1,00 bei blanker Oberflache
B = 0,85 bei mattschwarzer Oberflache

T 1 88389
Rthca A
\ | AT=10°C
| _s0°c
~_60°C
120°C
10
K/W
[ N

Blechstérke :0,5 mm \Y

10 100 mm

a—>

Fig. 2.2.
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t { 88390
1
Rthca
AT=10°C
| 30°c
60°C
L120°¢
10
K/W !
I
Blechstérke :2mm
1
10 100 mm
. a———-—
Fig. 2.3.
2.3.1. Beispiel

Fir einen Silizium-Leistungstransistor mit ijax=
150°C und Rthc =5 K/W ist ein quadratisches
Kihiblech aus blankem Aluminium, waagrecht
angeordnet, Blechstarke 2 mm, zu berechnen.
Die héchstvorkommende Umgebungstempera-
tur betragt T, = 50 °C und die Verlustleistung

Pto( max = 8W.

P — ijax B 7-amb
totmax Ry i Rinca
T ~T
jmax amb
Rinca = P - Ripsc =
tot
o _ Oy
- M _5 °C/W= 7,5 K/W
8W
AT=T_.. - T,., 188t sich aus der Beziehung
P _ -I}max - Tamb _ Tcase —Tamb
fotmax Ry se + Rinca Rinca
ermitteln:
T _ RthCA (ijax - Tamb)
case  “amb Rinse + Rinca

_ 7,5K/W (150 °C - 50 °C)
B 5 K/W + 7,5 K/W

Mit Ry, o= 7.5 K/Wund AT=60 °C ergibt sich aus
den Kurven fiir eine Blechstarke von 2 mm eine Kan-
tenlénge a= 90 mm. Dieser Wert muR wegen der
waagerechten Anordnung noch mit dem Faktor
o= 1,15 multipliziert werden, so daR fiir das Kéhl-
blech eine Kantenlédnge von 105 mm vorzusehen
ist. Soll aus einem gegebenen Kiihlblech die zulds-
sige Verlustleistung berechnet werden, so ist mit
einem angenommenen AT zu rechnen. Das Ergeb-
nis ist eventuell mit dem tatsachlichen AT neu zu
bestimmen.

=60°C
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2.4. Erlaubte Arbeitsbereiche von

Leistungstransistoren

Zum Vermeiden von Uberlastungen, die zur Zersto-
rung fiihren kénnen, sind beim Betrieb von Lei-
stungstransistoren eine Reihe von Grenzen zu
beachten. Mitdiesen Grenzenwird ein erlaubter Ar-
beitsbereich festgelegt, wie er z.B. im nachstehen-
den Bild dargestellt ist. Dieser Arbeitsbereich gilt
nur fiir Leistungstransistoren, die thermisch stabil
betrieben werden, und fiir eine bestimmte Gehau-
setemperatur. Fiir Impulsbetrieb kénnen die ange-
gebenen Grenzen kurzzeitig iberschritten werden,
wie es z.B. die gestrichelten Linien im Bild andeu-
ten.

De

rim Bild in Form eines /. (Ucg) - Diagrammes mit

logarithmischer Teilung beider Achsen dargestell-
te "Erlaubte Arbeitsbereich” SOA eines Transistors
enthalt diefiireinenzuverlassigen Betrieb erforder-
lichen Begrenzungen, im angesteuerten Betrieb
(positiver Basisstrom)

A.

88

Fig

. Belastungsbegrenzung durch Ry, ;c und T,

O\ -
|

Maximaler Kollektordauerstrom. Wird dieser
Wert liberschritten, dann kann das Transistor-
element zerstort werden bzw. die AnschluR-
dréhte konnen durchbrennen.

j max-
In diesem Bereich ist die zulassige Verlustlei-
stung nicht von der Betriebsspannung ab-
héngig, d.h. das Produkt U /¢ ist konstant. Die
Verlustleistungshyperbel erscheint in der dop-
pellogarithmischen Darstellung des Arbeitsbe-
reiches als Gerade mit der Neigung von 135°.

Begrenzung bei
| Impulslast

N ICM max (Spitzenstrom)

b e e -

{ Bereich Il impuls N\ '\ ﬂ UCEO—Grenzwe!t
lc max (Dc) A N\ N

Vo ereicn i

\ Us=Uceo

\ \ Guitig fur das

| Einschalten

- Second Breakdown \ wiéhrend t. und

BegrenzungC \, \ noch nich abge—
! klungener Ruck—

T \\ I schlagsspannug
.
T Bereich I: DC al b [ Bereich IV:

DA\ | Ycer=Uces
| ‘ | fir Rge=100 Q
.

UCESAGrenzwert

T T T 171 T T T 1 1 1 T
6208
UcE—

. 2.4. Erlaubter Arbeitsbereich (SOA) mit Ein-
schaltkennlinien



C. Belastungsbegrenzung zum Vermeiden eines
zweiten Durchbruchs: Bei héheren Betriebs-
spannungen kénnen 6rtliche Stromkonzentra-
tionen auftreten, die lokale Uberhitzungen der
Sperrschicht bewirken. Dadurch konnen
Schmelzkanéle entstehen, falls die zugefiihrte
Energieeinenkritischen Wert Giberschreitet. Das
flhrt zur Zerstérung des Transistors. Die Strom-
konzentrationen entstehen entweder am Emit-
terrand oder in der Mitte der wirksamen Basis-
zone, abhangig davon ob die Emitterdiode in
Durchla3- oder in Sperrichtung betrieben wird.
Die zuléssige Verlustleistung nimmt in diesem
Bereich mit zunehmender Kollektor-Emitter-
spannung ab, d.h. die Neigung der Begren-
zungsliniewird groRerals im Bereich Il (der Win-
kel wird kleiner als 135°).

D. Begrenzung durch die Durchbruchspannung.

Beim Uberschreiten dieser Grenze kann ein La-
winendurchbruch erfolgen.
Beim Impulsbetrieb darf der beschriebene Ar-
beitsbereich unter bestimmten Voraussetzun-
gen kurzzeitig Gberschritten werden (siehe ge-
strichelte Linien). Jedoch darf die maximal zu-
lassige Energie bestimmte, inden "Technischen
Daten” angegebene Werte nicht tiberschreiten.
(Fig. 2.4).

2.4.1. SOA-Begrenzung fir die Einschaltzeit

Die Fig. 2.4. zeigt auch die in das SOA-Diagramm
eingetragenen moglichen Kennlinien beim Ein-
schalten sowohl mit ohmscherals auch mit indukti-
ver Last.

Fall a: Der Transistor schaltet ein, wobei die Kollek-

torspannung geringer als Uggg ist.

Keine Gefahr fiir den Transistor, weil die Einschalt-

zeit sehr kurz ist.

Fir diesen Betrieb gilt die Begrenzung des SOA fiir
t 1

ton =1 ps und =757

Fallb: Der Transistor schaltet ein, wenn die Indukti-

vitat im Kollektorkreis noch nicht entladen und die

Rickschlagspannung Ucgo noch hoher als Uggg ist.

Indiesem Fall arbeitet der Transistorim Bereich ne-

gativer Stromverstérkung (Fig. 2.5.) mit erhohter

Zerstérungsgefahr infolge Stromkonzentration.

Somit stellt der Betrieb im SOA-Abschnitt Ill die

héartesten Anforderungen an den Transistor.

!

Wihrend dieser Zeit
ton arbeitet der Transistor
mit negativer Stromverstarkung

88 4441 t——

Fig. 2.5. Bereich negativer Stromverstarkung
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Fig. 2.6. Erlaubter Arbeitsbereich bei negativer Basis (RBSOA Reverse Base Safe Operating Area)



2.4.2. SOA-Begrenzung wéhrend der Abschaltzeit
Das tibliche SOA-Diagramm Il fiir den in Vorwarts-
richtung betriebenen Transistor muR nicht fiir die
Pulsbelastbarkeit wéhrend der Abfallzeit des Kol-
lektorstromes gelten, weil meistens der Transistor
mit Ausraumstrom B abgeschaltet wird und somit
mit negativem hg; arbeitet.

Bei hohersperrenden Leistungstransistoren wird
wahrend der Abschaltzeit t; mit Basisausrdum-
strom ein Uberschreiten der Kollektor-Emitter-
Durchbruchspannung erlaubt. Die Fig. 2.6. zeigt
ein Beispiel eines speziellen erlaubten Arbeitsbe-
reiches fur das Abschalten induktiver Last mit ge-
klemmter Riickschlagspannung ohne MaRnahmen
zur Verringerung deren Anstiegsgeschwindigkeit.
Dieser Betriebsfall stellt fiir den Transistor die
héarteste, in der Praxis mogliche Abschaltenergie-
belastung dar. Deshalb werden Transistoren von
TELEFUNKEN electronic bei diesen Bedingungen
getestet.

2.4.3. Betrieb des Transistors vollig abgeschaltet
und miteinerhéheren Riickschlagspannung
als Ucgo-

2.4.3.1. BasisabschluBbedingungen

Ein abgeschalteter Transistor hélt in Emitterschal-
tung Spannungen bis Uggg aus, solange die Basis
sicher gesperrt ist. Dies ist durch einen niedrigen
BE-Widerstand parallel zur BE-Diode oder besser
durch ein Ausschaltpotential sicherzustellen. Bei
der Dimensionierung der BE-Bedingungen fir den
abgeschalteten Transistor ist der Spannungsabfall
zu beriicksichtigen, der durch den hochsten Sperr-
strom erzeugt wird, welcher fiir die maximale
Sperrschichttemperatur garantiert ist. Der maxi-
male Sperrstrom /g fiir tj,,4 bildet die Stromgren-
ze des SOA-Bereiches IV fir den abgeschalteten
Transistor bei Spannungen zwischen Uggq und
Ucgo (Fig. 2.4.). Im Abschnitt IV des erlaubten Ar-
beitsbereiches wird garantiert, daf3 der abgeschal-
tete Transistor mit einem Widerstand von weniger
als 100 Q parallel zur BE-Diode und ohne Basis-
sperrpotential in Emitterschaltung CE-Spannun-
gen bis zum propagierten Grenzwert Ugg aushélt,
wenn zusétzlich die Bedingungen fir thermische
Sperrstromstabilitat erfillt werden.

Bei diesen Daten handelt es sich um ungtinstige
Bedingungen, die in der Praxis selten vorkommen.
Voraussetzung dafirdal Uggy=Ucgg ist, ist die Ein-
haltung folgender Bedingung:

loso (Dei o) - Re —|Ugg|S 0,3 V

2.4.3.2. Thermische Stabilitat

In nicht geklemmten Sperrwandlern wird beim aus-
geschalteten Transistor der Abschnitt IV des Er-
laubten Arbeitsbereiches ausgenutzt. Dabei muB
durch ausreichende Warmeableitung sicherge-
stellt werden, dal der Transistor vor thermischer
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Instabilitdt und somit vor einer Zerstérung ge-
schiitzt ist.
Thermische Instabilitat tritt dann ein, wenn die
durch den mit der Temperatur exponentiell stei-
genden Sperrstrom erzeugte Verlustleistung dem
Transistor pro Zeiteinheit eine groRere Warme-
menge zufiihrt, als dieser zur Umgebung abgeben
kann und wegen der induktiven Last keine ausrei-
chende Strombegrenzung vorhanden ist.
Mit der folgenden Beziehung kann der Sperrstrom
ermittelt werden, bei dem gerade noch thermische
Stabilitat zu erwarten ist:
__20°C

Rin - Uce
Fiir Ry, ist der bei den Abschaltbedingungen wirk-
same Wert einzusetzen.
Die Formel zeigt, daB es sehr wichtig ist Transisto-
ren in Schaltnetzgerédten ausreichend zu kihlen.
Die Fig. 2.7 zeigt ein Diagramm der zugelassenen
maximalen Sperrschichttemperatur des Transi-
stors flr garantierte thermische Stabilitat. Dieses
Diagramm basiert auf dem maximalen /gy bei
der hochsten zuldssigen Sperrschichttemperatur
und ist in den Datenblattern von TELEFUNKEN
electronic veréffentlicht.

Icgo (e tjr,y)

T
I e N e e o
\ N\ ~o
\\ Rthaa |
N \\\ |
N ~o |
] ~ |
\\ '
\\
~4
| |
|
Rgp=100Q |
88 6209

Uce—

Fig. 2.7. Bereich garantierter thermischer
Stabilitat



2.5. Behandlungsvorschriften fiir

MOS-Bauelemente

Bauelemente der MOS-Technologie erfordern be-
sondere Handhabungs-Vorschriften, da sie trotz
eingebauter Schutzschaltungen durch statische
Aufladungen, Brummspannungen von nicht geer-
deten Baugruppen und Geraten oderandere duRere
Einfliisse zerstort werden konnen. Deshalb werden
integrierte MOS-Schaltungen in elektrisch leiten-
der Verpackung geliefert.

2.5.1. Grundlegende Vorschriften

1.

MOS-Bauelemente sollen méglichst bis zum Ge-
brauch in der Lieferantenpackung verbleiben.
Andernfalls ist unbedingt darauf zu achten, daR
alle Anschliisse leitend miteinander verbunden
sind.

. MOS-Bauelemente diirfen grundsatzlich nicht

an den Anschliissen beriihrt werden, wenn keine
zusétzlichen auBeren Schutzvorrichtungen an-
gebracht sind.

. MOS-Bauelemente diirfen nicht mit elektrosta-

tisch aufladbaren Materialien (z.B. Kunststofftii-
ten und -folien, Styroporu.a.) in Beriihrung kom-
men.

.Alle Gerate und Werkzeuge, die mit MOS-Baue-

lementen in Berilhrung kommen kénnen,
missen auf gleichem Potential sein. Auch die
Arbeitskrafte missen sich auf diesem Potential
befinden.

. Vor Entnahme der MOS-Bauelemente und der

mit ihnen besttickten Leiterplatten muR derelek-
trisch leitende Verpackungsanteil die leitende
Arbeitsplatte beriihren.

. Es wird empfohlen, an MOS-Arbeitsplatzen alle

Geréte, Werkzeuge und Vorrichtungen wie z.B.
Sitzplatze, Lotkolbenspitzen, Lotbader und die
leitenden Arbeitstischplatten an einen gemein-
samen Massepunkt zu legen und diesen iiber
(270+270) kQ zu erden. Dabei sind die entspre-
chenden VDE-Bestimmungen (0100) zu bertick-
sichtigen.

3. Angaben zur Qualitét

Durch ein umfangreiches System von Erprobun-
gen, Zwischen- und Endmessungen ist TELEFUN-
KEN electronic bemiiht, dem Kunden Bauteile zur
Verfiigung zu stellen, die den Anforderungen der
Gerateindustrie voll entsprechen.

Sollten Sie Interesse an einer ausfiihrlichen Be-
schreibung des TELEFUNKEN-Qualitatssiche-
rungssystems haben, so fordern Sie bitte die Bro-
schiire “TELEREL” an.

3.1. Anlieferungsqualitét

Zum Kennzeichnen der Anlieferungsqualitét wird
folgendes angegeben:

® Maximal- bzw. Minimalwerte der KenngréRen

® AQL-Werte (Gutlage, Acceptable Quality Level)
Lieferlose, deren prozentualer Fehleranteil
gleich oderkleinerals derin Prozent angegebene
AQL-Wert ist, werden mit groBer Wahrschein-
lichkeit (L=90%) aufgrund einer Stichproben-
prifung angenommen (siehe Einfach-Stichpro-
benplan, Kapitel 3.4.).

3.2. Fehlergruppierung

Die méglichen Fehler, mit denen ein Halbleiter-
bauelement behaftet sein kann, werden entspre-
chend dem wahrscheinlichen EinfluB auf eine be-
stehende Schaltung in Gruppen zusammengefalt:

® Totalfehler (kritischer Fehler)

Beim Vorliegen eines solchen Fehlers ist jede
funktionsgemaRe Verwendung des Bauelemen-
tes ausgeschlossen.

Beispiele: Kontaktunterbrechung, KurzschluR
zwischen zwei Elektroden, zusammengebroche-
ne Sperrkennlinie, falsche Typenkennzeichnung,
Drahtbruch, kritische Geh&ausefehler.

@ Hauptfehler

Beim Vorliegen eines Hauptfehlers ist die
Brauchbarkeit des Bauelementes stark herabge-
setzt.

Als Hauptfehler gilt das Uberschreiten der im
Datenblatt angegebenen Grenzen. Sogenannte
“typ. Werte" gelten als Orientierung und werden
nicht Gberprift.

@ Nebenfehler
Solche Fehler setzen die Brauchbarkeit des
Bauelementes zwar herab, beeintrachtigen des-
sen Funktionsfahigkeit jedoch unwesentlich.
Dabei handelt es sich im Normalfall um dynami-
sche KenngréRen bei T, = 25 °C, sofern diese
nicht fiir die Hauptanwendung besondere Be-
deutung haben, sowie um weitere statische
KenngréRen bei T, = 25 °C, deren Bedeutung
fir die Hauptanwendung eingeschrankt ist.
Ferner gehéren &uBerliche Fehler dazu wie
Stempelfehler, leichte Kratzer.
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3.3. AQL-Werte

Entsprechend der in 3.2. angegebenen Fehler-

gruppierungen gelten in den Datenblattern der Fehlergruppe Gruppen-
Halbleitertypen fiir professionelle Geréte und An- AQL
wendungen — sofern nicht anders vereinbart — die

im folgenden genannten AQL-Werte. Diesen liegt Totalfehler 0,065 %
der Einfachstichprobenplan fiir Attributprifung Hauptfehler 0,25 %
(siehe 3.4.) zugrunde, der den Stichprobenplénen Nebenfehler 0.4 %

STD 105D, Priifstufe II, weitestgehend entspricht.

Die Summe aller fehlerbehafteten Bauelemente
wird mit einem Summen-AQL = 0,4 % bewertet.

3.4. Stichprobenplédne

Zeichenerklarung:

AQL Gutlage c Annahmezahl
N LosgroRe D .« Mmaximaler Durchschlupf
n Stichprobenumfang

Einfach-Stichprobenplan fiir Attributpriifung nach DIN

normale reduzierte
Prifung AQL Priifung
0,06 [0,10 | 015 [ 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1.0 | 15 [ 25 [40 ] 65
n—c¢
N D in%) N
max
30 | 2.0
2- 15 2- 15
6o | 50 | @9 | (156
16- 50 13:0 | (39107 | 134 | 84 16- 150
20-0 | 26) (48 | (92
1,7)
32-0 20-1 | 202 | 20-3
N 1-
°1- 150 50-0 | (19 32.1| (38 | 60 | 8 | 1°1- 28
151, 280 go-o0 | @7V % 322 323|325 | Lo 00
125.0| (045) 501 38 | 59 | 89
281, 500 |2000| @29 9 150-2 | 50-3 | 505 | 507 | 500 1000
018 801 24 | (39 | 67 | 61
(1,0)
80-2 | 80-3 | 80-5 | 80-7 |80-10
501- 1200 1251 a8 | 22 | 67 | 652 | @7 1207 3290
(0,64)
125-2 | 125-3 | 125-5 | 125-7 |125-10(125-14
1201- 3200 2001 e ' aw e |0 |2zt | 3201-10000
(0,41)

) 200-2 | 200-3 | 200-5 | 200-7 [200-10[200-14 ] "
3201-10000 5154 098 | 069 |00 |22 B L 56 |op.s|10001-35000
10001.35000" 500-1 | 027 | 315.2 | 315-3 | 3155 | 315-7 |315-10|315-14 |315.-21| (7

(0,17) (0,44) | (0,61) | (0,99) | (14) | (21 | (30) | (47)

1) LosgroRen liber 35000 sind zu teilen
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Eimfach-Stichprobenplan fiir zerstérende oder sehr teure Priifungen, Z-Plane nach DIN

Z1 AQL 72
normale reduzierte
Prifung | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1.0 | 15 | 25 | 40 | 65 Prifung

n-c¢

N (D 0y i1 %) N

2- 25 (126:%) 2. 50

30 |
(11,6)
5-0
26- 90 51-
o | 72 150
4,5)
13-0 | @ 81
91- 150 _
200 | 28 134 | (0g | 1°1- 800
151. 500 |200:0[125-0| 80-0 | 50-0 | 32.0 | #8 €3 501. 3200
(0.18) {(0,29) | (0,46 |(0,74) | (1.2) 201 -
@40 | 20.2 | 20-3
501- 1200 - - ) 1)
521 65 | 155 [3201-35000
(2,6)
32-2 | 32-3 | 325
20110000 50-1 43 | 69 | 09 -
(1,7)
i " 80-1 50-2 | 50-3 | 50-5 | 50-7 B
10001-35000 (1,1) 27) | 39 | 6.3) | (9.0)

" LosgroRen tiber 35000 sind zu teilen.
4, Giitebestatigte Bauelemente

TELEFUNKEN electronic bietet fiir Anwendungen
mit héchsten Anspriichen "Gltebestétigte Bauele-
mente” an die entweder nach

VG 95211

oder

GfWH 0000, Blatt 16 System der Gesellschaft
fur Weltraumforschung

oder

ESA/SCC-5000 System der ESA (Euro-

pean Space Agency)
qualifiziert sind.

Diese Bauelemente sind sowohl im Inhaltsver-
zeichnis als auch in den Datenbléttern gekenn-
zeichnet.

Eine Beschreibung der Verfahren enthalt die Bro-
schiire "Glitebestétigte Bauelemente” von TELE-
FUNKEN electronic.

5. Paarungsschema fiir Silizium-NF-
Transistoren

Die Silizium-NF-Transistorpaare werden nach fol-
gendem Paarungsschema ausgemessen:

Gruppe Code hee Bereich
A 13,2... 19,0
B 17,0... 23,6
25 C 21,2... 30,0
D 26,5.. 37,5
4 E 33,5... 47,6
F 42,5... 60,0
6 G 53,0... 75,0
H 67,0... 95,0
10 | 85,0...118
K 106 ...150
16 L 132 ..190
M 170 ..236
25 N 212 ..300
(0} 265 ..375
40 P 335 ..475
R 425 ..600
60 S 530 ..750
T 670 ..950

Die Transistoren kdnnen nur in den aufgefiihrten
Gruppen gepaart geliefert werden. Die Zahlenwerte
der hge- Bereichsgrenzen sind der DIN-Reihe R40
entnommen.
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6. Aufbau der Datenblétter

Der Aufbau der Datenblattangaben entspricht fol-
gendem Schema:

Kurzbeschreibung

Abmessungen (Mechanische Daten)
Absolute Grenzdaten

Thermische Kenngrofzen —
Warmewidersténde

@ Elektrische Kenngroéften

Falls erforderlich sind die Datenblatter mit Vermer-
ken versehen, die eine zusétzliche Information tiber
den beschriebenen Typ vermitteln.

6.1. Kurzbeschreibung

Neben der Typenbezeichnung werden die verwen-
deten Halbleitermaterialien, die Zonenfolge, die
Technologie, die Art des Bauelementes und ggf. der
Aufbau genannt.Stichwortartig werden die typi-
schen Anwendungen und die Besonderen Merkma-
le aufgefiihrt.

6.2. Abmessungen (Mechanische Daten)

Fiir jeden Typ werden in einer Zeichnung die wich-
tigsten Abmessungen und die Reihenfolge der An-
schliisse dargestellt. Ein Schaltbild ergénzt diese
Information. Bei den Geh&ausebildern wird die DIN-,
JEDEC-, bzw. die handelsiibliche Bezeichnung auf-
gefihrt. Das Gewicht des Bauelementes erganzt
diese Angaben.

Besonders zu beachten:

Wenn keine Maftoleranzen eingetragen sind, gilt
folgendes:

Die Werte fiir die Lange der Anschliisse und fir die
Durchmesser der Befestigungslocher sind Mini-
malwerte. Alle anderen MaRe sind Maximalwerte.

6.3. Absolute Grenzdaten

Die genannten Grenzdaten bestimmen die maximal
zulassigen Betriebs- und Umgebungsbedingun-
gen. Wird eine dieser Bedingungen liberschritten,
so kann das zur Zerstorung des betreffenden Baue-
lementes fiihren. Soweit nicht anders angegeben
gelten die Grenzdaten bei einer Umgebungstem-
peraturvon 25+ 3°C. Die meisten Grenzdaten sind
statische Angaben, bei Impulsbetrieb werden die
zugehorigen Bedingungen genannt.

Grenzdaten gelten unabhangig voneinander. Ein
Gerét, das Halbleiterbauelemente enthalt, muB so
dimensioniert werden, daR die fiir die verwendeten
Bauelemente festgelegten absoluten Grenzdaten
auch unter unginstigsten Betriebsbedingungen
nicht Gberschritten werden.
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Diese kdnnen z.B. hervorgerufen werden durch An-

derungen

der Versorgungsspannung

der Eigenschaften der iibrigen elektrischen Baue-
lemente im Gerét,

der Einstellung des Gerates,

der Belastung,

der Ansteuerung,

der Umgebungsbedingungen, sowie

der Eigenschaften der Bauelemente selbst
(z.B. Alterung).

6.4. Thermische Kenngréf3en —
Warmewiderstéande

Einige thermische GroRen, z.B. die Sperrschicht-
temperatur, der Lagerungstemperaturbereich und
die Gesamtverlustleistung, begrenzen den An-
wendungsbereich, daher sind sie im Abschnitt
"Absolute Grenzdaten” aufgefiihrt. Fir die Warme-
widerstande ist ein gesonderter Abschnitt vorge-
sehen. Der Warmewiderstand Ry, ist ohne zu-
satzliche Kihlmittel als ungiinstigster Fall zu ver-
stehen.

Die Temperaturkoeffizienten sind bei den zugeh6-
rigen Parametern unter "KenngréRen” eingeord-
net.

6.5. KenngrofRen, Schaltzeiten

Die fur den Betrieb und die Funktion des Bauele-
mentes wichtigen elektrischen Parameter (Mini-
mal-, typische und Maximal-Werte) werden mit
den zugehorigen MeRbedingungen und ergénzen-
den Kurven aufgefihrt.

@ Elektrische Kenngréfien

Die elektrischen Eigenschaften eines Halbleiter-
bauelementes werden mit elektrischen Kenngré-
Ren charakterisiert. Diese setzen sich zusammen
aus statischen KenngréRen, dynamischen Kenn-
groRen, Vierpol-KenngréRen und Kennlinien.

@® Statische KenngréRen

Die statischen KenngroRen beschreiben das
Gleichstromverhalten der Halbleiterbauelemente.
Sie gelten fiir eine bestimmte Umgebungs- oder
Gehausetemperatur oder sind in Abhéngigkeit von

der Temnperatur anaegeben
gaer remperaiur angegepen.

® Dynamische KenngréfRen

Die dynamischen KenngréRen beschreiben das
Verhalten derHalbleiterbauelemente bei Wechsel-
strom- oder Impulsbetrieb. Je nach Typ werden da-
bei NF-, HF- oder fiir das Schaltverhalten wichtige
KenngroRen angegeben. Diese KenngréRen gelten
nur unter bestimmten Betriebsbedingungen. Ge-
gebenenfalls sind diese ergénzt mit entsprechen-
den MefRschaltungen.



@ Vierpol-KenngroRen

Die Vierpol-KenngréRen gehdren zu den dynami-
schen KenngroRen. Zur Verbesserung der Uber-
sichtlichkeit werden sie gesondert angegeben,
wenn das fir die Hauptanwendung des betreffen-
den Typs von Interesse ist.

® Kennlinien

Neben den statischen und dynamischen Kenngré-
Ben, die bestimmte Kennlinienpunkte bzw. Be-
triebszustéande charakterisieren, werden Kennli-
nien angegeben. Damit wird die typische (mittlere)
Abhangigkeit einzelner KenngréRen voneinander
dargestellt. Zum Teil werden auch die Streugren-
zen mit angegeben. Diese besagen, daR ein Anteil
von wenigstens 95 % der Lieferung innerhalb der
angegebenen Grenzen liegt.

6.6. Zuséatzliche Vermerke

Vorldufige technische Daten

Mit dieser Angabe wird darauf hingewiesen, da®
sich einige fur den betreffenden Typ angegebene
Daten noch geringfligig &ndern kénnen.

Nicht fiir Neuentwicklungen

Typen sind fir laufende Serien erhéltlich, Neuent-
wicklungen sollten damit nicht vorgenommen wer-
den.

7. Gegurtete Bauelemente

7.1. Gurtung TO 92-Gehé&use

Standardverpackung: Gurtung auf Rolle mit Pa-
pier-zwischenlage

7.1.1. Bezeichnung
4- bzw. 5-stelliger Zusatz hinter der normalen
Typenbezeichnung.

Beispiel: !
BC 238 C DU 06 :

Z
I
Typbezeichnung
DU=Kennzeichnung fir TO 92-Transistoren

Orientierung: 06 =Flache vorne
05=Flache zeigt nach hinten 1)

Zusatzkennzeichnung: Nur bei Abweichung
von der Standardrolle 2)

" Blick auf Klebeband
2) Zusatz "0": Gurtung ohne Papierzwischenlage
Zusatz "Z": Zick-Zack-Faltung des Gurtes im

Karton.

Zusatz fir Polaritatsangabe 05 bzw. 06 entfallt.

Unterschiedliche Polaritat durch Offnungsmég-

lichkeit des Kartons am Gurtanfang oder Gurtende

gegeben.

Bezeichnungsbeispiel: BC 237C DU Z

Feld fiir Verpackungs -
kennzeichnung

Offnung Ende

Fig. 7.2. Abmessungen der Zick-Zack-Verpackung
inmm

]
’ L

. FfL &> g ?1

2,5:51 2,5:37

Fig. 7.3. Abmessungen des Gurtes in mm
7.1.2. Stlckzahlen

1000 Bauteile pro Rolle
2000 Bauteile pro Zick-Zack-Verpackung

7.2. Gurtung SOT 23- und SOT 143-Gehduse

7.2.1. Bezeichnung:

a) Standardgurtung
Zusatz "GS 08" hinter der normalen Ty-
penbezeichnung.
Beispiel fiir Transistoren in Normalver-
sion: BF 569-GS 08.
Beispiel fiir Transistoren in R-Version:
BF 569 R-GS 08
Bei der Standardgurtung liegt bei
SOT 23-Geh&usen der Einzelanschiu
(Fig. 7.4) auf der Transportldcher-Seite.
Bei SOT 143-Gehéausen liegt das breite
AnschluBbein auf der gegeniberliegen-
den Seite (Fig. 7.5.).
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~~— Abspulrichtung —— Abspulrichtung

ESlxSNE
: [ i) + ] "ITH 1] |
Fig. 7.4. Standardgurtung SOT 23 Fig. 7.6. Reversegurtung SOT 23
—~=— Abspulrichtung — =15 (e

~— Abspulrichtung

o =32— <15 ‘
1 [ o) oorE A anTan K
B JI'_ o 1 Ir, 5,5%02s| <27
s P T O =t I ! l
8] ] RN B U HS I AN L (i B
3,5%0,0s| 8*oa3

el I PO B
4201 —] 203,14

Fig. 7.5. Standardgurtung SOT 143 [ <04

Fig. 7.7. Abmessungen des Gurtes

b) Reversgurtung 50 4502 geas a5e0s
Zusatz "GS 07” hinter der normalen Typenbe- IS
zeichnung. $
Beispiel fiir Transistoren in Normalversion:

BF 569-GS 07

Beispiel fur Transistoren in R-Version:

BF 569 R-GS 07

Bei der Reversgurtung liegt der EinzelanschluR
bei SOT 23-Gehausen auf der Filmseite ohne
Transportlécher (Fig. 7.6.). {
Bei SOT 143-Gehausen ist keine Reversgurtung

180, 15287

maglich. Fig. 7.8. Abmessungen der Rolle
7.1.2. Stckzahl: 3000 Bauteile pro Rolle

8. Zubehor
Best.-Nr.  Fig. Bezeichnung Fiir Gehéuse
119880  8.1. Isolierscheibe 60 pm dick 12A 3 DIN 41869

JEDEC TO 126 (SOT 32)
564542 8.2. Isolierscheibe 50 pm dick 14A 3 DIN 41869

JEDEC TO 220 (SOT 78)
912884 83 Isolierscheibe 50 pm dick 15A 3 DIN 41869

(TOP 3) fiir Schraubmontage
191131 8.4 Isolierscheibe 50 pm dick 15A 3 DIN 41869

(TOP 3) fiir Schraubmontage
191140 8.5 Montageclip 15A 3 DIN 41869

(TOP3)
569524 8.6 Isolierscheibe 100 pm + 50 um dick 3B 2DIN 41872

JEDECTO 3

Typen mit hoher Sperrspannung

A28



25

Fig. 8.3.

30+02

8756

8752

12,2 8754
32 ‘
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8755 T
176
31 12 )
Fig. 8.1. Fig. 8.2.
41+01 15102
45 05
}
28 2 44
19
l
25 6 751 .
Fig. 8.5. Fig. 8.4.
|
i
43
!
*@J
o s T — @ _{;jﬁh_ i
16,9 ‘
\\ B
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8753 36
Fig. 8.6.

6,502
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9. Montagehinweis fiir das 15 A3 DIN 41869 (TOP 3) Geh&duse mit Montageclip

A30

Durchbriche in
der Kihiflache
fur Montageclip

Kuhlflache

Isolierscheibe
Best. Nr. 191131

Transistor —
gehause TOP 3

Montageclip
Best. Nr.191940
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TELEFUNKEN electronic BC 3 6 8

Creative Technologien

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor
Anwendungen: Komplementére NF-Treiber- und Endstufen mit niedriger Betriebsspannung

Besondere Merkmale:
@ Hohe Verlustleistung ® Hohe Stromverstarkung
® Niedrige Sattigungsspannung ® Gepaart lieferbar
® Komplementér zu BC 369

Abmessungen in mm

Standard Kunststoffgehduse
10 A 3DIN 41868
JEDECTO 927

Gewicht max. 0,2 g

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCES 25 \%
Uceo 20 \%
Emitter-Basis-Sperrspannung Ugpo 5 \Y
Kollektorstrom I 1 A
Kollektorspitzenstrom lem 2 A
Basisstrom Ig 100 mA
Gesamtverlustleistung
Tp= 256°C P 0,8 wW
Ry a =125 K/W Piot 1 wW
Sperrschichttemperatur 7'J 150 °C
Lagerungstemperaturbereich TStg —55...+150 °C
Maximale Warmewiderstande
Sperrschicht-Umgebung, /= 3 mm Riun 156 K/W
plus zusatzlicher KupferkiihIflache
10 mmx10 mm mit 35 pm Dicke Rinua 125 K/W
Sperrschicht-Gehéause 55 K/W

thJC

T1.2/504.1188D



BC 368

KenngréRen

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
Ug=25V

Ug=25V,T, , =150°C

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I.=30mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=10pA

Kollektor-Sattigungsspannung
le=1A,Ig=100mA

Basis-Emitter-Spannung
Uge=10V,l,=5mA

Ug= 1V.I.=1A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uge=10V,[;.= B5mA
Ug= 1V,I,=500mA

Ug= 1V.I,= 1A

Fur Paare giit das A -Verhaitnis
Ugg=1V,I;=500mA

Transitfrequenz
Ugg=5V,I,=10mA, f=30 MHz

ICBO

ICBO

U(BR!CEO

U(BR)EBO

UCEsat

UBE

UB E

>

FE
FE
FE

>

Min.

20

50
85
60

Typ.

0,6

65

Max.

500

600

1.4

pA
mA

mV

MHz
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BC 369

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Transistor

Anwendungen: Komplementare NF-Treiber- und Endstufen mit niedriger Betriebsspannung

Besondere Merkmale:

® Hohe Verlustleistung

® Niedrige Sattigungsspannung

® Komplementér zu BC 368

Abmessungen in mm

® Hohe Stromverstarkung

® Gepaart lieferbar

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Basisstrom

Gesamtverlustleistung

T.w= 25°
Ryyn =125 K/W

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximale Warmewiderstinde

Sperrschicht-Umgebung, /=3 mm
plus zusétzlicher Kupferkihlflache
10 mmx10 mm mit 35 pm Dicke

Sperrschicht-Gehause

T1.2/5606.1188 D

Standard Kunststoffgehause
10A3DIN41868
JEDECTO0 927

Gewicht max. 0,2 g

25 \%
20
5 \%
1 A
2 A
100 mA
0,8 W
1 w
150 °C
—55...+150 °C
156 K/W
125 K/W
55 K/W



BC 369

Min. Typ. Viax.
KenngréRRen

Tomp = 25 ° C, falls nicht anders angegeben
Kollektorrestrom

~Upg=25V ~lego 10 pA

-Ug=25V, T, =150°C ~lego 1 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

-l,=30mA ~Upgpceo 20 \Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

~lg=10pA ~Usrieso 5 \Y
Kollektor-Sattigungsspannung

=lc=1A, -I;=100 mA “Ucgeat 500 mV
Basis-Emitter-Spannung

~Uge=10V,-I.=5mA Uy 0,6 \

“Ug= 1V,-I.=1TA -Uge 1 \Y
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

“Uy=10V,-I.= 5mA hee 50

-Uge= 1V,-I.=500mA hee 85 600

“Ug= 1V,-l.= 1A hee 60
Fiir Paare gilt das h..-Verhéltnis

=Ug=1V, -I,=500 mA 1,4
Transitfrequenz

-Up=5V,-I,=10mA, f=30 MHz f; 65 MHz
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BC 635 - BC 637 - BC 639

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistoren
Anwendungen: Komplementare NF-Treiberstufen

Besondere Merkmale:

® Hohe Verlustleistung ® Komplementar zu BC 636, BC 638, BC 640

@® Gepaart lieferbar

Abmessungen in mm

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Kollektorstrom le
Kollektorspitzenstrom lem

Gesamtverlustleistung

Tamb =25°C tot
Sperrschichttemperatur TJ
Lagerungstemperaturbereich Ts‘g

Maximale Warmewidersténde
Sperrschicht-Umgebung: /=3 mm Rinun
plus zusétzlicher Kupferkiihlflache

10 mmx10 mm mit 35 pm Dicke Riun
Sperrschicht-Gehause Rinsc

KenngréRRen

Tomp = 25 ° C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom

Ugg=30V lego

-_— - O

Ug=30V, T, ,=125°C lego

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
BC 635 U(BR)CBO
BC 637 U(BR)CBO
BC 639 \BRICBO

T1.2/508.0888 E

BC 635
45

Min.

45
60
80

Standard Kunststoffgehause
10 A3 DIN 41868
JEDECTO 927Z

Gewicht max. 0,3 g

BC637 BC639

60 80 \%

1 A

1,5 A

1 w

150 °C

—55...+150 °C

156 K/wW

125 K/W

55 K/W
Typ. Max.

100 nA

10 A

\

\%

\Y



BC 635 -BC 637 - BC 639

1)

t
P

T

Min.
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Is=20mA BC 635 U(smcsol’ 45
BC 637 U(BR)CEO” 60
BC 639 BRICEO 80
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le="1pA Usreso 5
Kollektor-Séattigungsspannung
o =500 mA, [; =50 mA UCEsm‘
Basis-Emitter-Spannung
Uge=2V,I,=500mA UBE”
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Uge=2V,I;=150mA
Gruppe: 6 BC635,BC637, BC639 hFE” 42,5
10 BC635,BC637,BC639 hFE” 67
16 BC635,BC637, BC639 hFE” 106
V=2V, [.,=500 mA
BC 635, BC 637, BC 639 hFE” 25
Fir Paare gilt das h -Verhéltnis
Uge=1V,I,=100 mA
Transitfrequenz
Ugeg=5V,I,=50mA, f=30 MHz fr 50
1 791548
F;ot
1,0
W N\
\
08 Rypga =125 K/
, N t
A
06 \\ N
B N
156 K/W RQ N\
0,4 AN
N\
N\
0,2 N
A\N
A\
(o] 40 80 120 °C
=0,01,t,=03ms Tamb —

Typ.

Max.

0,6

95
150
236

< <<

MHz



A

©v BC 636 - BC 638 - BC 640

TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Transistoren

Anwendungen: Komplementére NF-Treiberstufen

Besondere Merkmale:
® Hohe Verlustleistung
® Gepaart lieferbar

Abmessungen in mm

2,54 052 f— —fi=

"f

‘ N I —

52

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Gesamtverlustleistung

Tmp=25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximale Warmewiderstédnde

Sperrschicht-Umgebung: /=3 mm
plus zusétzlicher Kupferkiihlflache
10 mmx10 mm mit 35 ym Dicke

Sperrschicht-Gehéuse

Kenngrofen
T.mp = 25 ©C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom
-Up=30V .
-Uyp=30V, T, =125°C
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
=l.=1mA BC 636
BC 638
BC 640

T1.2/509.1188 D

thJA

RthJA

thJC

~lego
=leso

_U(BR)CBO
~“(BR)CBO
~Y(BR)CBO

® Komplementar zu BC 635, BC 637, BC 639

Standard Kunststoffgehause
10 A3 DIN 41868
JEDECTO92Z

Gewicht max. 0,3 g

BC636 BC638 BC640

45 60
1
1,5

150
—-55...+150

156

125
556

Min. Typ.

45
60
80

80 \

°C
°C

K/W

K/W
K/W

Max.

100 nA
10 pA

< <<



BC 636 - BC 638 - BC 640

1)t

Min.
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
-l =20mA BC 636 —U(BR)CEO:) 45
BC 638 —U(BR)CEO] 60
BC 640 -Viericeo 80
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
=le=1pA ~Ugrieso 5
Kollektor-Sattigungsspannung
-1, =500 mA, -/, =50 mA ~Ugeont
Basis-Emitter-Spannung
“Ug=2V, -1, =500 mA —UBE”
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
“Ug=2V,-I.=150mA
Gruppe: 6 BC636,BC 638, BC 640 hFE‘) 42.5
10 BC636,BC638,BC640 hFE” 67
16 BC636,BC638,BC640 hFE” 106
-U,=2V,-I,=500mA
BC 636, BC 638, BC 640 hFE” 25
Fur Paare gilt das h -Verhéltnis
“Ug=1V,-I.=100mA
Transitfrequenz
~Uy=5V.-I,=50mA, f=30 MHz fr 50
1 791548
Ptot
1‘,: \\
N\
0,8 Rypga =125 K/W
1.
A
06 N N
A AN
N
014 ‘\
AN
02 N\
’ N
A\N
AN
0] 40 80 120 °C
Tamb —=

P _ —
T —0,01,tp—0,3 ms

Typ.

Max.

0,5

95
150
236

1,4

<< <

MHz
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TELEFUNKEN eiectronic

Creative Technologien

BD 127 - BD 128 - BD 129

Silizium-NPN-Planar-Leistungstransistoren

Anwendungen: Aligemein bei hohen Betriebsspannungen

Besondere Merkmale:

@® Hohe Sperrspannungen

Abmessungen in mm

® Verlustleistung 17,56 W

¢ 05
1 ] !
3’1+01
3 t ‘ B .
1 23 Kollektor mit metallischer
t 1*6 ?3 ¢ Montageflache verbunden
E
08 t Standard Kunststoffgehéuse
215 2 12 A3 DIN 41869
1l L2 83 JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht max. 0,8 g
Zubehor
Isolierscheibe Best. Nr. 119880
Unterlegscheibe 3.2 DIN 125A
Absolute Grenzdaten BD 127 BD128 BD 129
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo 300 350 400 \
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 250 300 350 \%
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 5 V
Kollektorstrom Ie 500 mA
Gesamtverlustleistung
Tcase =45°C Ptol 17.5 W
Sperrschichttemperatur TJ 150 °C
Lagerungstemperaturbereich TStg —55...+150 °C
Anzugsdrehmoment MA” 70 N cm
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause R, 6 K/W

thJC

" mit M3-Schraube und Unterlegscheibe 3.2 DIN 125A

T1.2/633.1288 D



BD 127 - BD 128 - BD 129

KenngréBen
T

amp = 25 ° C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

Upg=150V leso
- = Of
Upg=150V, T =160°C lego
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
le=1pA BD 127 Ugriceo
BD 128 Uggrcao
BD 129 Ugriceo
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
le=1mA BD 127 U(BR)CEO:)
BD 128 BRICEO,
BD 129 \BRICEO
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1pA U(BR)EBO

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Uge=15V, ;= 1mA hee

Ug =15V, [;=50 mA hee!

? 72 045
le
Tcase= 45 °C
1
A
0,5 ~
o \
U,1
\\
0,05 N\ 80127 LI1]]
N/ BD 128 ||
) BD 129
0,01
10 50 100 500 V
Ucg —

t
“%= 0,01,t,=0,3ms

10

Min. Typ. Max.
50 nA
100 pA
300 \
350 V
400 \Y
250 \Y
300 V
350 \%
5 \%
50
30
* 72 046
hre
100
N
- N
AN
50 ‘\
UCE= 15V il
t
+ =001
tp=0,3ms
o Tamb = 25 °C
10
5
1 10 100 mA
Ic—



BD 135 - BD 137 - BD 139

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren

Anwendungen: Allgemein im NF-Bereich

Besondere Merkmale:
® Verlustleistung 8 W
@® Gepaart lieferbar

Abmessungen in mm

@® BD 135, BD 136, BD 139 sind komple-
mentér zu BD 136, BD 138, BD 140

1 1,—‘ - Y 2,3
78 -—Lﬁ(.ﬁi‘ | — —16—+ C
{\ \_é ] J 23 ]
e I 08 f Kollektor mit metallischer
375 2 Montageflache verbunden
iy 5.5 8 361 Standard Kunststoffgehause
. 12 A3 DIN 41869
Zubehor JEDEC TO 126 (SOT 32)
Isolierscheibe Best Nr. 119880 Weight max. 0.8 g
Unterlegscheibe 3.2 DIN 125A
Absolute Grenzdaten BD 135 BD 137 BD 139
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo 45 60 80 \Y
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 45 60 80 \%
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 5 \Y
Kollektorstrom le 1 mA
Kollektorspitzenstrom lem 1.5 A
Basisstrom lg 100 mA
Gesamtverlustleistung
T  =45°C P 1 w
‘amb = 'Y tot
o
Tase=70°C Py 8 W
Sperrschichttemperatur TJ 150 °C
Lagerungstemperaturbereich TStg —55...+150 °C
Anzugsdrehmoment M, 70 N cm
Maximale Warmewidersténde
Sperrschicht-Umgebung Riun 100 °C/W
Sperrschicht-Gehause R 10 °C/W

thJC

" mit M3-Schraube und Unterlegscheibe 3.2 DIN 125 A

T1.2/502.0888 E



BD 135-BD 137 - BD 139

KenngroRen Min. Typ. Max.

Tamb =25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

Ug=30V lego 100 nA
Ug=30V, T, =150°C lego 100 pA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
l.=1mA BD 135 Uisriceo 45 \%
BD 137 U{BR)CBO 60 \%
BD 139 Usricso 80 \Y
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
l.=20mA BD 135 U(BR)CEO” 45 \%
BD 137 U‘B“'CEoii 60 \%
BD 139 Uggriceo 80 \%
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1pA Ugrieso 5 \Y
Kollektor-Sattigungsspannung
—_ —_ 1
lc=500 mA, /| =50 mA Vegeat ) 500 mV
Basis-Emitter-Spannung
Uge=2V,I,=500 mA UBE” 1 mV
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uge=2V,I,=150 mA
Gruppe: 6 BD 135,BD 137,BD 139 hFE" 40 95
10 BD 135,BD 137,BD 139 hFE” 67 150
16 BD 135 hFE” 106 236
Uge=2V,I.,=500 mA
BD 135, BD 137,BD 139 hFE" 25
Fir Paare gilt das h.-Verhéltnis
VCE=2V,IC=150mA" 1.4
Transitfrequenz
Uge=5V, /.50 mA, =30 MHz fr 50 MHz

t
n_Le _ =
T =0,01, tp 0,3 ms

12



BD 135 - BD 137 - BD 139

? 803095 t 80 3093

tot ’C
8 Rthac
w
1
6 A AN
0,5 Y

Tease=70°C \

0,1
0,05
2 . BD 135
i 80 137 | _|{|
Rthaa moa9 1] |
Nl
~d

= 0,01

(0] 40 80 120 °C 1 5 10 50V

Tamb: Tcase —— Ucg—

| [ 71408

71 81 T T
i z F e

/ I 1
I} A y 3,5 mA| =
CBO / Ic [/ 1A -
/ 1/ //
10 7 400 II / 3mA |
HA mA = —
stréugrenze Y B //
/ I / 2,5mAl_|
1 Z 300—~%
- 2 mA
/ | (AT
/| T/
// y 1/ 1,5 mA[ ]
0,1 s 7 2001
= /
/ 1mA=
Ucg=30V
0,01 7 100414/
7 15=0,5 mA |—|
Ta‘mb;z‘; "C_
J [ |
0,001 | [T
(o] 50 100 °C 0 1 2V
Tamb—= Uce



BD 135 - BD 137 - BD 139

* 71 815 f 72 049
U
Ucksat BE
V Unp=2V
038 Taiff °c
\'
heg =10
Tamb= 25 °C
0,6
R '
Streugrenze 1
V == _
7 —
0,4 A
Vi 0,5
/
A
0,2 [~ g //
’ v
- B
Pl -t
o 0,1
1 10 100 mA 0 0,2 0,4 0,6 0,8 A
lo—=— lc—
} 72 048
hee
Ucg= 2V
Tamb = 25 °C
I —
1004 S
50
10
5
1
o] 0,2 0,4 0,6 0,8 A
Ic—>
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BD 136 - BD 138 - BD 140

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren

Anwendungen: Allgemein im NF-Bereich

Besondere Merkmale:
® Verlustleistung 8 W
® Gepaart lieferbar

Abmessungen in mm

® BD 136, BD 138, BD 140 sind komple-
mentér zu BD 135, BD 137, BD 139

‘ 05
% — ]
(it ] 1,25
3y1+0|
E L ‘ } 5 Kollektor mit metallischer
f, /ﬁ \ 1 23 Montageflache verbunden
ZB—T-{_ ; i +— 16—+ C
L ‘\‘1 \-é .-” * 23 E Standard Kunststoffgeh&duse
— fos ! 12A 3 DIN 41869
375 2 JEDECTO 126 (SOT 32)
" - %5 8 361 Gewicht max. 0,8 g
Zubehor
Isolierscheibe Best. Nr. 119880
Unterlegscheibe 3.2 DIN 125A
Absolute Grenzdaten BD 136 BD 138 BD 140
Kollektor-Basis-Sperrspannung =Uggo 45 60 80 \%
Kollektor-Emitter-Sperrspannung “Ugeo 45 60 80 \%
Emitter-Basis-Sperrspannung -Uggo 5 \%
Kollektorstrom =le 1 mA
Kollektorspitzenstrom =lom 1.5 A
Basisstrom -y 100 mA
Gesamtverlustleistung
Tomp=456°C Py 1 w
o
Te=70°C Py 8 w
Sperrschichttemperatur T. 150 °C
Lagerungstemperaturbereich TStg —55...+150 °C
Anzugsdrehmoment M 70 N cm
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Riua 100 °C/W
Sperrschicht-Gehause R 10 °C/W

thJC

" 'mit M 3-Schraube und Unterlegscheibe 3.2. DIN 125 A

T1.2/637.1188D



BD 136 - BD 138 - BD 140

KenngroRen

~

1)_P

T

16

al
Kollektorreststrom
-Ug=30V
— — O
-Ugp=30V, T, =150°C

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
=l.=,1mA BD 136
BD 138
BD 140

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
-lc=20mA BD 136
BD 138
BD 140

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

—le=1pA
Kollektor-Sattigungsspannung

-1, =500 mA, -/ =50 mA
Basis-Emitter-Spannung

~Uge=2V, -I,=500mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

“Ug=2V, -I.=150mA

Gruppe: 6 BD 136,BD 138,BD 140
10 BD 136, BD 138, BD 140
16 BD 136

~Uge=2V, -1, =500 mA
BD 136, BD 138, BD 140

Fiir Paare gilt das h-Verhéltnis
~Ug=2V, -I,=150 mA"!

Transitfrequenz
~Uge=5V, -/, 50 mA, f=30 MHz

=0,01, tp=0,3 ms

T.p = 25 °C, falls nicht anders angegeben

_U(BR)CBO
~“(BR)CBO
~Y(BR)CBO

-U,
- (BRICEO,
~~(BR)CEO

_U(BR)EBO

- 1)
UCEsat

- 1)
UBE

1
(BR)CEO
1

Min.

45
60
80

45
60
80

40
67
106

25

50

Typ.

Max

100
100

500

95
150
236

nA
HA

< <<

< <<

mV

mV

MHz



BD 136 - BD 138 - BD 140

f . 803095 T LLELLL

tot -lc
8 Rthac
w
1
6 A N
0,5 N\

Tcase=70°C \

0,05
2 BD 136 il
BD 138 4|
RthJa 8o 140~ I} ||
B \
T
0,0
0 40 80 120 °C 11 5 10 50V
Tamb: Tcase —= “Ucg—

? 71814 P /r [ [ 71414
., / y 4,5 mAl_4+—
cBO / /» _IC Tamb= 25 °C [/ T . |mA
10 » 400 /;' ]
WA / P 3,5 mA
7 mA [y == T
[Streugrenze / !/ 3 mA
/ //( 1
1 A , 300 £
] 2,5 mA
B !
|| 2 mA
/ {
0,1 # yai 200 |
» 4 1,5 mA
> v / i
/| “Ucg=30V —
0,01 A 100] ?
A 0,5 mA
0,001 L ‘
0 50 100 °C 0 1 2v
— —
Tamb —= Uce



BD 136 - BD 138 - BD 140

* 71 816 f 72 052
U,
“UcEsat BE
a \) “Ugg=2V
O,U Tamb=25°C
\'
hpg=10
Tamb= 25°C
0,6
LI '
Streugrenze 14-
4 ——
4 m———
0,4 /y / o5
7 /
A
Y
B L
0, 2 o e //
\\,“ ”f’
0 0,1
1 10 100 mA 0 0,2 04 06 0,8A
-IC—> _Ic

* 72 051
hee
“Uce=2
Tamb = 25 °C
1 |
100421 =
50
10
5
1
0 0,2 0,4 0,6 0,8 A
_Ic-——>

18
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Creative Technologien

BF 420S - BF 4228

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfangern

Besondere Merkmale:
® BF 420S komplementér zu BF 421 S
® Temperaturunabhéngige h.-Stabilitét

Abmessungen in mm

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Emitter-Basis-Sperrspannung Ugso
Kollektorstrom le
Kollektorspitzenstrom lem

Gesamtverlustleistung

Ryua=150K/W, T =25°C
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Wirmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung
/=3 mm, auf Kupferkihlflache
= 10 mmx10 mm mit 35 ym Dicke R,

T1.2/1013.1188 D

amb = Ptot

thJA

® BF 422 S komplementér zu BF 423 S

Standard Kunststoffgehause
10 A3 DIN 41868
JEDECTO92Z

Gewicht max. 0,5 g

BF 420S
300
300

25
100

830
150
—65...+150

150

BF 4228

250
250

mA
mA

mwW
°C
°C

k/W

10



BF 420S - BF 422S

KenngréRRen
al

Kollektorreststrom

Uy =250V BF 420S
Ugy =200V BF 4225

Uge =200V, Ry =2,7 kQ, T, =150 °C

Emitterreststrom
Uge=5V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

l.=10pA BF 420S
BF 422S

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
l.=1mA BF 420S
BF 422S

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uy =20V =25mA

Transitfrequenz
Ugp=10V,I.=10 mA

Rickwirkungskapazitat
Uge=30V,l,=0,f=1.0 MHz

Riickwirkungszeitkonstante
Upg=20V,[g=10mA, f=10,7 MHz

Kollektor-HF-Sattigungsspannung
l.=25 mA,TJ.=15O°C

20

T, = 25 °C, falls nicht anders angegeben

ICBO
ICBO
ICER

IEBO

U(BR)CBO

(BR)CBO

U(BR)CEO

(BR)CEO

FE

bb’ “b"c

UCEsat HF

Min.

300
250

300
250

50

60

Typ.-

90

20

Max.

50
50
10

70

nA
nA
pA

pA

MHz

pF

pPs



BF 420S - BF 4228

? 88 6087
Rot
800
mwW
N
N\
A
600
!
N\
\_
400
N\
, \
200
\!
N\
N
0 50 100 °C
Tamb —=
Uge Ucgp=20V /‘
0.8 LTI _
v =)
- 25°C_L+1 I
ot A 'l
06 ,‘//’ m ’/
' 75°C_L4T
1]
r P
04 150°C LA
7]
0,2
6]
0,1 1 10 mA
/C —

1 88 2838
lcer
i UCE= 200V
Rpe= 2,7kQ
1000 = /
nA 7
A
100 /
V4
4
/
/
/
10
1
0 40 80 120°C

3

? 86 5370

FE

Tamb=25°C

100

Ucg=30V ]

10

1
0,01 01 1 10 mA



BF 420S - BF 4225

? 86 5371 1 886084
fr C12e
Tamb=25 °C 4 \
pF le=0
f=1MHz
100 e \ fomb=25°C
RNAY
MHz N\
\ 3
L WA\
/ A\
/ | \
Ucg=10V 2
20V \
10 30V \
1 oy
157 1 o mA 0 10 20 30 V
/C——> UCE—>

22
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BF 421S - BF 423 S

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfangern

Besondere Merkmale:
® BF 421 S komplementar zu BF 420S
® Linearer h-Verlauf von /=10 pA...10 mA

Abmessungen in mm

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung -U,
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -U
Emitter-Basis-Sperrspannung -U
Kollektorstrom =1
Kollektorspitzenstrom -1

Gesamtverlustleistung
Rya=150K/W, T =25°C

amb ™= Ptol

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung
I = 3 mm, auf Kupferkihlflache
= 10 mmx 10 mm mit 35 ym Dicke R,

T1.2/1015.1188 D

thJA

® BF 423S komplementar zu BF 422 S

Standard Kunststoffgehause
10A3DIN 41868
JEDECTO927Z

Gewicht max. 0,2 g

BF 4218 BF 423S

300 250 \

300 250
5 \%
25 mA
100 mA
830 mwW
150 °C
—65...+150 °C
150 k/W

23



BF 421S - BF 423S

Min. Typ. Max.
Kenngréfen

T, = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom

-Ug=250V BF421S8 -/, 50 nA

-Up=200V BF423S -/, 50 nA

V=200V, Ry =2,7kQ, T=150°C “legr 10 pA
Emitterreststrom

“Upe=5V ~lego 10 pA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

~l,=10 pA BF421S -V o ho 300 \Y

BF 4238 "V(BR;CBO 250 \Y

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

=lo=1mA BF421S  -Ugp o 300 \%

BF423S  -Ugpceo 250 \Y,

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

=Ug =20V -I.=25mA Pee 50
Transitfrequenz

“Uge=10V, -[;=10mA fr 60 90 MHz
Ruckwirkungskapazitat

~Ugye=30V,I.=0,f=1,0MHz (O 1.1 1,6 pF
Riickwirkungszeitkonstante

~Upg=20V,~[,=10mA, f=10,7 MHz o Core 70 ps
Kollektor-HF-Séattigungsspannung

-l,=25 mA, TJ.=150°C “Ucgathr 20 \
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BF 421S - BF 423S
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BF 421S - BF 423 S
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BF 469S - BF 471S

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfangern

Besondere Merkmale:

® BF 469 S komplementér zu BF 470S
® Temperaturunabhéngige h,. - Stabilitét

Abmessungen in mm

@ BF 471 S komplementar zu BF 472S

L 05
28 |t 1| | ]
i rf—ft—t-— Jj 125
3’1+01
P X, 4 t B
| .0 20
18 1 16—+ C
L L \_é /} ] 23 .
—— o |
375 2
11 16,5 s 361
Zubehor
Isolierscheibe Best.Nr. 119880
Unterlegscheibe 3.2 DIN 125 A
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Rge=2.7kQ Veer
Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo
Kollektorstrom le
Kollektorspitzenstrom Iem
Gesamtverlustleistung
Tase=110°C Pyt
Sperrschichttemperatur TJ
Lagerungstemperaturbereich TStg
Anzugsdrehmoment M,
Maximale Warmewiderstinde
Sperrschicht-Umgebung
1= 4 mm auf Kupferkihlflache
=10 mmx10 mm mit 35 pm Dicke Riun
Sperrschicht-Gehéause R,

thJC

"V mit Schraube M3 und Unterlagscheibe 3.2 DIN 125 A

T1.2/1017.1188 D

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden

Standard Kunststoffgehause
12A 3 DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)

Gewicht max. 0,8 g

BF 469S BF 4718
250 300 \%
250 300 \
250 300 \
5 \Y,
30 mA
100 mA
2 W
150 °C
—65...+150 °C
70 Ncm
100 K/W
20 K/W
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BF 469S -BF 471S

iKenngréden Min. Typ. Viax.

Tamb =25 °(, falls nicht anders angegeben

Kollektorrestrom

Uy =200V BF469S I, 50 nA

Uge=250V, Ry =2,7kQ BF471S I 50 nA

Vee=200V, Ry, =2,7kQ, Tj=150 °C legr 10 pA
Emitterreststrom

Uge=5V lego 10 pA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

I.=10pA BF 469S Ugriceo 250 \%

BF 4718 U(BR)CBO 300 \%

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

l.=1mA BF 469S Ugriceo 250 \%

le=1pA Ry =2,7kQ BF471S  Ugpiceo 300 \Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le=10pA Ugreso 5 \%
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

Uge=20VI,=25mA hee 50
Transitfrequenz

Ugg =10V, g =10mA fr 60 90 MHz
Ruckwirkungskapazitat

Uge=30V,I.=0,f=1.0 MHz Cize 1,0 1,8 pF
Ruckwirkungszeitkonstante

Up=20V,[;=10mA, f=10,7 MHz o Cure 90 ps
Kollektor-HF-Sattigungsspannung

l.=25mA, TJ =150°C Ucksatnr 20 \%
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BF 469S - BF 471S
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BF 469S - BF 471S
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BF 470S - BF 472S

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren
Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempféangern

Besondere Merkmale:

® BF 470S komplementér zu BF 469 S ® BF 472 S komplementér zu BF 471S

® Linearer h-Verlauf von /. =10 pA...10 mA

Abmessungen in mm

L 05

28 ||| 1
T’ S ey e J 125
3l1+01
,J . 1
(7 ‘: 23 e
78 %— CpF—1 —3 16—+ C
AN ] 2,3
A I . ! E
oo |
375 2
1 16,5 o361
Zubehor
Isolierscheibe Best. Nr. 119880
Unterlegscheibe 3.2 DIN 125A
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung “Ucgo
Kollektor-Emitter-Sperrspannung =Ugeo
Rge=2.7 kQ =Uger
Emitter-Basis-Sperrspannung =Uggo
Kollektorstrom =l
Kollektorspitzenstrom ~lem
Gesamtverlustleistung
Tase=110°C Py
Sperrschichttemperatur TJ
Lagerungstemperaturbereich TS(g
Anzugsdrehmoment M,
Maximale Warmewiderstande
Sperrschicht-Umgebung
I = 4 mm, auf Kupferkiihlflache
= 10 mmx10 mm mit 35 ym Dicke Rinua

Sperrschicht-Gehéuse hJc

') mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 3.2 DIN 125A
T1.2/1019.1188 D

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden

Standard Kunststoffgehause
12 A3DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)

Gewicht max. 0,8 g

BF470S BF 4728
250 300 \
250 300 \
250 300 \Y
5 Vv
30 mA
100 mA
2 w
150 °C
—65...+150 °C
70 Ncm
100 K/W
20 K/wW
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BF 470S - BF 472S

KenngréfRen Min. Typ.
T, = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom
~Ugg =200V BF 470S -1

-Ug, =250V, Ry =2,7kQ BF 472S —Iz::

-Ug =200V, Ry, =2,7kQ, Ti=150 °C ~loer
Emitterreststrom

~Ugp=5V ~lego
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

=lc=10 pA BF 470S ~Ugricso 250

BF 472S _U(BR)CBO 300

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

—le=1mA BF 470S —U(BR)CEO 250

=lo=1pA, Ry =2,7kQ BF 472S -Ugrceo 300
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

~le=10pA -Ugrjeso 5
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

“Uge=20V, -l =25mA hee 50
Transitfrequenz

~Ugg =10V, -I; =10 mA fr 60 90
Ruckwirkungskapazitét

=Uge=30V,-I,=0,f=1,0 MHz Cise 1,1
Rickwirkungszeitkonstante

-Up=20V,-I.=10mA, f=10,7 MHz o Core
Kollektor-HF-Sattigungsspannung

-l,=25 mA,Tj=150 °C “Ucesatnr 20
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Max.

50
50
10

10

1.8

90

nA
nA
HA

A

MHz

pF

ps



BF 470S - BF 4728
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BF 470S - BF 472S
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BF 820S - BF 822S

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistoren

Anwendungen: In Telefonapparaten, Vermittlungstechnik, Hybridschaltungen, Video-B-Endstufen und
allgemein bei hoher Betriebsspannung

Besondere Merkmale:

® Hohe Sperrspannung
® BF 820S komplementar zu BF 821S

Abmessungen in mm

0,4+0,03
0198
i C
125235, I 25.,
} by " el
=01
1,9+01 0,8:8;35
+015
28500 | 6303

Bestempelung: BF 820 S mit 1V

nranno

BF 8228 mit 1X

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Gesamtverlustleistung
RypaS370K/W, T =25°C
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung
auf Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm?

T1.2/1381.1188 D

® Temperaturunabhéngige h,-Stabilitét
® BF 822 S komplementéar zu BF823S

Standard Kunststoffgehause
23 A3 DIN 41869/8

(SOT 23)

Gewicht max. 0,02 g

BF 8208 BF 8228

Ucgo 300 250
Ueeo 300 250
UEBO 5
I 25
o 100

o 335
T 150
To —55...+150
R 370

<

mA
mA

mwW
°C
°C

K/W
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BF 820S - BF 822S

Kenngrof3en
T, = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom
Uge=250V BF 820S
Ug =200V BF 822S

Uge =200V, Ry, =2,7 kQ, T,= 150 °C

Emitterreststrom

Uge=5V
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
I,=10pA BF 8228
BF 820S
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=1mA BF 820S
BF 8228

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=10pA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
I.=30mA, [;=5mA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

U, =20V, i.=25mA
CE e

Transitfrequenz
Ugeg=10V, [, =10mA

Rickwirkungskapazitat
Ug=30V,/,=0,f=1,0 MHz

36

ICES
ICES
ICER

EBO

U(BR)CBO

(BR)CBO

U(BR)CEO

(BR)CEO

U(BR)EBO

12e

Min.

300
250

300
250

(]
(@]

Typ. Max.
10 nA
10 nA
10 pA
10 pA
\Y
\Y
\Y
\Y
\Y
600 mV
90 MHz
0,8 1,6 pF



BF 820S - BF 822S
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BF 821S - BF 823S

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Transistoren

Anwendungen: In Telefonapparaten, Vermittlungstechnik, Hybridschaltungen, Video-B-Endstufen und
allgemein bei hoher Betriebsspannung

Besondere Merkmale:
® Hohe Sperrspannung
® BF 821 S komplementér zu BF 820S

Abmessungen in mm

0,4+0,03

0,03
01-g,02

1255 j 254,
1
} B " el
=01
19101 0,8103s

2’ 85i0,15
|<285200s | 6303

:BF 8218 mit 1W
BF 823S mit 1Y

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Gesamtverlustleistung

Ry a=370K/W, T =25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich
Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung
auf Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm?

T1.2/1383.1188 D

® Linearer h.-Verlauf von /. =10 pA...10 mA

® BF 823 S komplementar zu BF822S

Standard Kunststoffgehause
23 A3 DIN 41869
(SOT 23)

Gewicht max. 0,01 g

BF821S BF 823S
-Uggo 300 250
=Ueeo 300 250
~Uego 5
=l 25
lem 100
ot 335
Tj 150
stg —-55...+150
Riua 370

<

mA
mA

mwW
°C
°C

K/W

an



BF 821S - BF 823S

KenngréfBen Min. Typ. Max.

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

Ui =250V BF 821S =lees 10 nA
~Ug =200V BF 823S =lees 10 nA
U =200V, Ry =27 kQ, TJ.=15O °C ~leer 10 pA
Emitterreststrom
Uge=5V ~lego 10 HA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
-lo=10 pA BF 821S —U(BR)CBO 300 \%
BF 823S _U(BR)CBO 250 \%
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
—lc=1mA BF 821S -Ugriceo 300 \%
BF 823S -Ugriceo 250 \%
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
=l =10 pA =Ugr)es0 5 \%
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
-l.=30mA, -l;=5mA ~Ucgsat 800 mV
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
=Uge=20V, I, =25mA hee 50
Transitfrequenz
~Ugg=10V, -[c=10mA fr 60 90 MHz

Ruckwirkungskapazitat

~Uge=30V,-I.=0, f=1,0MHz C 1,0 1,6 pF

12e

40



BF 821 - BF 823 S
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i BF 869S - BF 871S

TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempféngern

Besondere Merkmale:
® Hohe Sperrspannung @® BF 871S komplementéar zu BF 8728

® BF 869 S komplementér zu BF 870S ® Temperaturunabhéngige h-Stabilitét

Abmesssungen in mm

T

24,2

101 10,44— ~ 72 I+ ——— === —+

BF 869S-BF 8718

} 0,52
v | ,r | |
e E
( 3.6 i 1‘354{
-~ Tz  —— Tl 2

101 1044 7 | T .
w l ¢ ‘ 2,64
N T | I | .

BF 869 SA -BF 871 SA
Kollektor mit metallischer

Montageflache verbunden

Standard Kunststoffgehause
34 A3DIN 41869
JEDEC TO 202

T1.2/1021.1188 D Gewicht max. 1,8 g
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BF 869S -BF 871S

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Rge=2,7kQ
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
T__=25°C

case —

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximale Warmewiderstande

Sperrschicht-Umgebung

Sperrschicht-Gehause

KenngroRen

44

Tomp = 25 ©C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
Uy =200V BF 869S
Ug =250V, Ry =2,7 kQ BF 871S
U =200V, Ry =2,7 kQ, Tj= 150°C

Emitterreststrom

Upg=5V
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lo=1mA BF 869S

lo=1pA Ry =27 kQ BF871S

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Ug=20V,.=25mA

Transitfrequenz

Rickwirkungskapazitat
Uge=30V,I.=0,f=1MHz

Kollektor-HF-Séattigungsspannung
l.=25mA, TJ.=150°C

thJA

)

thJC

CBO
CER
CER

~ ~

EBO

U(BR)CEO

(BR)CER

UCEsatHF

BF 869S BF871S
250 300
250 300
250 300

5
50
100
5
150
—65...+150
85
25
Min. Typ. Max.
50
50
10
10
250
300
50
60 90
1,2 1,8
20

< << <

mA
mA

°C
°C

K/W
K/W

nA
nA
HA

pA

MHz

pF



BF 869S - BF 871S
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BF 869S - BF 871S
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BF 870S - BF 872S

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempféngern

Besondere Merkmale:

@ Hohe Sperrspannung

® BF 870S komplementéar zu BF 869S

Abmessungen in mm

® Linearer h-Verlauf |, =10 pA...10 mA

@® BF 872S komplementéar zu BF 8718

17 !
-
24,2
) 24
36 T__.ﬂ|,1+35_}
H T B8 % 2,54
101 1044— a 72 f€ - p— 4
l |y 254
1 fas!
4 131 6363
BF 870S -BF 872S
¢ 0,52
w | L !
(R —) f
P i 86
23,5
24|,
36 1= *_LT__._{f’L{iS_&
T B ? 2,54
101 104 4 Jr 720 A ] 4
l _ c 7 | 254
131

BF 870 SA-BF 872 SA

T1.2/1023.1188 D

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden

Standard Kunststoffgehduse
34 A3 DIN 41869
JEDEC TO 202

Gewicht max. 1,8 g
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BF 870S - BF 872S

Absoiute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Rge=2,7kQ
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
T.=25°

case
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung

Sperrschicht-Gehause

KenngréRen

48

Tomp = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
-U,g=200V BF 870S
~Uig =250V, Ry =2,7kQ BF 872S
—U=200V, Ry, =2,7kQ, Tj= 150°C

Emitterreststrom

~Ugp=5V
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

=lo=1mA BF 870S

=lo=1pA Ry =2,7kQ BF 872S

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
~U=20V, -, =25 mA
Transitfrequenz
“Uy=10V, -, =10mA
Ruckwirkungskapazitat
-U,=30V,-/,=0,f=1MHz

Kollektor-HF-Sattigungsspannung
-l.=25mA, Tj= 150°C

RthJA

thJC

_U(BR)CEO
_U(BR)CER

C

12e

-U,

CEsatHF

BF 869S BF871S
250 300
250 300
250 300

5
50
100
5
150
—65...+150
85
25
Min. Typ. Max.
50
50
10
10
250
300
50
[51¢] 90
1,2 1,8
20

< << <

mA
mA

°C
°C

K/W
K/wW

nA
nA
pA

HA



BF 870S - BF 872S

T 88 6089
Rot
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BF 870S - BF 872S
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TELEFUNKEN electronic BF 883 S

Creative Technologien

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfangern

Besondere Merkmale:

® Hohe Sperrspannung @® Temperaturunabhéngige h -Stabilitét

Abmessungen in mm

i 0,52
46 { T : T II _— _'1
v [ i
n B——
24,2
Y
36 T ,7‘—_—“—:1,¢35
T B ? 2,54
101 10,44—- 72 B | T ey of
l ¢ { 2,54
L E 08

Standard Kunststoffgehiuse
34A 3 DIN 41869

JEDEC TO 202
Kollektor mit metallischer Montageflache verbunden Gewicht max. 1,8 g
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo 300 \%
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 275 \%
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 5 \%
Kollektorstrom I 50 mA
Kollektorspitzenstrom lem 300 mA
Geamtverlustleistung
Tase =25 °C Poo 7 W
Sperrschichttemperatur TJ 150 °C
Lagerungstemperaturbereich TStg —65...+150 °C
Maximale Warmewiderstande
Sperrschicht-Umgebung Ria 78 K/W
Sperrschicht-Gehéuse huc 17,8 K/wW

T1.2/341.1188 D

R1



BF 883 S

KenngréRen

T b = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

U =250V, Ry =2,7kQ legr

Uge =200V, Ry, =2,7 kQ, TJ =150°C lcer
Emitterreststrom

Ug=5V lego

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
le=1mA Uriceo
le="1pA, Rge=2,7 kQ

(BR)CER

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

Ug=20V, |, =25mA hee
Transitfrequenz

Ugeg=10V,[,=10mA fr
Rickwirkungskapazitat

Uge=30V,[.=1mA, f=1MHz Cize
Kollektor-HF-Sattigungsspannung

l.=25 mA,Tj=150 °C Ucgsathr

52

Min.

275
300

50

60

Typ.

90

1,2

20

Max.

50 nA
10 pA
10 pA

\Y

\%

MHz

1,8 pF
\%



BF 883 S
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BF 883S
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Mg fr
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100 100 ALY
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uE A WAY
L) / i
p |
| Y
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BF 885S

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfangern

Besondere Merkmale:

® Hohe Sperrspannung ® Temperaturunabhéngige hee-Stabilitét

Abmessungen in mm

i 0,52
PP e — J | R
17 i f
i
24,2
24
1 -
36 e 1,35 l
T B 2,54
101 10,4+4—- 72 A —_— — 1 —+
l ¢ * 2,54
} El Yos
7 13,1
e 6363
Standard Kunststoffgehause
34A 3 DIN 41869
JEDEC TO 202
Kollektor mit metallischer Montageflache verbunden Gewicht max. 1,8 g
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo 300 \%
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Rge =2.7kQ ceR 300 \%
Emitter-Basis-Sperrspannung kB0 5 \Y%
Kollektorstrom I 50 mA
Kollektorspitzenstrom lem 300 mA
Gesamtverlustleistung
. Tope =25°C Pyt 7 W
Sperrschichttemperatur TJ 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg —-65...+150 °C
Maximale Warmewidersténde
Sperrschicht-Umgebung Ryua 78 K/W
Sperrschicht-Gehiuse R 17,8 K/W

thJC

T1.2/343.1188 D

RR



BF 885S

Kenngrofien

T,mp = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
U =250V, Rge=2,7 kQ )

C CER

Ue=200V, Rye=2,7kQ, TJ =1560°C leer
Emitterreststrom

Ug=5V lego
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

le="1pA, Rge=2,7kQ Ugricer
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

Uge=20V, I, =25 mA Pee
Transitfrequenz

Uge=10V,I.=10mA fr
Rickwirkungskapazitat

Ugeg=30V,[;=1mA, f=1MHz Cise
Kollektor-HF-S&ttigunsspannung

Ic=25mA, TJ.=15O °C Ucgsathr

56

Min. Typ.
300
50

60 90

1,2

20

Max.

50 nA
10 A
10 A

\

MHz

1,8 pF
\



BF 885S
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BF 885S

$ 86 5370 * 865371

FE

Tamb=25 °C Tamb=25 °C

100 100 -

MHz

—”/
s
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BU 126

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendungen: Spannungsregler, Inverter, getaktete Netzgerate

Besondere Merkmale:
® In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik

® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

8263

41

388

c ™\

o)
)
o0
)

301

109
25,4

Zubehor
Isolierscheibe Best. Nr. 569 524

Absolute Grenzdaten

® Kurze Schaltzeit

21

219,5

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

lg=0
Kollektorstrom

Kollektorspitzenstrom
tp =10ms

Basisstrom

Gesamtverlustleistung
T . .=25°

case

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehduse

T1.2/641.1188D

| 85

14

CEO
CEO

tot

Tstg

thJC

Kollektor mit Gehause
verbunden

Standard Metallgehause
DIN3B2
JEDECTO 3

Gewicht max. 20 g

300 \

750 \Y

3 A

6 A

2 A

1,5 A

40 w

125 °C
—65...+125 °C
2,5 K/W

59



BU 126

Statische KenngroRen

T ... =25°C, falls nicht anders angegeben

case

Kollektorreststrom
Uje=750V

Uge=750V,T

amb

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc=100 mA, L.=60 mH

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

lp=1mA

Kollektor-Séattigungsspannung

lc=2,5A, ;=250 mA
le=4 Al= 1A

Basis-Sattigungsspannung
le=4AIl;=1A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

Uge=5V,I.=1A

Dynamische Kenngré3en
T _..=25°C

case

Transitfrequenz

Uge =10V, [ =200 mA, f=1 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Ugg=10V,f=0,56 MHz

Emitter-Basis-Kapazitat
Ugg=2V, =056 MHz

Abfallzeit
I.=25A1;=025A

~

M _ _
= 0,01, tp =0,3ms

60

=125°C

ICES

ICES

U(BR)CEO

U(BR)EBO

1)
UCEsat
1)

CEsat
U,

1)
BEsat

FE

CBO

cEBO

1)

Min. TYP.
300
6
15

10

75

1

0,2

Max.
500 pA
2 mA
\Y
\Y
10 \
5 Vv
1,6 \Y
MHz
pF
nF
us



BU 126
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BU 126
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BU 204 - BU 205 - BU 206

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendungen: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Schwarz-Wei-Fernsehempféngern

Besondere Merkmale:

® Hohe Sperrspannung
® Hohe Spitzenleistung

Abmessungen in mm

8263 41

c_ /TN

w
m

)
-/
)
</

LA
¢

301

38,8

Tan)
N

10,9
254

Zubehor

2195

Isolierscheibe Best. Nr. 569524

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Kollektorstrom, Mittelwert

Kollektorspitzenstrom

Basisspitzenstrom

Negativer Basisstrom, Mittelwert

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehéause

® Verlustleistung 1

85

n4

BU 204

600
) 1300

UCEO

1
UCES

_IBAV

") StoRspitzenspg. bei Bildrohren-Uberschlagen: BU 204 max. 1430 V

T1.2/643.1188 D1

BU 205 max. 1650 V
BU 206 max. 1800 V

ow

Kollektor mit
Gehause verbunden

Standard Metall-Gehause
3B2DIN 41872
JEDECTO 3

Gewicht max. 20 g

BU 205 BU 206

700 800 \
1500 1700 \
2,5 A
3,0 A
2,5 A
1.5 A
0,1 A
10 w
115 °C
—65...+1156 °C
2,5 K/wW

? StoBspitzenstrom bei
Bildréhren-Uber-
schlagen max. 5 A

63



BU 204 - BU 205 - BU 206

Kenngréfen
Toae=25°C
Kollektorreststrom
Uggg=1300V BU 204
Ugeg=1500V BU 205
U =1700V BU 206
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=100 mA BU 204
BU 205
BU 206
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=100 mA
Dynamische Restspannung Fig. 4

64

lc=2A;l;=08A

Basis-Emitter-Sattigungsspannung
le=2AI;=1A BU 204, BU 205
le=2A1=11A BU 206

Transitfrequenz
Uge=5V, ;=100 mA, f=5 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Upg=10V, f=1MHz

Abfallzeit
c=2A ;=1 Al

CES
CES

2)
U(BR]CEO
U, 2

(BR)CEO

2)

U(BR)CEO

U(BR)EBO

URest dyn

2)
UBEsat
2)

UBEsat

Min.

600
700
800

Typ.

7.5

80

0.75

Max.

0,5
0,6
0,5

7,5

1.5
1,6

mA
mA
mA

< <<

<<

MHz

pF

us

" Die Induktivitat im Basiskreis und die rechteckige Ansteuerspannung sind so zu wahlen, daR sich

eine Speicherzeit {, ~ 10 ps ergibt.

t
2) _P__ =
T =0,01, tp—0,3 ms



BU 204 - BU 205 - BU 206
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? —— BU 204/BU 205 f BU 206 e
J} T 1 Tease = 90 “C[] )/ T Tease =90 °C ]
¢ - ‘ ‘—"""\"‘ ) M c — : l—°=0,01 sl
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\ \it‘ 100 ps [T \ 100 ps [T
\ | \
0,1 N\ e L o1 NN 1
u b ‘\‘__i_ A'ms
\ it NN
\ A \
1 \ N
: \
| Rgg=1000Q \
0,01 N e o0 et
70,
tp=20ps '?pSO’25
/ fp =20 s
| 7 7
| i | ] ﬁl——’l?
0,001 IS I8 crx ooot—— 111 i [rer]
1 10 100 1000 V 1 10 100 1000 V
Uce Uce™™
$ 841419
zthp
10
K/W t
£y
T
05 gy e e =
1—_-[-|'_'_'_-_-_ =B T
02 ] p— =
— o1 s __’_
- ——}T —-— g
041 T Toos LT
’ 1 0,01
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BU 204 - BU 205 - BU 206

e f T
T heg s

Tj= 25 °C
Ug / /

)

10ttt

uﬁ [~J_ 3 v h

50V 2ca90%/oy
* 1
U,
S \ / Dyn. Restspannung
k{/ ? t 03 fFig.5
2 0,03 0,1 0,3 1?
842085 t— . c

Fig. 4 Definition von Ug ., 4.
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BU 207 - BU 208 - BU 209

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Farbfernsehempfangern

Besondere Merkmale:

® Hohe Sperrspannung
® Hohe Spitzenleistung

Abmessungen in mm

8263

41

38,8

301

109
25,4

Zubehor
Isolierscheiben Nr. 569 524

Absolute Grenzdaten

219,56

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Kollektorstrom, Mittelwert

Kollektorspitzenstrom

Basisspitzenstrom

® Verlustleistung 12,5 W

85

.4

21

') StoRspitzenspannung bei Bildrdhren-Uberschliagen

2) StoRspitzenstrom bei Bildrohren-Uberschlagen

T1.2/645.1188 D

Kollektor mit
Gehause verbunden

Standard Metallgeh&use
3B2DIN 41872

JEDECTO 3
Gewicht max. 20 g

BU 207 BU 208 BU 209

600 700 800 \%
1300 1500 1700 \
5 5 4 A

7,5 A

4,0 A

2,5 A

BU 207 max. 1430V
BU 208 max. 1650 V
BU 209 max. 1800 V

BU 207 max. 10 A
BU 208 max. 10A .
BU 209 max. 9A

67



BU 207 - BU 208 - BU 209

BU 207 BU 208
Negativer Basisstrom, Mittelwert
t,=20ms ~lgny 0,1
Gesamtverlustleistung
Tase=95°C Pios 12,5
Sperrschichttemperatur TJ 115
Lagerungstemperaturbereich TStg —-65...+115
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause Rinuc 1,6
KenngroRRen Min. Typ.
Toase=25°C
Kollektorreststrom
Uges=1300V BU 207 /4
Ugs=1500V BU208 /g
Ugeg=1700V BU209 /.
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
= 1
lc =100 mA BU 207 U(Bmceo1' 600
BU 208 U(BR)CEO1 700
BU 209 \BRICEO 800
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=100 mA Uggryeso 5
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
= - 1
l.=45A,l;=2 A BU207 BU208 UCEsat1))
I.=3 Al,=13A BU 209 CEsat
Basis-Emitter-S&ttigungsspannung
—_ —_— 1
l.=45A, ;=2 A BU207, BU 208 UBEsat];
=3 Al=13A BU 209 oEsat
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Uge=5V.I.=45V BU207,BU208 h. 2,25
V=5V, ;=3 V BU209 h 2,25
Transitfrequenz
Uge=5V,I.=100mA, f=5 MHz fr 7
Kollektor-Basis-Kapazitat
Ug=10V,f=1MHz Ceso 125

t
)P _ —
T 0,01, tp 0,3 ms

68

BU 20¢

Max.

0,5
0,6
0,5

1,5
1.5

°C
°C

K/W

mA

mA
mA

< <<

MHz

pF



BU 207 - BU 208 - BU 209

Schaltzeiten

Speicherzeit
lc=45A1,=18AL;=10pH
BU 207, BU 208

Ic=3AIg=15A,L;=10pH
BU 209
Abfallzeit
Ic=45A1;=18A,L;=10pH
BU 207, BU 208

le=3 Alg=15A,L;=10 uH

BU 209
T T T 11T T T []80747%
BU 207/BU 208 H { HTI
IC Tcase= 95 °C
ﬂ'frgm,m
10 - fp=5u$ H
A TN -
— N }_\‘,{%/10 ws 1 1]
N Jk BU 207
NI
NN BU 208
TSN
1 *\ \l \'\ 1 50 pus
N\ Il 100 ps
]
|
\N \ ] 1me L
N[ [V m
0,1 Hii
|
\\ {l Rgp=100 0
t
0,01 o5
zpszo ps
|
U
i
0,001 L
1 10 100 1000 V
—
Uce

Min. Typ. Max.
10 us
10 us
0,7 us
0,7 us
T TT7 I]Llsm].u?_[»
? BU 209 T 1T
lc Teage= 95 °C ||
to Bl
+ =001
10 tp=5 ps [
A SR 10 us []
\
\ Q}\‘_\%~ 50 ps L«
N NN
1 X\ N [T 100 ps [
A N
\\ \ l IT
3\
N ‘\‘ \i 1ms _v_
N .
0,1 \
A
) RBE51OOQ
0,01 o =0,25
tps 20 us
il
. 1
0,001 1
1 10 100 1000 V
Uce —



BU 207 - BU 208 - BU 209
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Rinac UgEsat
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1 /
10 L v /
K/W Usgsat ]
e
N iTE =1 08 o I
I 7//
0,75 )
R=as: 0,6 hrg = 2
o033 = = rca‘s: =25°C
1 0,20 —— > o + = 0,01
[ LT A7 t, = 0,3 ms
o1 Il /'/ 0,4 ?
- //’ / Vi
014005l — 2 y,
i /
- o002 "4
1 0.2 /
A | /L ‘ ’ /u i
<001 I CEsat
/ =
i
0,001 0,01 0,1 1 ms [oX] 0,5 1 5 A
!p — "C —
? 841322
hgg
| m
AT
1087
Ueg=5V v
ri=25°C
5
1
0,5
0,1 -
0,01 0,1 1A .
le—™

70



A
¢
L 4
TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BU 208 A

Silizium-NPN-Leistungstransistor

Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufe in Farbfernsehempfangern

Besondere Merkmale:
® Hohe Sperrspannung
® Hohe Spitzenleistung

Abmessungen in mm

8263 41

® Verlustleistung 12,5 W

B E
DD | —
38,8 LA, 301 2195
| 16,9
N
(D)
N\ |
10,9 16
254 85 n4
Zubehor

Isolierscheibe Best. Nr. 569524

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung, Scheitelwert
Kollektorstrom, Mittelwert
Kollektorspitzenstrom

Basisspitzenstrom

') StoRspitzenspannung bei Bildréhren-Uberschlagen max. 1650 V

Uceo
ces)
CAV
oM
BM

BM

2 StoRspitzenstrom bei Bildrohren-Uberschlagen max. 10 A

T1.2/790.1188 D

Kollektor mit Gehause
verbunden

Standard Metallgehause
3B2DIN 41872
JEDECTO 3

Gewicht max. 20 g

700
1500

7,5
4,0
2,5

> » > r < <
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BU 208 A

Negativer Basisstrom, Mittelwert
t,,=20ms
Gesamtverlustleistung
T...=95°C

case

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause

KenngréRen
T ..=25°C

case
Kollektorreststrom
Ucgs =1500V
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I.=100 mA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=100 mA
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
l.=45AI;=2A
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
le=45Al;=2A
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Ug=5V,I;=45A
Transitfrequenz
Uye=5V,I;=100mA, f=5 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Uyg=10V,f=1MHz

Schaltzeiten

Speicherzeit
l.=45A1,=18AL;=10pH

Abfallzeit
c=45A1,=18AL;=10pH

t
)P =
T =0,01, rp_o,1 ms

72

Tstg

thJC

CES

U

(BR)EBO

CBO

1)
(BR)CEO

0,1

12,5
115
—65...+1156

Min. Typ.

700

2,25

125

10

0,7

Max.

0,5

°C
°C

K/W

mA

MHz

pF

Hs

us



BU 208 A

[1832732
? I T TTH]
1Tt
IC 7;23525 95 °C
t —
H-,.E=o.o1
Iy mewim me VA
-—-\\ NN, \\ 10 ps
NN
A
1 AN N \\‘ M| 50 us |]
N NN 1] 100 ps []
\\ \ ] Imsi 1]
\\ \ V’
0.1 !
\ 1
i Rgg =400 Q
0,01 :T‘3=ozs
Ip120ps
i
0,001 :
1 10 100 1000 V
Uce—
? 84472
UBEsat,
Ucksat
1 4
Vv /
UBEsat 11
-
0,8 B
7//
0,6 hpe =2
Tcase = 25 °C
% =0,01
tp = 0,3 ms
0,4
/
/
)4
0,2 /
% Ucesat 11
_—",
0
01 0,5 1 5 A
lc —

* 84470
Rthac
10
K/W
L tp
7
I
0,75
1 T
"B o5 HH =1
1 033l 1] =
1 0,20 —— =uiP> un
—_//;: 7
| AR LU Z
01-: 00s| LT ,/
; L
S5
= yd
50,01//
‘01 L I '
0,001 0,01 0,1 ms
l'p ——
f H 841322
T
m
hre
Lt ™
T
10 = u 5V
H Ucg = il \
T=25°C [] A
5
T
1
0,5
0,1 ’
0,01 0,1 1
le—

-
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BU 208 D

Silizium-NPN-Leistungstransistor

Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Farbfernsehempfangern

Besondere Merkmale:

® Monolithisch integrierte Inversdiode

® Kleine Rickgewinnungsverluste

Abmessungen in mm

8263 41

c. /TN

)
-/
)
.

388

301

109
254

Zubehor

Isolierscheibe Nr. 569524

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung

Kollektor-Emitter-Spannung, Scheitelwert

Kollektorstrom, Mittelwert

Kollektorspitzenstrom

Basisspitzenstrom

Negativer Basisspitzenstrom

219,56

@® Hohe Sperrspannung
® Hohe Spitzenleistung

21

85

4

") StoBspitzenspannung bei Bildréhren-Uberschlagen max. 1650 V

*) StoRspitzenstrom bei Bildrohren-Uberschlagen max. 12,5 A

T1.2/647.1188 D

e E

Kollektor mit Gehause
verbunden

Standard Metallgehause
3B2DIN41872
JEDECTO 3

Gewicht max. 20 g

700 \%
1500 \Y
5 A
7,5 A
4,0 A
2,5 A

TR



BU 208 D

Negativer Basisstrom, Mittelwert
t,=20ms

Gesamtveriustleistung
T _.=95°C

case =

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause

KenngrofRen
Toe=25° C
Kollektorreststrom

Uqgg =1500V
Koliektor-Emitter-Durchbruchspannung
I.=100 mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uge=5V,[;=25A
l,=4.5A
DiodendurchlaBspannung
le=4A
Basis-Emitter-Widerstand
Transitfrequenz
Uge=5V,l;=100mA, f=1 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitét
Ugg=10V,f=1MHz

Schaltzeiten

Io=45A I;=18A Ly=7 pH, Up =2V, T,

Speicherzeit

Abfallzeit

t
" _p_0,01,t =03ms
T P

76

f

=lgay 0,1
Piot 12,5
TJ. 115

stg —65...+115

Rinsc 1.6

Min. Typ.
Ices

1
Uigrceo : 700
hee 4.5
Pee 3,2
le 1,2
Rge 15 25
fr 7
Cero 125
s Toase = 90 °C, Fig. 4

t 11
t 0,7

Max.

0,5

1.5

°C
°C

K/W

mA

MHz

pF

us
SE}



BU 208 D

[[842732 84470
$ I T *
[ [
IC Tcalsef 95 °C RthJC
l £-0.01]]
10 o=
A — RS ‘E:—e”i 10"55 10
'\\ \\ \ p K/W
\ AN
AR
3 |t
1 \\ N \‘}‘ \ |50 s || LI
";:"‘/100 us ] T
1 0,75
\ —— =
\V \\ JH 1me %%:3 0 =
o
NN o
\ ———_ 1 Bi—s7 4
[ o1 L= 7
| =] //‘— /
\\ i Rgg=100Q 0,144 0'0]5 — » l//
1
0,01 o L
?—0,25 0,% »
£20us /
220k <001
-i 0.01 J/I/‘
ooy 10 100 1000 V 0,001 0,01 0f 1 ms
UCE——> 'p —>
? l ] [ 79 2734 T
T
—— UYsei=2v L
lp ]nv=o,sen / lB
tg <12 ps I
14 Tcase =90 °C I
HH
N 1,6
\ I A
12
' T
1,4
A /
10 f
A 1,2
N\ ( '
8 A
1,0
6
4 2N
0,8
P Fig. 3: Ansteuerungsdiagramm bezieht sich auf:
43 3 " Py I, = konstant fiir die Zeit t,, — t_
Io — Optimum operating range

g=1..12A
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BU 208 D

|

Oszillator

i |

Treiber

|

/]

| |
Ugel
w i
uT — _lr— Fig. 4: Funktionsschaltung zur Messung des
Trafo t— Schaltverhaltens und deren Impulsverlauf
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BU 426

-BU 426 A

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzteile

Besondere Merkmale:

® In Dreifachdiffusions-Technik @ Kurze Schaltzeit

® Glaspassivierung ® Verlustleistung 70 W

® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

Af ; l' - ’I \ / \" . 1 2%6
? 1 3"4 1 »llﬁk 1 ?

Kollektor mit Montage-
flache verbunden

Standard Kunststoffgehduse

% )
15 145 415 F——— —3——1 T C
} D) 178 55
[ = ¢ B
43 Y
33
20,7 16 8379
Zubehér
Isolierscheibe Best. Nr. 191131
Montageclip Best. Nr. 191940
Absolute Grenzdaten BU 426
Koliektor-Emitter-Sperrspannung
Rge=100Q Uger 800
Uces 800
Ucko 375
Kollektorspitzenstrom lem
Kollektorstrom le
Basisstrom lam
=lgw

T1.2/738.1188 D

15 A3 DIN 41869
TOP 3
Gewicht max. 5,5 g

BU 426 A

900
900
400

>> > > <<

AP © O

79



BU 426 - BU 426 A

Gesamtverlustleistung

Tcase = 73 OC Ptoi
Sperrschichttemperatur TJ
Lagerungstemperaturbereich stg

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Geh&use Ry e
KenngroRen
T,mp = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom
Uj=800V BU426 lees
Uge=900V BU426 A cES
Tj= 125°C, U,,=800V BU 426 cEs
Ujg=900V BU426A s
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I;=05mA R, =100Q BU426 Uggrcer
BU 426 A Usricer
Ic=100mA, L.=125mH BU 426 U‘BR)CEO:’
BU 426 A Ugriceo !
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le=1mA Ugrjeso
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

lc=25A1,=05A UCEsat:i

le=4A15=125A Ucgsat
Basis-Sattigungsspannung

le=4A I;=125A Uggsar!
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

Uyge=5V,I;=06A hee
Transitfrequenz

Ugeg=10V,I.=200mA, f=1 MHz fr

Schaltzeiten
Ic=25A,1;,=05A -, =1A, t= 20 ps
Abfallzeit t?

Speicherzeit t

70
150
—65...+150
1,1
Min. Typ. Max.
1
1
2
2
800
900
375
400
6
1,5
3,0
1,6
30
10
0,3
3,5

t
‘)75’—= 0,01,t,=0,3 ms; 2) Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines

Riickschlagkondensators

80

°C
°C

K/W

mA
mA

mA
mA

< < <<

<<

MHz

us
s
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BU 508 - BU 508 A

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Farbfernsehempfangern

Besondere Merkmale:
® In Dreifachdiffusions-Technik
@® Glaspassivierung
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

® Kurze Schaltzeiten

® Hohe Spitzenleistung
® Verlustleistung 125 W

15 145 415

43

20,7

Zubehor:

Isolierscheibe Best. Nr. 191131
Montageclip Best. Nr. 191940

Absolute Grenzdaten

Koliektor-Emitter-Sperrspannung
Kollektorstrom, Mittelwert
Kollektorspitzenstrom
Basisstrom, Mittelwert

Basisspitzenstrom

T1.2/487.1188 D

Py
Yceo
Uces

CAV
CM
BAV

IBM

_IBNI

~J
Q
(@)

Kollektor mit Montage-
flache verbunden

Standard Kunststoffgehause

15A 3 DIN 41869
TOP3

Gewicht max. 5,5 g

a1
- o
o o O
> > > > > <<

81



BU 508 - BU 508 A

Gesamtverlustleistung

Tcase =25°C Ptut 125 W
Sperrschichttemperatur TJ 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg —65...+150 °C

Maximaler Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Gehause Ric 1,0 K/W
KenngréfBen

Tase=25C
Kollektor-Emitter-Reststrom

Uggs =1500V lees 0,5 mA

T,;=125°C, Uy = 1500V lees 2 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

—_ — 1

Ic=100mA, L.=125mH Ugriceo ) 700 \%
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

=100 mA U(BR)EBO 5 \
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

—_ — 1
lc=45A,1,=2A BU 508 Ucesat ) 5 \%
BU 508 A UCEsat1 1 \%
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
- - 1)

le=45A1;=2A Ugksat 1,3 \%
Transitfrequenz

Ug=5V,I.=100 mA, f=5 MHz fr 7 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

Ug=10V,[,=0,f=1MHz Ceso 125 pF

Schaltzeiten

le=45A1;=16AL;=7pH,T_  =25°C, siehe MeBschaltung
Speicherzeit t 8 us
Abfallzeit t; 0,7 us

Vs +150VQ 88 4167

Lc=0,87mH l

offen 36 s
I geschlossen 28 ps

-2V

MeRschaltung fir: tf, tS

t
)P _ —
T =0,01, tp—0,3 ms

82



BU 508 - BU 508 A

? 844268 ? 84 4166
Ptot lc
1
150 1;\)
w N
N
— 10°
100 N
107" N
N
_a Rgg=100Q
10 =20 s
50 /250,25
Tcase=25°C T
_ |
102
I
Fig.3 154 1 [Fiss
[o] 50 100 7_150 °C 1 10 100 1000 V
case ™
' Ucg—
f 875732
Zthp
1 —
p— o s
K/W_ r?pzov5 — B ';‘E’
O 5 ) ——- o T
R — ;ﬁf
LTz
02 [ I I ) I +1 Z"
| L1
-
| o T -7
o ~%
- |
Crd
- o5 [ == 7
0,05 . 7
| o002 =Tl
. P
— 0,01 L=
—
i Fig.5
0,01 01 1 10 ms
tp—>
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BU 508 - BU 508 A

} [INRSRRRNRERRRAEEE
I Erlaubter Arbeitsbereich bei negativer Basis.
C
8
A
A
6
4 A
w\\
lc ™
=~5
8 n
2 7"50,01
Tease=100 °C
Fig. 6
0 200 400 600 800V
Yoe—
? 84 4169
UBEsat
6A
;‘/ =
lc=1A
0,1
Tease=25°C
IR
Fig.8
0,01 0,1- 1A
IB—>

84

? —HH 844168
T
11711
Ucksat Toase=25C
[T]]'5A 'c=6a
2A
1A \ 4A |/
| AL
v 1
| |
| |
AN
\\n.
0,1 N ~
Fig.7
0,01 0,1 1A
IB ————
? __q4 4171
heg
100
Yce=5v
Tcase=+125°C
f +75°C
CTH——2]
= +25°C
AT 25°C
10
1
Fig.9
0,1 1 10 A
I ——



BU 508 - BU 508 A

f 84 4170
heg
100
Tcase =25°C
l
] e
NI\ N
10 c \
AN
a5v|
Usg=1,5V \
10V
1
Fig. 10
0,1 1 10 A
Ic —

21






a4 _ BU 508 DR
TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

Silizium-NPN-Leistungstransistoren
Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Farbfernsehempféngern

Besondere Merkmale:

® In Dreifachdiffusions-Technik ® Kurze Schaltzeiten
® Glaspassivierung @ Hohe Spitzenleistung
@ Hohe Sperrspannung ® Verlustleistung 125 W

® Monolithisch integrierte Inversdiode

Abmessungen in mm

0,6 +0.05

I
fa— ey
3}
[

|
|
15145 415 FE=——————} C c
|
} I ) 186 55
| == 1 B 8
43 " os
33
207 18 8379 E
Kollektor mit Montage-
flache verbunden
Standard Kunststoffgehause
Zubehér 15A 3 DIN 41869
Isolierscheibe Best. Nr. 191131 . TOP3
Mantasanlin Bact Nr 101040 Gewicht max. 5,56 g
viGhiageliip &St INi. 191 94U
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 700 \%
Uces 1500 \%
Kollektorstrom, Mittelwert leay 8 A
Kollektorspitzenstrom lem 15 A
Basisstrom, Mittelwert laav 4 A
Basisspitzenstrom lem 6 A
~lgm 2,5 A

T1.2/1195.1188 D

87



BU 508 DR

Gesamtverlustleistung

T s =25°C Pt 125 W
Sperrschichttemperatur TJ 150 °C
Lagerungstemperaturbereich TStg —65...+150 °C

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause Rch 1,0 K/W
KenngrofRen Min. Typ. Max.

Te=25°C
Kollektor-Emitter-Reststrom

Uggs =1500V lees 056 mA

T,=125°C, Upgg = 1500V lees 2 mA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

— — 1

Ic =100 mA, L, =125 mH Verceo! 700 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

Ie=100 mA Ugrieso 5 \%
Basis-Emitter-Sattigungsspannung

—_ — 1

le=45Al;=2A Ugesar! 156 V
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

48

ic=45A Pee 3.2

DiodendurchlaRspannung der

integrierten Schutzdiode

le=4A Up 1,5 \%
Transitfrequenz

Ugg=5V,I.=100 mA, f=5 MHz fr 7 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

Ug=10V,I.=0,f=1MHz Ceso 125 pF

Schaltzeiten )

1.=33Ag=09A L, 75uH R;=062Q,T_, =90°C
Speicherzeit t 9 us
Abfallzeit t 0,7 us

[/ +145 Vv 88 5940

offen 32 ps
1 geschlossen 32 ps

-2v
MeBschaltung fur: t, ¢,

t
)P _ =
T =0,01, lp—0,1 ms

88



BU 508 DR

? 844268 f 844166
Ptot IC
1
150 w
w
N\
- 100
100
107" AN
N
o Rgg=100Q
10 15220 ps
50 /250,25
Tcase=25°C T
1072
I
Fig.3 104 Hic
0 50 100 150 °C 1 10 100 1000 V
Tcase,—> Unp —»
CE
t 865002 f 86 5005
UCEsat 0,5A 2A UBEsat
lc=02A 124 / 3A|[4A 5 5
{1V v
1 \ \1 \
v \ 1
\ 1
\ \
1|\ \
\ 1 1
\ \ —— — 5A
~ =T SAm
\ \ \h N 3 Ic=1A | 2A 1
0,1 : \\ — 0,5
X
. 0,1
0,01 0.1 A 0,01 0,1 1A
B
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BU 508 DR

$ 86 5006 f 86 5003
h
UBE Tcase=25°C FE
50
1’\;5 Uce=5V
Ugg=1V
1.2 1?); _:_ Tease=125°C /::-.
s 20v 100 °C, )//_.
Caov 1 /// 1
75 °C // 1
10 yJ
Vii Y/
//
0,8 /
’ L Wi//
] 5 / ]
/;1 i 356
0,4 /
yi
Vi
0
0,01 0,1 1 10 A 0,01 0,1 1A
? 86 5004
hee
100
Tcase=25°C
Ucg=45V
30V
L 'l 20v
. ‘f:: N L1sv
H 10 v ]
1 ey -~.1sx
— 2,5V
y4 1V
/
1
0,1 1 10A
I~ —
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Creative Technologien

BU 526

Silizium-NPN-Leistungstransisor
Anwendung: Getaktete Netzgerate
Besondere Merkmale:
® In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik ® Kurze Schaltzeit
@® Hohe Sperrspannung @ Verlustleistung 86 W

Abmessungen in mm

8263 4'1
B E 21
LN ) | — .
38,8 A LAES 301 2195
| 16,9 Kollektor mit
Gehé&use verbunden
14D i
W [T Standard Metallgehause
. - 3B2DIN 41872
109 16 JEDEC TO 3
254 8.5 n4 Gewicht max. 20 g
Zubehor
Isolierscheiben Best. Nr. 569524
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 400 \'%
Uces 900 \%
Rge=100Q Fig. 5 Uger 900 \%
Kollektorspitzenstrom Fig. 3 lem 10 \'%
Kollektorstrom Fig. 3 I 8 A
Basisspitzenstrom . 4 A
“'Bm 4 A
Gesamtverlustleistung
Topse =25°C Fig. 2,3, 4 ot 86 w
Sperrschichttemperatur TJ 175 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg —-65...+175 °C
Maximaler Warmewiderstand :
- Sperrschi¢ht-Gehéduse © Rygc 1,75 . K/W

T1.2/653.1188 D

91



BU 526

Min. Typ. Max.
KenngréBen

T .se = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorrestrom
Ue=900V Fig. 7 lees 1 mA

T,=150 °C, Uy =900V Fig. 7 lees 2 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lo =100 mA, L.=125 mH p—— 400 \%
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le=1mA Ugrjeso 6 Vv
Kollektor-Sattigungsspannung

I.=8AI;=3A Fig. 8 UCEsat]) 5 V
Basis-Séattigungsspannung

Ic=6A I;=125A Uggoar! 2 Vv
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

Uge=5V.[,.=1A Fig. 11 hg 15 45

l.=4A hee 6

Transitfrequenz

Uge=10V, /[, =500mA, f=1MHz fr 10 MHz

Schaltzeiten

le=4A Iy =-1,,=125A, tp=20 us
Ausschaltzeit s 4 pus
Abfallzeit t2 1 us

Ic=25A, I3, =05A, —di,/dt~0,5 A/us

dU./dt =500 V/ps Fig.1 ¢ 0,25 s

Hinweise zur Berechnung der Speicherzeiten und Ausraumstréme mit Speicherladungswerten QS(BE)
aus Fig. 18 fir induktive Kollektorlast, /.. = 2,5 A und -1, Begrenzung durch Vorgabe von:

di,
~lg, =141 Qs(BE)' dt ~lgq
¢ z/m +lg, |
s ‘diB

at

t
) P _ —
T =0,01, tp—0,1 ms

2 Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines Riickschlagkondensators
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BU 526

60

40

20

883115

L, —15Wdg. ¢ 0,8 CuL

und

L,—3Wdg. 9 1,56 CuL
auf Kern 30x19

Fig. 1 MeBschaltung fiir Schaltzeiten

o.L.

88 2177
T
\ Rthdc
\
A\
N\
N
AN
A
\
N
R
thJA . N Tz
40 80 120 160 °C

Tamb- Tcase—=

L,—63Wdg. 2 1Cul

36x22 AL 250

T L]
‘100 WF
390
S

10kQ

b

300 Q

L}
BYV16 47nF

Pt
BYV16

500V/ps

le

t { {}i 88 2182
[T T T
/C ! Tease=25°C
tp 1
—=001
10 mva v T| T
A \\\‘\ X Pt T
N S
\\ \‘ N 1 | 10 ps
L\ T 100 ps
1 AHERY -
\ \ /,/1m5 A
NN
\
\\\ L 10 ms
01 A
0,01 Upg=o0 1
Rgg <100 Q
pb<2ms
. L
0001122 ﬂj ]
1 10 100 1000 V
UCE-"
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BU 526

? 882168
Zthp
— b
7= =
1 o -
K/W 1'] F=
== | b=
05 L /" p=g 'év‘
0, 2 hm = Ph ” /'4 - /
’_,.-*"’// w7
L0l I NP 7
ATy
o1 To,}oi: o /] . /
I # 7
0,02
0,05 P
0.01P” )
0 /"
Einzelimpuls
[ Fig.4
0,01
107 1075 104
l‘p——»

. HENN
1 HEEN
i Rgg<100Q
200 L]
°oC Rthyc+RthJasS2.5 K/W ||
’ 5K/W
EINNENEAASNANRERER
\\ \\
160 \\ N TSNLI0 K/W
ANERSY T4
L [ S\[.20 K/w
N
N ™
120 N
Ripya=36 K/W ~
80
40
Fig.5]{ | :
0 - 200 400 600 800V
. UCE—>
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? t O T ssos
I R : T
I IR RN
Ices UcEsat Tease =25°C
il
4 !
mA Ugg=900 Vv
i
10
v
3 | 5 — lc=1AH{{ 2A 1 3A[- 5A| 8A
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i
v ) BU 536
TELEFUNKXEN electronic

Creative Technologien

Silizium-NPN-Leistungstransistor

Anwendung: Getaktete Netzgerate

Besondere Merkmale:
® In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik ® Kurze Schaltzeit
@ Glaspassivierung @® Verlustleistung 62 W
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

8263 41

_
C AN ]
B E 21
(N1 (D !
38,8 LA 301 2195
‘ 169 Kollektor mit Gehéuse
verbunden
() Il
Y = Standard Metallgeh&use
- 3B 2DIN 41872
10,9 16 JEDECTO 3
254 85 04 Gewicht max. 20 g
Zubehor

Isolierscheibe Best. Nr. 569524

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 480 \%
Uces 1100 \%
Rge~100Q Ucer 1100 \%
Kollektorspitzenstrom lem 10 A
Kollektorstrom I 8 A
Basisspitzenstrom BM 4 A
“'Bm 4 A

Gesamtverlustleistung
T. .. =25°C P, 62 W

case tot
Sperrschichttemperatur TJ 150 °C
Lagerungstemperaturbereich TStg —65...+150 °C
Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause Rinuc 2 K/W

T1.2/665.1188 D

99



BU 536

KenngrofRen
T ase = 25 °C, falls nicht anders angegeben

cas
Kollektorreststrom

Uge=1100V

TJ.= 125°C, Uy =1 100V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic=100mA, L.=125mH

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=4 Al,= 1A

Basis-Sattigungsspannung
lc=4A1;,=08A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Ug=5V.I[.=TA
Uge=5V,I.=4A

Transitfrequenz
Uge=10V, /=500 mA, =1 MHz

Schaltzeiten |, =4 A, I;, =-1lg, =125 A, t= 20 ps

Abfallzeit

Ausschaltzeit

? 844267

Piot

100

75

504

Fig.1
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Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines Riickschlag-
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iy
TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BU 546

Silizium-NPN-Leistungstransistor

Anwendung: Getaktete Netzgeréte
Besondere Merkmale:
® In Dreifachdiffusions-Technik
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

® Kurze Schaltzeit
® Verlustleistung 100 W

8263 41
C AN
B E 21
(oY o) | I—
38,8 L AL 301 2195
| 169 Kollektor mit
‘ Gehéuse verbunden
(D) ]
N ¥ Standard Metallgehéduse
109 16 3B 2DIN 41872
25,4 85 ' 14 JEDECTO 3
) " ’ Gewicht max. 20 g
Zubehor
Isolierscheibe Best. Nr. 569524
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 550 \%
Uces 1300 \%
Kollektorspitzenstrom lem 8 A
Kollektorstrom le 6 A
Basisspitzenstrom lam 4 A
=1 4 A
BM
Basisstrom Ig 2 A
Gesamtverlustleistung
Toe=25°C ot 100 w
Sperrschichttemperatur TJ 150 °C
Lagerungstemperaturbereich stg —65...+150 °C
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause R 1,25 K/W

T1.2/005.1188 D

thJC
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BU 546

Ken

ngroen

T ..=25°C, falls nicht anders angegeben

case

Kollektorreststrom
Uge=1300V

T.=150°C, Uy = 1200V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=100mA, L,=125 mH

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Kollektor-Sattigungsspannung
I.=6A1l;=2A

Basis-Sattigungsspannung
le=6A1,=2A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Ug=2V,I.= 32A
Ugeg=5V.I,.= 16A
Ug=5V.[,=10 mA
Uge=3V. .= 4. A

Transitfrequenz
Uge=10V,I.=500 mA, f=1 MHz

Schaltzeiten

leeng =32 A lgenq=0.7 A

Abfallzeit

104

t
”Tp= 0,01, ¢ =0,1ms

Min.
ICES
ICES
1)
U(BR]CEO 550
U(BR)EBO 6
1
UCEsat
D
BEsat
hee 6
hee 8
hee 6
hee 5,5
fT

Typ.

Max.
1 mA
2 mA
\%
\
1,8 \
2 \
MHz
0,6 us
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BU 705

Silizium-NPN-Leistungstransistor

Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Schwarz-Wei-Fernsehempféngern

Besondere Merkmale:

® Hohe Sperrspannung

@® Spitzenleistung

@ Verlustleistung 78 W

Abmessungen in mm

® In Dreifachdiffusions-Technik

® Glaspassivierung

415 & ]. — \ / \ = . . o
} 1 8:4 1 Ajﬁb 1 T

15 145 415

43

207

3,3

Zubehoér

Isolierscheibe Best. Nr. 191131
Montageclip Best. Nr. 191940

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspann

Kollektorstrom, Mittelwert

Kollektorspitzenstrom

Basisspitzenstrom

na
ng

Negativer Basisstrom, Mittelwert

t, =20 ms

CAV

") StoRspitzenstrom bei Bildréhren-Uberschldgen max. 5 A

T1.2/709.1188 D

8379

1500

Kollektor mit Montage-
flache verbunden

Standard Kunst-
stoffgehéuse

15A 3 DIN 41869
TOP 3

Gewicht max. 5,5 g

2,5
3,0
2,5
1,5

> > > > <

>

0,1

109



BU 705

Gesamtverlustleistung

T ee=25°C Piot
Sperrschichttemperatur TJ
Lagerungstemperaturbereich TStg

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehéause R
KenngroRen

Te=25°C
Kollektorreststrom

Ucgs =1500V lees
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

I, =100 mA U(BR)CEO”
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

=100 mA Ugrieso
Basis-Emitter-Sattigungsspannung

le=2Alg=1A UBEsatU
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

Uge=5V,[.=2A hee
Transitfrequenz

Ug=5V,l,=100 mA, f=5 MHz f;
Kollektor-Basis-Kapazitat

Ug=10V,f=1 MHz Ceao
Abfallzeit

/c=2A,IB=1A"” t

t
n_e _ —
T =0,01, tp—0,3 ms

Min.

700

2,0

78
150
—65...+150

1,6

Typ.

7,5

°C
°C

K/W

Max.

0,5 mA

1,5 \

MHz
pF

us

? Die Induktivitat im Basiskreis und die rechteckférmige Ansteuerspannung sind so zu wahlen,

daR sich eine Speicherzeit t, =10 ps ergibt.
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A,
i
TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BU 902

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzteile
Besondere Merkmale:
® In Dreifachdiffusions-Technik
® Glaspassivierung
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

® Kurze Schaltzeit
® Verlustleistung 100 W

415 * I' - / \ / T — 1 1 246
S F—————r—— E

Kollektor mit Montage-

K
P
15 145 415 7\

flache verbunden

Standard Kunst-

stoffgehduse

15A 3 DIN 41869

TOP 3

Gewicht max. 5,5 g

? >
= s B
43 " o8
33
207 16 8379
Zubehor
Isolierscheibe Best. Nr. 191131
Montageclip Best. Nr. 191940
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 480
Uges 1100
Rgg =100 Q Ugen 1100
Kollektorspitzenstrom lom 10
Kollektorstrom le 8
Basisspitzenstrom BM 4
~lgm 4

T1.2/711.1188 D

>r> > r <<<
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BU 902

Gesamtverlustleistung
T _=25°C

case
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause

KenngréfRen
T ... =25°C, falls nicht anders angegeben

case

Kollektorreststrom
Uge=1100V
Tj=125 °C, Uy =1100V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I.=100mA, L.=125 mH

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Basis-Sattigungsspannung
I.=4A1,=08A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhalnis
Ug=5V.[;.=1A
Ugeg=5V.[.=4A

Transitfrequenz
Uge=10V, I, =500 mA, f=1 MHz
Schaltzeiten
le=4A Iy =-1,=125A, tp=20 us
Abfallizeit

Speicherzeit

t
n_P _ -
7= 0,01, tD—O,3 ms‘

% Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines Rickschlagkondensators

114

ICES
ICES

v

U(BR)EBO

1)
UBEsat

FE
FE

> >

1)
(BR)CEO

Min.

480

10
5,5

100
150
—65...+150

1,25

Typ.

°C
°C

K/W

Max.

—_

mA

MHz
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BU 903

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzteile

Besondere Merkmale:

@ In Dreifachdiffusions-Technik

® Glaspassivierung

@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

® Kurze Schaltzeit
@ Verlustleistung 1256 W

{1
—

e
o
[

15145 475 ‘ )

138 55

43

20,7

3,3

16 8379

Zubehor

Isolierscheibe Best. Nr. 191131

Montageclip Best. Nr. 191940

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Kollektorspitzenstrom

Kollektorstrom

Basisspitzenstrom

Basisstrom

T1.2/730.0888 E

Ueeo 550 v
Uges 1300 v
o A
I 6 A
o 4 A
~lgnn 4 A
I 2 A

Kollektor mit Montage-
flache verbunden

Standard Kunststoff-
gehduse

15A 3 DIN 41869
TOP 3

Gewicht max. 5,5 g

119



BU 903

Gesamtverlustleistung

T _=25°C

case

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause

KenngrofRen

ca:

Kollektorreststrom
Uy=1300V
T=125°C, U,=1200V

|

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic=100mA, L, =125 mH

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le=1mA

Kollektor-Séattigungsspannung
lc=6AI;=2A,

Basis-Séttigungsspannung
I.=6A1,=2A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Ug=2V,I.=32A
Uge=5V,I.=15A

=5V, lc=10mA

Uge=3V,I.=4A

UCE

Transitfrequenz

Uge =10V, I, =500 mA, f=1 MHz

Schaltzeiten

ICend
Abfallzeit

NP —0,01, t,=0,3ms

T 256 = 25 ©C, falls nicht anders angegeben

=3.2A 1, ,=07A

Min.

ICES
ICES

u 5560

1)
(BR)CEO

U(BR)EBO 6

=25 °C, sieche MeRschaltung

125
150
—65...+150

1.0

Typ.

Max.

—_

0,56

°C
°C

K/W

mA
mA

MHz

S8



BU 903

|
|
|
|
i

B
t—e
84 4164
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Fig. 2 MeRschaltung fir: t,
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BU 908

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzteile
Besondere Merkmale:
® In Dreifachdiffusions-Technik
@® Glaspassivierung

® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

® Kurze Schaltzeit
® Verlustleistung 125 W
® Hohe Spitzenleistung

0,6+005
} J |- = !
45 L I I \ J M
|2 I ij _/_ 2,6
1 i 1
? 84 15, T
— |
————— ) S— E
- >
15145 415 4+ ——-—— F—————3r——1 C
f 2 55
R —f B
%3 | 08 Kollektor mit Montage-
33 .
207 © o flache verbunden
Standard Kunststoffgehause
Zubehér 15A 3 DIN 41869
. . TOP 3
Isolierscheibe Best. Nr. 191131 Gewicht max. 5,5 g
Montageclip Best. Nr. 191940
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 700 \
Uees 1500 V
Kollektorstrom, Mittelwert leav 8 A
Kollektorspitzenstrom ICM 15 A
Basisstrom, Mittelwert lgay 4 A
Basisspitzenstrom lam 6 . A
~lgm 2,5 A

T1.2/489.1188 D
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BU 908

Gesamtverlustleistung

T..e=25°C Pt 125 w
Sperrschichttemperatur TJ 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg —65...+150 °C

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause Rinic 1,0 K/W
KenngrofRen Min. Typ. Max.

T..se = 25 ° C, falls nicht anders angegeben

Kollektor-Emitter-Reststrom
Uggs = 1500V lees 0,5 mA

T,=125%Ugeg =1 500V lees 2 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lo =100 mA, L, =125 mH Ugryceo " 700 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le =100 mA Ugrieso 5 \Y
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

Ic=32A1;=08A, Uegoat 2V
Basis-Emitter-Sattigungsspannung

l.=45Al,=2A Uggsar! 13V
Transitfrequenz

Uge=5V,I.=100 mA, f=5 MHz f; 7 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitét

Ug=10V,I.=0,f=1MHz Ccso 125 pF

Schaltzeiten

leena=32A Ig, y=07A T = 25 °C, siehe MeBschaltung

Abfallzeit t 0,6 us

t I
n_Pe _ =
T =0,01, tp—0,3 ms
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BU 908

84 4164

Fig. 1 Impulsdiagramm

—jg 150‘[ 84 4165
[} 5
B >
- < ./
2,7nF
1000V
BYW 32
33Q
TDA |, 100ka
>
4600
4 270 kQ
¥
s 22kQ 100 pF 2
ey
e}
22 pF 4
= 22p 7 =0..15V ==8,2nF = Ug=300V
2 1kQ Regel T S
1 2,2kQ
—— e ———

Fig. 2 MeRschaltung fiir: &
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BU 908

? 8442686 f 844166
Fot IC ;
PN |
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w A
AN
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100
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10" N
N
-2 Rgp=100Q
10 / p=20pus
50 o
Tecase=25C T 20,28
103
I
Fig.3 174 11 [Fiss
(o] 50 100 150 °C 1 10 100 1000 V
Tcase— Unp —
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1
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) L =TT L~

02 [ e =" | A2
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T

o T 4

01 e
v P Y.

— Crd

|- 005 = — A
0,05 =
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L 002 4

—/-’ _ﬂ’

[— 0,01 =~ =
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| Fig.5 .
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BU 908

0,1

0,01

[LTTTTTTTT T ererse

Erlaubter Arbeitsbereich bei negativer Basis.

>0

p 4

200 400 600 800V

1 A srae
1T 111
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1 \ \l\‘
Y '.
| |
\ AN
\ \\..
0,1 [ —
Fig.7
0,01 0,1 1A
Ig —=

? B84 4171
hee
100
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BU 908

f 84 4170
heg
100
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I
]
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45V
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10V
1
Fig. 10
0,1 1 10 A
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BUT 46 - BUT 46 A

Silizium-NPN-Leistungs-Schalttransistoren

Anwendungen: Schaltnetzteile, Lampensteuerschaltungen und Treiberschaltungen mit

hoher Betriebsspannung

Besondere Merkmale:
® Mehrfachdiffusionstechnik
® Hohe Sperrspannung
@ Verlustleistung Py=75W

Abmessungen in mm

® Glaspassivierung

@® Kurze Schaltzeiten

0’54-0,03
48 i T4
[IRES B I i .
? i
_____ T
I
1 !
|
10 35 —H—— — :
|
T I
______ J
1L
2,9
58
7377 j—-— — 16
Zubehor:

Isolierscheibe Best. Nr. 564542

Absolute Grenzdaten

KolIektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorspitzenstrom
Kollektorstrom, Mittelwert
Basisspitzenstrom
Basisstrom, Mittelwert
Gesamtverlustleistung

T;ase =25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehsuse

T1.2/1684.1188 D

Kollektor mit Montage-
flache verbunden

Standard Kunststoffgehause
14A3 DIN 41869
JEDECTO 220

Gewicht max. 2,5 g

BUT 46 BUT 46 A
850 1000 \
400 450 \%
7 \%
10 A
5 A
4 A
2 A
75 w
150 °C
—65...+150 °C
1,67 K/W
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BUT 46 - BUT 46 A

KenngréRen
ca:
Kollektorreststrom
U= 850V
Ugg=1000V
T _..=125°C, U= 850V BUT 46

case

BUT 46

U, =1000V BUT46 A

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

I.=05A, L,=125mH BUT 46
BUT 46 A
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
I.=3A;=06A BUT 46
I.=25A, lg=05A BUT 46 A
Basissattigungsspannung
I.=3A1;=086A, BUT 46
I.=25A, Ig=06A BUT 46 A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uge=5V, I,=06A

Transitfrequenz
Uge=10V, I = 200 mA, f=1 MHz
Schaltzeiten

al

Ohmsche Last
UCE=250V, I.=3A, Igs =——IBZ=O,6A

Einschaltzeit
Speicherzeit
Abfallzeit

Induktive Last
U, =300V, —Uggeg=5V, Ic= 3A

lgong=0.8 A, L. =200 pA
Speicherzeit
Abfallzeit

T__=100°C Speicherzeit

case

Abfallzeit

mit Antisattigungsspannung

Speicherzeit Fig. 11
Abfallzeit Fig. 11
1) tp
T= 0,01, tp =0,3ms

132

Toase = 25 °C, falls nicht anders angegeben

BUT 46 A

Tomp = 25°C, falls nicht anders angegeben

Min.

ICES
ICES
ICES
ICES

1
U(BR)CEOW) 400
U(BR]CEO 450

U(BR)EBO 7

1)
UCEsat1
UCEsat

1)
UBEsat1

BEsat

FE

Typ.

30

10

Max.

NN = =

1,6
1,6

1.3
1.3

1.0
4,0
0,8

mA
mA
mA
mA

MHz

us
us
us

s
us
s

us
ps



BUT 46 - BUT 46 A

? 88 5745 ? :—E jlﬁ;i %’ 885746
11
tot IC Tease=25°C
100
w 10
A
AN
80
N
N : \
60
N
\
01 A
\
20 N
\\ BUT 46
Fig 1] P BlUT 46 A
0,01 il 1
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Tcase—=— Uce—
f ' V = 88 5747
-
Zthp
DC
b e S i
1 ?=0 5 L e == I st
K/W C
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0,5 ’ p— :‘ -
e o =" /¢
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01 = /, /2/ t
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BUT 46 - BUT 46 A

1 87 5748 f T —F 87 5749
11
11
UCE sat UCESBt Tease=25°C
dyn .
Ig=06A 1 'c=05A
1\? le=3 1A | 2A 5A
i i
| 1 \
ll 1 \
o5+ \] 3
Tcase=125°C | bt
8 \ h
\ N
\ 01
\2sc| |
N 0,05
4
N
N N~
Fig.4 I Fig.5
0 4 8 12 16 ps 0,01 01 1A
t—— IB—‘>

? B7 5750 f 87 5751
h
Uge i
Tease=25°C =TT \\Tcase =125°C
16 N
\ 25°C
Usg=2V LT N
1,2
a
10
p.
v
0,8 O L]
=1 L
[ 5 Ugg=2V \
\
0,4
0 lFig.S 1 Fig.7
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BUT 46 - BUT 46 A
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| \ ngv
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1 l Fig.8
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BUT 54

Silizium-NPN-Leistungstransistor

Anwendungen: Getaktete Netzgerate, Lampenansteuerschaltungen
Besondere Merkmale:
® In Mehrfachdiffusions-Technik ® Kurze Schaltzeit

@® Glaspassivierung @® Verlustleistung 100 W
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

0,54»0,03
} \
48 + X | ‘%
s E 248
‘ }
A 0,75+01
L I 1{ . E Kollektor mit Montage-
o 35 Z \ o 5 _ i c flache verbunden
| 2,54
r T e o
[~ ——— - 7 Standard Kunststoffgehduse
L—1 o1
2,9 47 14A 3 DIN 41869
58 JEDECTO 220
7377 16 12,2 Gewicht max. 2,5 g
Zubehor
Isolierscheibe Best. Nr. 564542
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 430 \Y;
Uees 800 \Y
Ryy=1000Q Ucen 800 Y%
Kollektorspitzenstrom lem 10 A
Kollektorstrom le 8 A
Basisstrom Iam 4 A
~lgm 4 A
Gesamtverlustleistung
T ase=25°C Pyot 100 W
Sperrschichttemperatur TJ 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg —-55...4+4150 °C
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause Rinuc 1,25 K/W

T1.2/404.1188 D
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BUT 54

Kenngréfen
T .se = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom
U =800V
T= 150 °C, Uy, =800 V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I;=100mA, L,=125 mH
I;=0,6 mA, R;;=100Q
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA
Basissattigungsspannung
l.=4A,1,=08A
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uge=5bV,I.=1A
Ug=5V,I.=4A
Transitfrequenz
Ug=10V, I, =500 mA, f=1 MHz

Schaltzeiten

le=4A I =-Ig,=125A, tp=20 us
Ausschaltzeit
Abfallzeit
I.=25A1;,=05A, -dig/dt~0,5 Alps,
dU/dt =500 V/ps Fig. 1

ICES
ICES

u

(BR)CER

U(BR)EBO

2)
UBEsat

>

FE
FE

>

2)
(BR)CEO

Min. Typ.

430
800

20
5,6

10

Max.

=y

45

0,25

mA
mA

MHz

us
us

s

Hinweise zur Berechnung der Speicherzeiten und Ausraumstrome mit Speicherladungswerten Qs(Baﬂ]r
induktive Kollektorlast, /.. = 2,5 A und -/;, Begrenzung durch Vorgabe von:

diB
—lg, =141 st(BE)' dt ~lg4

~ /B‘l + \IBZI
di
dt

s

) Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines Riickschlagkondensators

t
2) P —
T = 0,01, tp—0,3 ms
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BUT 54

Fig. 1

883115

MeRschaltung fir Schaltzeiten

88 6111

80

60

40

20

Fig.2

50

100 °C
Tcase —

o 125V

L 1
ur
w00 L 190FF
- [ 10kQ
IL Ml
LA W
BYVI6 | 47nF BYV16
S
Ic
. 500V/ps

15 Wdg. # 0.8 CuL Ly- 3uH
und
L 63 Wdg. # 1 CuL
3 Wdg. # 1.5 CuL Y auf Kerﬁ !
auf Kern 36x22 AL 25
30x19 0. L. X 0
f ‘411—H—]1788 3894
T 1T
IC Tcase=25°C
27‘,:_0’01
10 ~<T¢  ——
A \\“‘ \ fp=1ps H
\\ N Tmys
\ T 100 s
1 A A Y 1
N _4,/|ms M1
NN
\\
0'1 \ \ ,/10ms
N
A\
1
0,01 Upg=0 LT
RBESTOOQ
tp<2ms
0,001 =2 ”r i
1 10 100 1000 V
Ucg—=
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BUT 54

: : EiGi S
T T[T
/CES UCEsat Tcase =25°C
4
mA Ugg=800V il
Il
10
v
3 I —lc=1AHH 2A|{3AH 5A| 8A
I M\
|
2 \
/ 1 ¥
1
¥ \Y AY
1 \
- 0,5 \ \
1 \
\ N Ay
\ | NIN
\ \‘-..
Fig.4 01 Fig.5
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BUT 54

$ 88 3477
hre
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[ []
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Fig.8
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“ BUT 56 - BUT 56 A

TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Getaktete Netzgeréte

Features:
® In Mehrfachdiffusions-Technik @® Kurze Schaltzeit
@ Glaspassivierung ® Verlustleistung 100 W

® Hohe Sperrspannung
Abmessungen in mm

f x .
I

48 {
IR . a 2,45

| i

0,5+003

1 0,75:01
L 1 [ -E _________ T E
| Kollektor mit Montage-
0 35 T j = :f‘—jm c flache verbunden
| ,
f = 7 B
A | - o1) I Standard Kunststoffgehause
2.9 47 14A 3 DIN 41869
le— 58 | JEDECTO 220
7377 16 12,2 Gewicht max. 2,5 g
Zubehor:

Isolierscheibe Best. Nr. 564 542

Absolute Grenzdaten BUT 56 BUT 56 A
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 400 450 \%
Uces 800 1000 \Y
Rge=1000Q Ucen 800 1000 \Y,
Kollektorspitzenstrom Tem 10 A
Kollektorstrom le 8 A
Basisstrom lam 4 A
oy 4 A
Gesamtverlustleistung
Tcase =25°C P‘m 100 W
Sperrschichttemperatur TJ 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg —65...+150 °C
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehéduse Rinc 1,25 K/W

T1.2/237.1188 D
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BUT 56 - BUT 56 A

KenngréRen

T._ . =25 °C, falls nicht anders angegeben

case

Kollektorreststrom
U= 800V BUT56
Uje=1000V BUT56 A
Tj =150°C, U= 800V BUT56

Tj=150°C,UCE=1OOOV BUT 56 A

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic=100mA, L,=125mH BUT 56
BUT 56

=100Q BUT56

Ic=0,5 mA, Ry =<
BUT 56 A

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Basis-Séattigungsspannung
I.=4A1,=08A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

Ug=5V.Ic=4A BUT 56
Uge=2V,I=3A BUT 56 A
Trangitfraanianz
Transitfrequenz
Uge=10V, 1, =500 mA, f=1 MHz

Schaltzeiten
lc=4A Iy =-l,=125A, tp=20 us
Ausschaltzeit

Abfallzeit

le=25A, Iy, =05 A, ~diy/dt~0,5 A/ps,
dU/dt =500 V/ps Fig. 1

Hinweise zur Berechnung der Speicherzeiten und Ausrdumstrome mit Speicherladungswerten Q

(BR)CEO
(BR)CER
(BR)CER

U(BR)EBO

2)
UBEsat

FE
FE
FE

>

>

2)
(BR)CEO
2)

Min. Typ. Max.

1

1

2

2
400
450
800
1000
6

2

15 45
5,5
4

10

4

1

0,25

fur induktive Kollektorlast, ICE =2,5Aund —IB2 Begrenzung durch Vorgabe von:

/ di;
“lg =141/ Qg )d—t'—lm

t e +|lgy |
s | dig

dt

) Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines Riickschlagkondensators

t

2) B
T

=0,01, tp =0,3ms
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BUT 56 - BUT 56 A

. 125V
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BUT 56 - BUT 56 A

88 3474
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BUT 56 - BUT 56 A

$ 88 3477
Mg
Tcase=25°C
30
L]
Ie=1A
//
20 /
T
5 A;/ ]
A
10 ‘///
Vv
/]
7
Fig.8
0 8 16 24V
Ucg—
? B'E 3479
tton
16 T
ps | =1 Zm
——="on Tcase=125°C
l ! IUB=125 v
1,24 /B1=-"s2=% /
A
tp=20ps
“,’
0,8 Sy
(7T~ 1A
L 25°c4_L
e 1
P ot
0,4
Fig.10
0 1 2 3 4 A

1 I 1 [ 88 3478
Ug=125Vv
trulof =4 A
—1 ’B1=—IBz=1,25 A
J]é tp=20ps '0& <
P
4
3 /]
//
2
tf/ =
1 T
-
Fig.9
0 50 100 °C
Tase—=
1 88 3480
t tofs fof
2,0 /
Hs Ug=126 v
=4 A
/ lg1==lgp=125A
1,6 Tease=25°C
|
Lo
1,2 i
08
ki
0,4 >
4
{
Fig.1
0 10 20 30 40 ps
tp —

147






A
&

TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BUT 76 - BUT 76 A

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzteile, Inverter, Motor- und Relaistreiber

Besondere Merkmale:

® In Mehrfachdiffusionstechnik
@ Hohe Sperrspannung
® Verlustleistung P, =110 W

Abmessungen in mm

® Glaspassivierung
® Kurze Schaltzeit

0’54-0,03
4,8 T . | 3
IRES S a 245
? i f
a1 0,75+01
e A—
_____ a
‘ | e + E
L !
10 35 —+—— —— =] C
! 2,54
f ! =
______ |
™11 _O.L _f
2,9 47
58
- 16 12,2
Zubehor:
Isolierscheibe Best. Nr. 564 542
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Uces
Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo
Kollektorspitzenstrom lem
Kollektorstrom, Mittelwert leav
Basisspitzenstrom B
“'BMm
Basisstrom, Mittelwert leav
Gesamtverlustleistung
Tcase é 25 OC PtOf
Sperrschichttemperatur TJ
Lagerungstemperaturbereich stg
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause R

T1.2/1672.1188 D

Kollektor mit Montage-
flache verbunden

Standard Kunststoffgehduse
14A 3 DIN 41869
JEDECTO 220

Gewicht max. 2,5 g

BUT 76 BUT 76 A
400 450 \Y
850 1000 \%
7 \%
20 A
12 A
6 A
2 A
A
110 w
150 °C
—65...+150 °C
1.13 K/W

149



BUT 76 - BUT 76 A

KenngréRen
T .. =25°C, falls nicht anders angegeben

case

Kollektorreststrom
Uge= 850V BUT 76
U =1000V BUT 76 A
T o= 150°C, U, = 850V BUT76

case
U,=1000V BUT76A

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc=1mA BUT 76
BUT 76 A
I.=500mA, L.=125 mH BUT 76
BUT 76 A
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
I.=6A1l=12A BUT 76
I.=5Al,=10A BUT 76 A
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
Ic=6A1=12A BUT 76
lc=5A1;=10A BUT 76 A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uge=3V,I.=8A

Transitfrequenz
Ugeg=10V,[;=1A

Kollektor-Basis-Kapazitat
Upg=10V,[ =0, f=1MHz

Schaltzeiten
T ___=150°C, falls nicht anders angegeben

case
Ohmsche Last
Uy=150V,
lc=6A I =-lg,=12A BUT 76

le=5A I, =-I;,=10A BUT 76 A
Einschaltzeit

Speicherzeit

Abfallzeit
Induktive Last
Ug=300V, =V, =5V, L;=3pH,
le =6A I, ,=12A BUT 76
le - =5Al, ,=10A BUT 76 A
Speicherzeit
Toase=100°C
Abfallzeit
T_ .. =100°C

case

150

(BR)CES
(BR)CES

(BR)CEO

<

(BR)EBO

1)
UCEsat1

UCEsat
1
UBEsat
1)
BEsat

CBO

1)
(BR)CEOU

Min. Typ-
850
1000
400
450
6
3,2

7

150

2,5

0,08

Max.

0,5
0,5
2,0
2,0

1,5
1,5

1,6
1,6

1,0
3,0
0,8

0,4

mA
mA
mA
mA

<< <<

<

MHz

pF

Hs
us
us

s
us
ps
s



BUT 76 - BUT 76 A

? 88 6092 * HHE H —{ 88 6093
2A sAHM 10A
Ec’ot UCEsat H‘
100 Ic=05A ‘
W
: \
N\
1 i 1
80 v t &JL
\ 05 \ LI“\ TN
60 \
(A
AL [N
40 01 N
\ 0,05 A
20 \
A\ Tecase=25 C
N\
[¢] 50 100 °C 0,01 01 1A
Tcase— IB_’
Uge
4 Yee=2v
v Tease=25 °C
3
J
/]
/
/
/
/
/
4
4
_——
(0]
0,01 01 1 10A
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BUT 76 - BUT 76 A

* 88 6095
hee
~ ~. ™\
10 NN
S Yeg=10 v
N 5V
5 N
RN
Tcase=25°C
1
0,5
01
0,01 01 1 10 A
ic—>
* IJ 1 I 88 6096
lc=05A LA
hre o
1 1
20 ]
’/
|
>
15 2A L
pE
Tease =25°C
|
10
L=1"T""|
5A ] | Lt B
5 Sl
10 A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9V
Ueg —
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BUT 76 - BUT 76 A

Ohmsche Last [ 38 6097
i
[T
ts/ts Ic/lg=5
~lg2=p
10
ps -
5 SN
N
\\
\*
1
05
f
v
N .
01 05 1 " BA
’C——>
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&
TELEFUNKEN electronic BUT 93

Creative Technologien

Silizium-NPN-Leistungstransistor

Anwendungen: Getaktete Netzgerate, Lampenansteuerschaltungen
Besondere Merkmale:
@® In Mehrfachdiffusions-Technik @ Kurze Schaltzeit
® Glaspassivierung @ Verlustleistung 50 W
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

0’5-#0,03
48 T ¥ —
(IR B I E 245
? i f
1_ 0,75+01
————— bl
‘ R Se———— =S =S E Kollektor mit Montage-
0 35 . : . ‘ c flache verbunden
? | 2,54
[ —
| —4 A— o1 _f Standard Kunststoffgehause
2,9 47 14A 3 DIN 41869
58 JEDEC TO 220
7377 16 12,2 Gewicht max. 2,5 g
Zubehor
Isolierscheibe Best. Nr. 564 542
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 350 \Y
Uces 600 Y,
Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo 5 \Y
Kollektorspitzenstrom lem 6 A
Koliektorstrom le 4 A
Basisstrom lg 2 A
=1 2 A
Gesamtverlustleistung
Toe=25°C Py 50 w
Sperrschichttemperatur Tj 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg —65...+150 °C
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause R(hJC 2,5 K/W

T1.2/226.1188 D
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BUT 93

Kenngréf3en
T =25°C, falls nicht anders angegeben

case

Kollektorreststrom
Uge =600V
Tj=125 °C, Uy =600V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I,=100mA, L,=125 mH

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Kollektor-Sattigungsspannung
I,=300mA, [;= 30mA
le=3A [;=750mA

Basis-Séattigungsspannung
I.=1TAI;=02A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uge=2V,I.=1A

Transitfrequenz
Uye=10V, [, =500 mA, f=1 MHz

Schaltzeiten
T . =25 °C, falls nicht anders angegeben

amb
Ohmsche Last
le=1AI;;=200 mA, -lg, =400 mA,

Speicherzeit

Abfallzeit
Induktive Last Fig. 4,5
le=2A 1, =04A,
Uklemrn =300 V’ _UBEoff =5 V’ Tcase =100°C

Speicherzeit
Abschaltbelastungszeit

t
R Tp=o,o1, t,=0,1ms

156

CES
CES

~ o~

U "

(BR)CEO
U,

(BR)EBO

UCEsat
CEsat])

1
BEsat

FE

Min. Typ.
350
5
10

9

1.5

0,15

1,2

0,4

Max.

200
1,5

2,0
0,25

2,0
0,7

pA
mA

MHz

us
us

ps
us



BUT 93

BC160

5V 05w

BC1078B
3 Impulse

Fig. 1 MeRschaltung fir: Ugg)cco

Uce

YigRr)cEO

~50 ps
88 4300 - -

Fig. 2 Impulsdiagramm

Ig=50

88 4270

Ic=03A Lc=125mH
mA

—e -
{ Ug1=0..30V
lg=5A

@

Uer) ceO
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BUT 93

50V +Ug=125V

J_L 829 1250

'p=25us 100 pF

I 250 V I
lgy=02A )
1 —I1h5=0,4 A c=2A
. B2

88 6102

~Uggoff=5V

Fig. 3 MeRschaltung fiir Schaltzeiten mit onmscher Last

0+USZ=5V +Us1k9\/0
100 uF
I Ii— 100 pF
330 I L
1nF
1L
SV[—I N 330 BYW32 L=200 pH
1kQ — L0 BSS 44
o —= 2N 2222 u _
th~50ps LionF ) BYV:IABZ T Kiemm =300V
i<
BYW 32X i 14
1pF BY 228
”270 Q
2N 2905 —[<
680]] I
I;1=04A
- 100 pF Ic=2A

88 4272 ~Uggoff=5V

Fig. 4 MeRschaltung fiir Schaltzeiten mit induktiver Last

Uklemm
IC \
fSV
s
90 % 1
10 % t 10 %
Uce /

Fig. 5 Impulsdiagramm

884299
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BUT 93

? 88 6098 ? 88 6099
"'?ot - IC _
250,01
50 Tease=25°C
W 10
\\ A p=10ps
SN e Ié‘l)lll
40 v ALUAN N Hs
L \ N : N[} 100ps
30 1 “\\
N\ Y S
EOA 500ps
N \\ [T
20 ‘\ 1ms
\ 01 \ \ I lH
‘ N N5ms
10 \\
\ DC
AN
i 0 01 Fig7 ] l ’
Of "
0 50 100°C 1 10 100 V
Tcase —= UCE

1 88 6100
Zthp
DC
T
t " == | e et
Tp=0'5 L g ; ;= —— —_
1 e c— | cu— I ey jo— - —— / o
K/W T
—
02 — 5
e =
o1 =7
= 7
[ — L
0,05 i
—_—— D75
- — 0,02 /"/
0,1 1
- (el
- v
Z~ T _Z]001
v 7
7
Fig.8
0,01 01 1 10 ms
o —=
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t - 60“1 M ﬁ 886042
UCEsat UBEsat
Tcase=25°C \
10 =
V =‘ Ease“zsoc
\
\
Ic=8A
LTan
TE= \ 1 L
\ s .- 05A1A
\ 24 R '
s \ia [N 0,5
N
Ic=05A
01 b -
il
‘ 111
Fig.9 Fig.10
01
0,01 0,1 TA 0,01 01 1A
T 886043 $ 886044
i Mre
50
Tease =25°C 16 //O,SA
4
[
7
. 12 =
et h\ | iov / P
\ti 5V 1 2A
10
AAN /
3 ot
uee=2v\} 8 = =
5 \ A 1c=4A
\ P [1]
\ 4 ,/ Tease=25°C
[ Fig11 ' Fig12
0,01 0,1 1A (0] 2 4 6 8V
le— U =
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BUT 93

Ohmsche Last ‘: J; i I{ 88 6045
: 111
tS' tf heg=5
I =72
N Tease = 25°C
\\\
\\
NN
1 .
we ts
Lty | ||
P LT
0,1
0,01 Fig.13
o 1 2 3 4A
o —=
* Induktive Last 886047
tst
heg =5
NN Igy ==Ig2
N Toase =25°C
\\
Ty
1 Nt ||
us
o~
\\~~
0,1 L
f 4]
0,01 Fig.15
lc—

# Ohmsche Last 86 6046
ts-t
Ic= 2A
lgy=0.4A
T =25°C
\ case
\\
1 !
ys =
ts L | |
N
' N
o i~ t T
0,01 Fig.14
s 7 ; ] +
? Induktive Last 886048
ts- I
c=2A
\\ I =0,4A
N Tase =25°C
. \\N\
1
Hs =~ 11
N
0,1 AN
STy T
0,01 Fig. 16,
015 ) 3 -
~Ig2/ g
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A 4
TELEFUNKEN electronic B UV 4 7

Creative Technologien

.BUV 47 A

Silizium-NPN-Leistungstransistoren
Anwendungen: Schaltnetzteile, Inverter, Motor- und Relaistreiber
Besondere Merkmale:

® In Dreifachdiffusions-Technik ® Kurze Schaltzeit

® Glaspassivierung @ Verlustleistung 120 W

® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

0,6 +0,05
- N
45 L —_— - —+
poz [ [F ] ; 2°
! 84 15, |
— 1
b — S—— E
o )
15 145 415 J ————ar—— T C
; |
}7 ? 12565 55 Kollektor mit Montage-
I l B flache verbunden
L 1P
43 " os Standard Kunststoffgehause
33 15A 3 DIN 41869
20,7 16 8370 ToP3
Gewicht max. 5,56 g
Zubehor:
Isolierscheibe Best. Nr. 191 131
Montageclip Best. Nr. 191940
Absolute Grenzdaten BUV 47 BUV 47 A
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 400 450 \%
Uces 850 1000 \%
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 7 \Y;
Kollektorstrom, Mittelwert leav 9 A
Kollektorspitzenstrom lew 15 A
Basisstrom, Mittelwert laav 3 A
Basisspitzenstrom lam 6 A
~lam 2 A

T1.2/792.1188 D
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BUV 47 - BUV 47 A

Gesamtverlustleistung

Tcase = 25 OC Ptot
Sperrschichttemperatur TJ
Lagerungstemperaturbereich Tstg

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause Rinsc
Kenngrof3en

T, .se = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
Uge= 850V  BUV47 lees

Uge=1000V  BUVATA [
T,e=125°C,Uy= 850V BUVAT [
Uge=1000V  BUVATA g

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=100mA, L,=125 mH BUV 47 U

BUV 47 A \BRICEO

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le=1mA Uggrieso
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

I.=5A=1TA Ucgsar”
Basis-Emitter-Sattigungsspannung

I,=5V, lj=1A, Uggont!
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

Uge=3V.I.=8A Aee
Transitfrequenz

Uge=10V, I, =1A, fr
Kollektor-Basis-Kapazitét

Ug=10V,[.=0,f=1 MHz Cero

t
1)_P -
T 0,02,t =0,3ms

164

N
(BRICEO,

120
175
—65...+150

1,25

Min. Typ.
400
450
7
3,2

7

150

Max.

0,5
0,6
1.6
1.6

1.5

°C
°C

K/W

mA
mA
mA
mA

MHz

pF



BUV 47 - BUV 47 A

Schaltzeiten

T_...= 25 °C, falls nicht anders angegeben

case

Ohmsche Last
Uge=150V,
le=5A Iy =-lp,=1A

Einschaltzeit
Speicherzeit
Abfallzeit

Induktive Last
Uge=300V, -Uy. =5V, Ly=3uH,

Ic=5Alg, =1A
Speicherzeit
T ase = 100°C
Abfallzeit
T _.=100°C

case

? 844313
Ptot
150
w
N
100
\\ Rthac
N
50 ™
N\
N
AN
(o] 50 100 150 °C
—

Tcase

Min. Typ. Max.
on 1,0 us
t 3,0 us
t, 0,8 us
t 2,6 us
t 4 us
t 0,08 us
t, 0,4 HS

? 844281
[}
c Tease =25 °C
10 <
A N
1
N
01 N
N
0,01
1 10 100 Vv
Uce —



BUV 47 - BUV 47 A

? . 87 5730
Zthp
1T ) ]
ow| P oz | :
T =0, ——
S s ey s g e e 5 ey ey = 7 == Es‘-
0’5 P ;/E‘
- =Tl =T
0.2 -, - PXeg
-t "
01 Ll .-_—"r/%r
gl /
01 v
[— 005 == = %
= 7
=
0,05 —
oA
0,01 L~
e
0,01 01 1 10 ms

o —=—

? - 84 4280 ?
84 4283
UCEsat UBEsat
: 5
Tcase = 25°C \"2
4 fosa 1 | 7A .’,1C=10A Tease =25°C
v 3A R]5A {ll
10A | #
0,5 \ |
LA 7A 5 A
\ N 1 ﬁ= 3 A L[]
‘\ N——t"] A\ T 1A I
\ ™ F— Ic=0.5A
0,1 A\ i 0,5
AN
S
0,05 P prt]
=
0.1
0,01 ,1 1A ’
0 Ig— 0.01 0,1 1A
lg —
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BUV 47-BUV 47A

? 844304
Uge
1,5
Tease = 25°C
V UCE—‘I.S A2
']
Il/,1o v
5,\ 1]
/ 45V
10 a
0,5
(0]
0,1 1 10 A
le —
? 844279
heg
50
Tcase =25°C
- -3 N
- N
t \\\\
Tt
\ [~45V
Unp =15V \
ce \:0 20V
10 [-10V L
-5V [T
A}
\‘
5 v
1
0,1 1 10 A
le—

? T T ‘% 844305
Ugg =10V [~
hFE Tase = +125°C
50 +100°C
=TT
T \
B * I
oc LI TH A\
W——!’ +75°C
+50°C
10 +25°C
[ 1 -25°C
5
1
0,01 0,1 1A
le —
? T 84 4282
Y
=T
h A1 A
FE | Y
25 -
A
>
%
20 /]
/ / A
/! A ‘/7
/ ///
15 7
Al
101/ Y lic=104
Tease =25 C
5
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¢
TELEF%ND@EN electronic BUV 48 * BUV 48A

Creative Technologien

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendungen: Schaltnetzteile, Inverter, Motor- und Relaistreiber

Besondere Merkmale:
@® In Dreifachdiffusions-Technik @® Kurze Schaltzeit
® Glaspassivierung ® Verlustleistung 150 W
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

0,6+0.05

g

IS
o
f-—

P—
I

[ . , 26
bl —sa | sl }
| I
i w
‘ I et ——1 E
bl D
15145 415 { N e ? c
|
f I ) 1550s 55
| 45 i ‘ B
~
43 0.8
33 Kollektor mit Montage-
207 16 8379 flache verbunden
Standard Kunststoffgehduse
15A 3 DIN 41869
Br TOP 3
Zubehér: Gewicht max. 5,5 g
Isolierscheibe Best. Nr. 191 131
Montageclip Best. Nr. 191940
Absolute Grenzdaten BUV 48 BUV 48 A
Koliektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 400 450 \%
ces 850 1000 \%
Emitter-Basis-Sperrspannung Uso 7 \%
Kollektorstrom, Mittelwert leav 15 A
Kollektorspitzenstrom lem 30 A
Basisstrom, Mittelwert laav 5 A
Basisspitzenstrom lam 20 A
~lgm 4 A

T1.2/794.1188 D
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BUV 48 - BUV 48A

Gesamtverlustleistung

Tcase = 25 OC Ptot
Sperrschichttemperatur TJ
Lagerungstemperaturbereich stg

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause R
KenngrofRen
T 4se = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom
U= 850V BUV48 lees
Uje=1000V BUV48A /.o
Toase=125°C, U= 850V BUV 48 lops
Ug=1000V BUVA4BA /.
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
le=100mA, L.=125 mH BUV48  Ugnceo”
BUV 48 A (BR)CEOl
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le=1mA Uigrjeso
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

le=10Al=2A BUV48 U,

lc= 8A;=16A BUV 48 A eEsat
Basis-Emitter-Sattigungsspannung

l,=10V,[;=2A, BUV 48 Ugont”

le= 8V, [;=16A BUV 48 A -
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

Uge=35V,I.=10A BUV 48 hee

Uge=5 V.I,=8A BUV48A h.
Transitfrequenz

Uge=10V,[;=1A fr
Kollektor-Basis-Kapazitat

Ug=10V, =0, f=1MHz Cego

t
ne =
= 0,02, t,= 0,3 ms

170

150
175
—65...+175

1,0

Min. Typ.
400
450
7
3,75
5

5

250

Max.

0,6
0,5
2,0
2,0

1,5
1,6

1,6
1,6

°C
°C

K/W

mA
mA
mA
mA

MHz

pF



BUV 48 - BUV 48 A

Schaltzeiten
T_...= 25 °C, falls nicht anders angegeben

case

Ohmsche Last
Uge=150V,

Ie=10A, Iy, =-Ij,=2A BUV48
le= 8A Iy, =-I,,=16ABUV48A

Einschaltzeit
Speicherzeit

Abfallzeit

Induktive Last
Uge=300V, -Ug =5V, L;=3 H,

I.=10A 1, ,=2A BUV 48
le= 8A I, q=16A BUV 48 A
Speicherzeit
T 5o =100°C
Abfallzeit
T_.=100°C

case

Ptot
150
\
w N\
N
N
\\
R,
1QQ \“ 'thJC
\
\\
\\
\\
N
50 \
\\
N
N\
N\
N
0 50 100 150 °C
Tcase

Min. Typ. Max.

1,0 ps

3,0 us

0,8 ys

3,0 ps

5 us

0,1 ys

0.4 us

T TTTT 86 5308
* S5ms 2ms
I =10 ms 1ms
c ) \BH
10 RO NN
A N .} \ [1-10 ps ]
ANMIAY ;:g bs
[}50ps [ |
5 \ \ Y, F100ps ||
W\ -200ps
\ & 1500ps ||
ARV
1 )
I \‘ 2
A
05 \‘ \ H}
[ X
oo [N YN
Toase= 25 °C \ \ T{l
\ ‘T{
|
0,1 RBES'“)OQ H TH
ip -
0,05 750,01 H
' tp=<0,6ps
llllH! 1
10 100 1000V
Uce——
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BUV 48 - BUV 48 A

? B7 5731
Zthp
1 s
K/w % g5 = s — ==
0,5 = — = == _—
=
02 R o g 152 o
7 !
o1 | | L1141 LT /.7"
oNfH—— — ':‘
0,05 = — //E
0,05 L] /A
- 0‘0%’— —" b
_’
~ md
001
~
0,01 01 1 10 ms
tp—>
f RERERRRNRRRREEEE ?
/ Erlaubter Arbeitsbereich bei negativer Basis.
c lcEnd/BERd=5 |_|_ UcEsat
1 “Uge=1..5V |
A || Bovas T=100°C Toase =25°C
BUVaS A Il
\ ; 0,5A | 1A oA Ic=12A
3ail 6a |
12 v “‘: 1
\ >° \
\ - )
‘ \ S
\ 1
8 -
A \ \L~
0,1 \J
AN
0,05
’ N
4 W\ \,\__
\ BUV 48 A
y Buv 48 ||
0 200 400 600 800V 0,01 o 1A
- UCE IB——>
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BUV 48 - BUV 48 A

? 844287 f 84 4288
U,
BEsat U
5 BE
v l Tease =25°C
H 1;15 Uce =15V~
Tcase =25°C IJ/, 10V
12A ﬂ ///‘\\ 45V
9A
; | [ 6A 1,0
= 3a [
Ll A P
Ic=05A ___../ 7|
0,5 .
0,5
(o]
0,1
0,01 0.1 1A 0,1 1 A
Iy —= C
B
f I “”j”"lL“”" $ 84 4290
Ugg =10V h
heg Toase =+125°C [T FE
50 / 50
+100°C
n L Tease =25°C
e _—
7 N |
\ \\ 1 ST I \
0% I 4 \\\\N
Hr ~ R Ugg =15V \\\
+50°C +75 °C N N\ [ a5V
10 AL 257 10 N 20v
|| -25°C A\
\\
\W Tov
5 5 \‘\~ 5V
1 1
0,01 0,1 1A 0,1 1 10 A
Ic — Ic —



BUV 48 - BUV 48 A

T l34429‘
1A
hre 1
/ 4A
20+ Emm————
Y, =] TA
’/
l / 1
4 A In =10 A
15 / % -
V4 Tease =25°C
4
1014
/
5
0 10 20 30 40 V
Uce =™
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BUV 48T

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendungen: Schaltnetzteile, Inverter, Motor- und Relaistreiber

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik
@® Glaspassivierung

@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

@ Kurze Schaltzeit

® Verlustleistung 150 W

|
4?5 } —_— I \ / - —
2 [P .
? 84 15,
Il
l i ———— ————
|
1 P
15145 415 e t——
|
P
t |
| bt
43 Y
33
207 16
Zubehor:
Isolierscheibe Best. Nr. 191 131
Montageclip Best. Nr. 191940
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Uces
Emitter-Basis-Sperrspannung Ugo
Kollektorstrom, Mittelwert leav
Kollektorspitzenstrom lem
Basisstrom, Mittelwert lany
Basisspitzenstrom lam

T1.2/1528.1188 D

IBM

400
850

Kollektor mit Montage-
flache verbunden

Standard Kunststoffgehause

15A 3 DIN 41869
TOP 3
Gewicht max. 5,56 g

15
30

20

>>» > > > < <<
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BUV 48T

Gesamtverlustleistung

Tcase =25 °C Plot
Sperrschichttemperatur TJ
Lagerungstemperaturbereich stg

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause R
Kenngrof3en

T 056 = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
U= 850V lees

Tase=125°C, U= 850V legs
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

I,=100mA, L,=125 mH U‘BR)CEO”
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

IE =1mA U(BR)EBO
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

le=10Al,=2A Uegeat'!
Basis-Emitter-Sattigungsspannung

I.=10V, [;=2A Uggoat
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

Uge=5V,I.=15A Pee
Transitfrequenz

Uge=10V,I.=1A fr
Kollektor-Basis-Kapazitat

Upg=10V,[=0,f=1MHz Ceso
Dynamische Séattigungsspannung

I.=TA I;=2A t=3ps UCEsatdyn

t
nEe_ =
= 0,02, tp— 0,3 ms

176

150
175
—65...+175

1.0

Min. Typ.
400
7
6

5

250

1.5

°C
°C

K/W

Max.

0,5 mA
2,0 mA

0,9 \%

1,6 \%

MHz

pF



BUV 48T

Schaltzeiten
T....= 25 °C, falls nicht anders angegeben

case
Ohmsche Last
Uge=150V,

Ie=10A, Iy, =y, =2 A

B1 - 'B2

Einschaltzeit
Speicherzeit

Abfallzeit

Induktive Last
Uge=300V, “Uggos =5V, Lg=3 pH,

Ie=10A I, ,=2A
Speicherzeit
T e =100°C
Abfallzeit
T _.=100°C

case

¢ 844314
Ptot
150
w \
\\
\\
\\
R,
100 \ thJC
N\
N
\\
\\
N
50 N\
N
\
N
N
\
(0] 50 100 150 °C
Tcase —™

Min. Typ. Max.

0,5 us

3,0 us

0,6 us

3 us

5 us

0.1 us

0,4 us

f T TTTT 88 5943
5ms 2ms
I =10 ms 1ms
C AR
10 \ 'SS‘T \ ‘;\
=10 ps [
A \\\ NN 20 Bs
A\ }50
5 \\_‘ K ——100:2 ]
\ H-200ps
\ & [1500ps [
\ \\\l \
1 W \ \\
X
0,5 I \_ \
T<o0 \
Tease=25°C \ \
01 Rgp=100Q
o -
0'05 7S0,01 M
tp=06ps
InE! lll!
10 100 1000 V
Uee—
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BUV 48T

? H};{;]E _;7 i 88 5889 f 88 5888
11
UCEsat Tase=25°C UBESHT
1 5
05A 1A [[{3A 6A I=10A v
10 VNS Tease=25°C
\Vi 2\
1
1 \ 1 onl Ic=10A /sér
-} t 3A
1 X 05A 1A HH
1} \
—\ \
B
\ | u 05
o1 N N
S,
~
]
01
0,01 01 1A 0,01 01 1A
I'B——> lg—=
t 88 5887 f i jl:ji"]{ i‘HV 88 5886
U h — 1250
BE ZEO Tc\ase—+12§ € M00°c| [ s75°C
Tcase=25°C ——==ns +50°C
15 LTI | +25°C
\ L 0°C
T LU Y| S2s5°c
Ucg=15V, " L
1/ LTS
/ asv
10 V(74 10
A
ol /
—— 5
05 Ugg=10V
0 . 1
01 1 10A 01 10 A
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BUV 48T

1 88 5890
Pre
50
Ueg=45V
st NN
,P'f/ \\ N\ \
= \\ \
10 \\
10V
i
5 15V
Tease=25°C
1
0,01 o1 1 10A
IC-—>
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BUV 70

Silizium-NPN-Leistungstransistor
Anwendungen: Motorregelung, getaktete Netzgerite

Besondere Merkmale:

@ Implantation ® Hohe Sperrspannung
@® Dreifachdiffusions-Mesa-Technik ® Kurze Schaltzeit
@ Glaspassivierung ® Verlustleistung 140 W

Abmessungen in mm

LLﬁl \
? 1'.1 1

0,6 +005

. >
15 145 415 \ pp————— — C

f ) 1% 55
L = — B
43 08
33 Kollektor mit Montage-
207 16 J 8379 flache verbunden
Standard Kunststoffgehause
15A 3 DIN 41869
TOP 3
Zubehér: Gewicht max. 5,5 g
Isolierscheibe Best. Nr. 191 131
Montageclip Best. Nr. 191 940
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung U,BR;CES 1300 \Y
U(BR)CEO 600 \Y
Kollektorstrom Ie 10 A
Kollektorspitzenstrom lem 15 A
Basisstrom lg 3 A
Basisspitzenstrom lem 6 A
—lgm 6 A

T1.2/1446.1188 D
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BUV 70

Gesamtverlustleistung
T ..=25°C

case

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehéuse

Kenngréen
ca
Kollektorreststrom
Uge=1300V
T ..=125°C, Uy,=1200V

case

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

I,=100mA, L.= 125 mH
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le=1mA
Kollektor-Sattigungsspannung

I.=9A [j=3A
Basis-Séattigungsspannung

I.=9V, ;=3 A
Kollektor-Gleichstromverhaltnis

Uge=2V, l,=3.2A

Uge=5V.I[;=15A

Uyge=2V.[;=6 A
Transitfrequenz

Uge=10V, .= 500 mA, f=1 MHz

Schaltzeiten
T . =25°C

case

Ohmsche Last

Uge=250V; 1 =20 ps,

Ic=5AIy=-lgp,=1A
Abfallzeit
Speicherzeit
Einschaltzeit
mit Antisattigungsbeschaltung
Abfallzeit
Speicherzeit

Einschaltzeit

t
e - =
T 0,01, tp 0,3 ms

182

T s =25 °C, falls nicht anders angegeben

thJC

ICES
CES

u

U(BR)EBO

> > >

1
(BR)CEO

Min.

600

~

140
150
—65...+1560

0,89

Typ.

Max.

=y

1.8

2,0

0,6

0,6

0,6

3,5
0,56

°C
°C

K/wW

mA
mA

MHz

ps
s
s

s
s
s



BUV 70

bl

Pt C
o e
B’ B
Id
L
875658 E
Antisattigungsbeschaltung
11 I LI ] 87 5665
f Tase=25°C } T
p
IC +=001 fp=10ps
|l - 50 ps
10 A "
A N VEAN +—100 ps N
AVEEIAVIR® 22
WIRNALINEE
\ 500 s
1 1ms |
0,1 N\
Rgg=100 Q
1p=<0,25 ps
t,
P
0,01 2<o02s
1
0.00 1 10 100 1000 V
Yog —

? T ] [erseer
HERREERREEE
IC Gesattigter Betrieb LJ
mit Antisattigungs—
beschaltung F
10,0 l
- a2/t =1
T N\ ~Ugg =5V ——
- \ Tase <100 °C
H "re=3
4+ \
5 _H Y
[ | \
. A
| | \
501 N
- \
N
5 5_: hee=5 \\‘\
1] \\
B B
0] 250 500 750 V
Uog—

1R



BUV 70

f 87 5666
Zthp 1
1
K/W n
b
£=05 e
T !
o 2 ”—— ”/
[ -2
|| " ////;:’
0'1 0,1 hsgemt==T
—’/ s
- 0,05 —
11
0,02__Leet=" /,f
g
0,01_4+~]
0,01 01 1 v 10 ms

tp—=

? 87 5663 $ B7 5664
U,
UcEsat BEsgt
' v
oase=25°C Tease=25°C
1 lc=2A| laal|l6a 8A 10A
vi=L = A
| T\ W Cc
\ \ 1
N 8A
\ \\ N _:__ 1 6A
= -
\ \ > = ” 4A
\\ |+~
01 05
0,01
01 05 1 5A 0.1 1 10 A

184



BUV 70

? 875662
FE
==X T~ NN
o e NN
NI
\
N\ \
SR
™N Ug=45V
N \\ ot 25V
Tecase=25°C \\\/_10V
\\r__- 3v
15V
1
01
0,01 01 1 10A
IC ——

Uge
Uog =15V
2,0
\
Tcase =25°C
a5V
15 1
J]
/
/
10 7
L
="
0,5
0

01 1 10 A

IC ——
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TELEFUNKEN electronic BUV 71

Creative Technologien

Silizium-NPN-Leistungstransistor
Anwendungen: Motorregelung, getaktete Netzgeréte

Besondere Merkmale:

® Implantation ® Hohe Sperrspannung
® Dreifachdiffusions-Mesa-Technik ® Kurze Schaltzeit
@® Glaspassivierung ® Verlustleistung 140 W

Abmessungen in mm

0,6 +0,05

&
o
-
—
—
L
-
1
+

o2 [ T : 28
84 15/ ?
"
\\%‘l— e — .
' )
15 145 415 ] 1 C
} ) 128 55
) Kollektor mit Montage-
= —a B flache verbunden
— H
43 o8 Py Standard Kunststoffgehause
207 ) 6 5370 15A 3 DIN 41869
TOP 3
Gewicht max. 5,6 g
Zubehor:

Isolierscheibe Best. Nr. 191 131
Montageclip Best. Nr. 191940

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ugrices 1500 \%
U(BR)CEO 800 \%

Kollektorstrom Ie 9 A
Kollektorspitzenstrom lem 13 A
Basisstrom Iy 3 A
Basisspitzenstrom lgm 6 A
—lgm 6 A

T1.2/1448.1188 D

187



BUV 71

Gesamtverlustleistung

Toase =25°C tot
Sperrschichttemperatur T]
Lagerungstemperaturbereich stg

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause Riuc
KenngroRen

T .ase = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
U,e=1500V lees

Tiase=125°C, U, =1300V lees
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc=500mA, L.=125 mH Usryceo”
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

lg=1mA Ugrjeso

Kollektor-Sattigungsspannung
lc=9A [;=45A U, B

I.=56A[,=125A ceety
C ''B ' CEsat
Basis-Séattigungsspannung

Ic=9V,[;=45A, Uge "

BEsat

Transitfrequenz
Ugeg=10V,I.=500mA, f=1MHz f.

Schaltzeiten
T..=25°C

case

Ohmsche Last
Ic=5A I =-lg,=1A
Ucc =250V; tp =20 ps,
Abfallzeit t
Speicherzeit t

Einschaltzeit

mit Antisdttigungsspannung

Abfallzeit t,
Speicherzeit t
Einschaltzeit t

t
) P =
= 0,01, t, =03 ms

188

140
150
—65...+150

0,89

Min. Typ.
800
6

9

Max.

_

2,0
1.5

2,5

0,7
3,3
0,9

0,5
2,9
0,7

°C
°C

K/W

mA
mA

<<

MHz

us
us
s

us
s
us



BUV 71

T C
i bl
o- >l
B B
Ld
L
875658 E

Antisattigungsbeschaltung

1]

f '(I, LJ' ’ ] 87se4
F=oot I 1 [ ]
IC Tcase=25°C ip<10ps
10 - Lo
A \ AWAVWK [
\‘ “ \ 100ps | 1]
] \ \_2oops
11 \‘ A I I
X }3$-500ps T
\ \ I
\ |- 1ms
N
01 A\
N ]
A
0,01
0,001
1 10 100 1000 VvV

Uce—

¢ [ [TTTTT T T Tersem
Erlaubter Arbeitsbereich bei negativer Basis.
ke [TTTT]
Gesattigter Betrieb
1
Iy (11T
mit Antisattigungs— | | |
AY beschaltung
g_j X TTTTT]
hpg=2 \ ~Ugg=év | | |
m \ Ig2/lgr=1 Lg—
— [ \\ \ <100 °C +—
°C ALY
| \
- \\\‘
4 \
4 ] A
heg=5 \\
%] \
0 400 800 1200 Vv
Yoe —
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BUV 71

? 875666
Zthp
1
K/W = p——
=05 -
S !
L]
02" —TT z’//i
L A0
B IR
0,1 et
01
,/
- 005 = i
el
0,02__|msrt="1 L
L~
0,014+
0,01 01 1 10 ms
A
] |Ll 87 5672 f S 1 HY —] 8756
[ I 1T I
[ ~Uge=6V - /c=2A1aA[T]6A 8A[10A
c lg<4A UcEsat [\ 1
Rgg=33 Q \ \ VA
12 Ti=126°C ‘
Erlaubter Arbeitsbereich bei negativer Basis. ‘ \
mit Antisattigungsbeschaltung 1 1| i
\% \ 1|
12 \ \
AWAY
ANAY /
AN e
\ \
8 \\
01 e
4
Tase=25°C
0,01
0 400 800 1200 V 01 05 1 5A
UCE—> /B——>
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BUV 71

? 87 5670
hee
= ; —— =
TPt \ Upg =45V
s AN
10 I VAN
N 0V
N l3v
15V
Tease=25°C
1
01 .
001 : o1 1 10A

1 875671
Use
Toase =25 °C
1’6 case
\)
Ucp=1,5V
N av
12 10V
25V
a5V
0,8
=T
—
04
(0]
01 1 10A
lo——
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BUX 37

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistor

Anwendungen: Elektronische Kfz-Ziindschaltung, Allgemeine Schaltanwendungen bei hohen
Spannungen, wobei nur relativ geringe Steuerleistung vorhanden ist

Besondere Merkmale:

® Dreifachdiffundiert

® Monolithischer NPN Darlington

® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

8263 41
-
c N\
B E
MDNih
g8l 3T TXH)
l 16,9
A
Y
10,9
25,4
Zubehor

® Kurze Schaltzeiten

® Grol3e Spannungsfestigkeit bei hohen

Temperaturen

219,

21

Isolierscheibe Best. Nr. 569524

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung

Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Basisspitzenstrom
Gesamtverlustleistung

T ...=100°C

case

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause

T1.2/663.1188 D

85

n.4

883570

B

=~120Q =~90Q

Kollektor mit Gehduse
verbunden

Standard Metallgehause
3B2DIN41872
JEDECTO 3

Gewicht max. 20 g

400 \%

15 A

20 A

4 A

50 w

175 °C
—65...+175 °C
1,5 K/W

193



BUX 37

KenngréBen

Tase=25° C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

U =400V Iceo

Ug=400V, T =125°C Ieeo
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc=500mA, L,=1,5mH Ugryceo”
Kollektor-Sattigungsspannung

I.=10A1;=0,15A Ucgsat !

I.=10A1;=015A,T_  =-40°C Ucgsat !
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

Uge=15V.I.= T7A hee

Ug= 5V, I.=15A hee
DurchlaBspannung der integrierten Schutzdiode

-l,=10A Ue
Induktive Energie

U,=400V,l.=5A,L=16mH, Fig.1 E,

823620

1

Uce

Uz=400V Z

1
Impulsgenerator =“2"LC‘ Ic

Fig. 1 MeRschaltung und Impulsdiagramm
1) b
= 0,01, tp =0,3 ms

194

Min.

400

100
20

200

Typ.

Max.

250  pA

1.8 \Y

mWs

[
1
|

10

0,1

0,01

Pg

Py

1

o~

-

0,01
25°C

7

//

\

[}
3

Fig-2 |

10



BUX 37

? 823491
Zthp
1 ?=0,5 i B e ==, L
K/W
| 7
=T 1| o
0,2 - L "f
L1
0 e //;
femm L_,r 7
s || —+—TH2
0,1 == ot — P
0,02 —
’l'
= P
] 001],
LT
Fig.3
0,01 -
’ 10~6 1093 1074 1073 10-2 1071 10°s

? 84 4311 f 1 823487
Ysr)cEO o= 300 ma UcEsat
Lo=1,5mH
450 [ Ic=6A 1
N
\' 5N
™ 10 4
V 4N
T
A 11
3A
445 \
N,
2a\\ \
N LL \ AN
1,0 mau
ROl L Vi, il
\ Y il
440 mEEEl
Tease= 25°C
435 = 0,1 [Fig?|
-50 0 50 100 150 °C 1 10 100 mA
Tonse —= ' Ig —
case
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BUX 37

? 823488 ? | I ’ 823489 I
U Ugp=2V
Uge sat BE Teaso=-300
0 °C: / ’
| Ig=6A /A L e P’
18 5A 15 it C-'X //
' Y/ . ” ..-/’—’ ) _’
LAY / " - /f" y.
L Y ‘, _’-—'—"'-- P /4”
1,6 / o 1 // Y / —"’—_—--,
A A XY atl /
ot 1 L
Py /';x 3A 0 " A \\//
- i T 2A -— -
14 all —'/ 1A k = o~ :K w75 ]
/|
L~ Phs 1 - A #100°c |||
| | A \+150°C
Tcase = 25 °C 0,5 ’———‘
1,2
o » e o %
10 100 1000 mA 10 100 1000 mA

$ iﬁi i s 1 823490
T 1
1 [ ]
hFE Ucg=2V hFE Ic=3A
|
>
Tease=+150°C 500 7
1000 +100°C_[N—r
+75°C V. ‘
7 I
p 4/ | 400
A/
W
100 FF /A 300 Tcase = 25 °C
III
/- +25°C
/ // ;/ N[Poc
/ ~30°C
// f 7/’ 200 1A
4 -
10 4// i
r 7 7 05A
) 100
74
1 Fig.8| Fig.9
10 100 1000 mA o] 10 20V
IC — Ucg —
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BUX 47 - BUX 47 A

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendungen: Getaktete Netzgeréte, Inverter, Motor- und Relaistreiber

Besondere Merkmale:

® In Dreifachdiffusions-Technik

® Glaspassivierung
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

8263 41

o0}
Y

38,8

301

Jan)
\\J
10,9
25,4

Zubehor:

Isolierscheibe Best. Nr. 569524

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung

Kollektorstrom, Mittelwert
Kollektorspitzenstrom
Basisstrom, Mittelwert

Basisspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
Toase=25°C
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause

T1.2/782.1188 D

® Kurze Schaltzeit
@® Verlustleistung 125 W

Kollektor mit Ge-
héuse verbunden

QAR 2DINA1K872
S 14

OLuUiNG1 O

JEDECTO 3
Gewicht max. 20 g

>> > > P < <<

2

°C

21
219,56 %
H
1T Standard Metallgehause
16
|85 4
BUX 47 BUX 47 A

Uceo 400 450
Uces 850 1000
Ueso 6
leav 9
lem 12
leav 3
lam 6

_IBM 2
Py 125
TJ. 200
T —65...4+200

stg

R 14

K/W
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BUX 47 - BUX 47 A

KenngréBen Min. Typ. Max.

T.se = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

U= 850V  BUX47 lees 0,5 mA
U=1000V  BUXA4TA  Iyq 0,5 mA
T.e=100°C, U, = 850V  BUX47 lees 25 mA
Ug=1000V  BUXA47A Iy 25 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
—_ — 1
Ic=100mA, L,=125 mH BUX 47 U(BR)CEO])) 400 \%
BUX47 A Ugpiceo 450 \%
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA Urieso 6 \%
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
— —_— 1
le=6AIg=12A BUX 47 UCEsat1; 15 Vv
Ic=5A =1 A BUXA47A  Ugqy 1,6 \%
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
—_ —_ 1
Ic=6A1;=12A BUX 47 UBEsatT; 1,6 \%
lc=5A =1 A BUX47 A  Ug, 1,6 \%
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Uge=5V.I.=9A BUX 47 hee 5
Uge=5bV,I.=8A BUX47A  h, 5
Transitfrequenz
Uge=10V,[=1A, f; 7 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
Ug=10V,I,=0,f=1MHz Cero 150 pF

t
n_e_ =
= 0,02, tp =0,3ms
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BUX 47 - BUX 47 A

Schaltzeiten
T . =25 °C, falls nicht anders angegeben

case
Ohmsche Last
Uy =150V,
lo=6Aly,=-l,,=12A  BUX47
Ic=56Aly,=-lg,=1 A  BUX47A

Einschaltzeit ton
Speicherzeit t
Abfallzeit t

Induktive Last

Ugeg=300V, =Ug =5V, Lg=3 pH,
Ic=6A I, =12A - BUX 47
Ic=5Alg, =1 A BUX 47 A
Speicherzeit t
T pse=100°C t
Abfallzeit t;
Tase=100°C t

ﬁ A 844292
F’tot
150
w
N
N
100
\ #thic
N
\\
N
50
A\
N
\\
N
[0) 50 100 150 °C
Tcase—™

Min. Typ. Max.
1,0 ps
30 s
0,8 ps
2,5 us
4 ps
0,08 us
0,4 ps
? % 844281
T
|
Tease =25°C
10 ~
A N\
\
1
\
N
0,1 AN
N
[
0,01 1
1 10 100 V
Uce
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BUX 47 - BUX 47A

? 87 5729
Zthp
1 15 e et ;-1"
K/WLT =05 - —t ;5 -
05 L
02 e =TT | >
= =
0,1 LL fte =" /’
e e s s s | P
. A
o1 — 4
= =
0,05 oo L= _
L —
o
0,01 01 1 10 ms
t 84 4280 ? 84 4283
UCE sat UBEsat !
5
Tcase = 25°C v
1 0,5A 1A 7A  Ilc=10A Toase =25°C
v taa I‘j 5A ¥
ll \ 10°A ’Fr'
0,5 B’
\ \\....—"' ; 7A /%1 A
\ \ T I = 3 A [
N N _T_ﬁd 1A
\ NU 1 ie-osa
o,1 LD 0,5
’ A
i‘\
0,05 =t
0,1
0,01 0,1 1A I 0,01 0,1 1A
B IB —

200




BUX 47 - BUX 47 A

T

84 4304

844305

L -
o

le —

844279

—

Ic

84 4282

v 4
2

Z

v /,

e

45V
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BUX 48 - BUX 48 A

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendungen: Getaktete Netzgeréte, Inverter, Motor- und Relaistreiber

Besondere Merkmale:
® In Dreifachdiffusions-Technik
@® Glasspassivierung

® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

@ Kurze Schaltzeit
® Verlustleistung 1756 W

8263 41
C \
B E
(N Lo
38,8 \ / \ J 301 219,
16,9
D
N U/
10,9
25,4

Zubehor: Isolierscheibe Best. Nr. 569524

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom, Mittelwert
Kollektorspitzenstrom
Basisstrom, Mittelwert

Basisspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
Topse=25°C
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehéduse

T1.2/784.1188 D

I
21
Kollektor mit Ge-
%_ héuse verbunden
i Standard Metallgehause
16 3B2DIN 41872
85 .4 JEDECTO 3
Gewicht max. 20 g
BUX 47 BUX 47 A
Uceo 400 450 \
Uges 850 1000 \%
Uego 6 \
leav 15 A
Iem 20 A
Y 5 A
lam 10 A
—lom 4 A
Piot 175 w
TJ 200 °C
T. —65...+200 °C
stg

Rinsc 1,0 K/W

203



BUX 48 - BUX 48A

Kenngrofen Min.

T s = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

U= 850V BUX48 lees
U,=1000V BUX48A lees
Tiase=100°C, U= 850V BUX 48 lees
U,=1000V BUX48A legs
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=100mA, L.=125 mH BUX 48 U(BR)CEO: 400
BUX 48 A \BRICEO 450
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA Ugryeso 6
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
—_ — 1
l.=10A ;=2 A BUX 48 chsat1z
l.= 8A [;=16A BUX 48 A Ucksat
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
— — 1
le=10AI;=2 A BUX 48 Usgsatw’
l.= 8A I;=16A BUX 48 A SEsat
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Uge=5V,[,.=15A BUX 48 hee 5
Ug=5V,[;=12A BUX 48 A hee 5
Transitfrequenz
Uge=10V,I.=1A fr
Kollektor-Basis-Kapazitét
Upg=10V,I.=0,f=1MHz Cego

t
NP _ -
= 0,02, tp— 0,3 ms

204

Typ. Max.

0,5
0,5
2,5
2,5

1,6
1,5

1.6
1,6

250

mA
mA
mA
mA

MHz

pF



BUX 48 - BUX 48 A

Schaltzeiten Min. Typ. Max.
T_.se= 25 °C, falls nicht anders angegeben
Ohmsche Last
Uge=150V
le=10A I, =-l;,=2 A BUX48
le= 8A I, =-l,=16A BUX48A
Einschaltzeit ton 1,0 us
Speicherzeit t 3,0 us
Abfallzeit L 0,8 us
Induktive Last
Ugg=300V, -Ug =5V, ;=3 H
Ic=10A I, ,=2 A BUX 48
le= 8A I, =16A BUX 48 A
Speicherzeit t 2,7 us
T.e=100°C t 5 us
Abfallzeit tf 0,1 us
Tcase =100°C tf 0.4 us
f 844293 ? ””|5ms' ;rin; 865307
P l p=10ms 1ms
tot C \\ :\\ \) \\\\ i
10 \' AN
\ N\ 10 ps [
2310 A 51 {\\‘\‘ Ay 120 ps E
5 LR 50 ps —|
ot A \\ \ 1.100 ps [}
200 ps +—
N \ \\ 500 ps
150 \“ {
RthJc \\ \ \\ \
1 LM AN
Y
100 05T, oy
| [[|$=001 NN
Tase<25°C \ ‘{:I
\ 1'
50 o1
Rgp=100 Q
0,05 I—;’so,m -
p=0,6ps
(o] 50 100 150 °C 10 100 U‘IOOO \%
—
Tcase — CE
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BUX 48 - BUX 48 A

? 875731

Zthp

1
K/w Lo

05 T+

o1fF=—=fF—F

0,05 e

— 001 _[=

0.01 01 1 10 ms

ty—=

b LTI ] ] e oo ﬁ
/ Erlaubter Arbeitsbereich bei negativer Basis. U [
¢ 'cEnd/'BEnd=5 [L CEsat
16 “leemtsY Tonge =25°C
A BUX 48 7]=100 oC case
BUX 48 A A IQHA L
\ ! 3A 1‘: 6A I
12 X {
0,5 \‘ '
\ R
‘ ~\ \—’V
\ViliNE
8
NN
0,1 \ —
AN
0,05
4 \ ’ \\\_
\ BUX 48 A
“[Buxas [\
]
0 200 400 600 800V 0,01 0,1 1A ;
' Ueg —= B "
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BUX 48 - BUX 48 A

| 11

84 4288

UBE
1,5
v
| L 1ov
T~asv
1,0
0,5
0
0,1
le—™
f 84 42;‘
heg
50
W
\
\
\ a5V
10 20v
10V
\\
5 5V
1
0,1
C .



BUX 48 - BUX 48A

T ’ 84 4291
1A
hrg ]
% 4h
20 / |
) - 7A
//
| / /’A/
RBP4 P I =10 A
15 / 7 °
/ // Tcase =25°C
4
1013/
/
5
0 10 20 30 40V
Uce —~
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&
TELEFUNKEN electronic BUX 84 - BUX 85

Creative Technologien

Silizium-NPN-Leistungstransistoren
Anwendung: Schaltnetzteile
Besondere Merkmale:

® In Mehrfachdiffusions-Technik ® Kurze Schaltzeit
® Glaspassivierung @ Verlustleistung 40 W
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

0’5+003
4?8 ‘ X 1 1‘,
s i 248
b -
A 0,75:01
‘ A | -= e oy —F E
} bl { Kollektor mit Montage-
10 35 -+ — | == Cc flache verbunden
! 2,54
e = T B
1 ______ 4 _f Standard Kunststoffgehause
= 47 oy 14A 3 DIN 41869
e JEDEC TO 220
7377 16 12,2 Gewicht max. 2,6 g
Zubehor:
Isolierscheibe Nr. 564 542
Absolute Grenzdaten BUX 84 BUX 85
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 400 450 \'%
Uges 850 1000 \Y
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 5 \Y
Kollektorstrom Ie 2 A
Kollektorspitzenstrom [ 3 A
Basisstrom lg 1 A
=g 1 A
Gesamtverlustleistung
T ..=50°C P 40 W
Sperrschichttemperatur TJ 150 °C
Lagerungstemperaturbereich TStg —65...+150 °C
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause Ryuc 2,5 K/W

T1.2/665.1188 D
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BUX 84 - BUX 85

Ken

ngréfRen

T_ =25 °C, falls nicht anders angegeben

case
Kollektorreststrom
U= 800V
Uge = 1000V
TJ.= 125°C, U= 800V
Uge=1000V

BUX 84
BUX 85
BUX 85
BUX 85

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

I,=100mA, L,=125mH

BUX 84
BUX 85

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le=1mA

Kollektor-Sattigungsspannung
Io=300 mA, [g=30mA
Ie=1A ;=02 A

Basis-Sattigungsspannung
le=1A1;=02A,

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

Uge=5V,l;=10mA

Transitfrequenz

Uge=10V,[;=200 mA, f=1 MHz

Schaltzeiten

210

le="1A, I, =200mA, -1,
Speicherzeit
Abfallzeit

t
n_Ee —
T —0,01,tp—0,1 ms

=400mA, T,

' "case

u "

(BR)CEO1
(BR)CEO

U(BR)EBO

UCEsat
CEsat

BEsat

FE

=25°C

t

s

t

Min. Typ.
400
450
5
15

20

0.4

Max.

200
200
1,5
1,5

0,8
1,0

3,5

pA
pA
mA
mA

MHz

s
ps



BUX 84 - BUX 85

? 84 4294 $ t T 82 3118
T T
F{Ot IC 1
Tcase=50°C
40
w 10 | =
A 7 =00
tp=5us [T]
Rthyc - 10 ks
30 WAL B 50 we LU
VNN oo
100 ps
1 | \“ \:t/
|
L\ WL
20 kAN H
\ | [500ps
i\ \ : - 1ms
0,1 L\ £ _s5ms
s | =
10 A%/ |
A\ H
A
sux 8s-J] L Bux 85
o
0,01 L
(o] 50 100 150 °C 1 10 100 1000 V
Tcase— Uce—
T 84 3125
Z’thp o,
7
B e
T
; 23 . R -+ T ‘_ /9?
K/W
0,2 -— —
0,5 T LT
o1 LT [ A7
L >
LA
\:05 "—/ ’/’
LA v
01 0,02, .~ T
’ i
—
0,05 0,01
0,01
10°¢ . 10°° 1074 1073 1072 1071 10°s
fp—>
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BUX 84 - BUX 85

1 82 3121
uCEsat
Tcase =25 °C
Ic=3A\]
2,5A \
13 2 \"|
x
5 |}
1
0.5 1A
M
U
: N
0,1
0,01 0,1 1A
lg—
? 82 3119
heg
Ucg=2v
100
(L Tease=+125°C
+75 °C
50 N, +25 °C
s 0°c
Pee N0
L~ N 0 °C
=l \"\
10
5 ERE
!
1 ! |
0,01 0,1 1A
Ic —
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? 82 3120
UBE Ucgp=2V
1,6
v
1,2 ]
. Tcase=—30°C_|
[ [[1] o/
+25°C / /
0,8 1 “!"/
L I Tl ”:’—>ﬂﬂl/
EEEEE P 1'
=TT +125 °C
LT (150
0,4 +=—
(V]
0,01 0,1 1A
N IC —
? 82 3122
heg
—— lc=01A
/
40 12 y P
/
£0.5 A vd
/ 1A
30
7
I "/ Tcase =25 °C
/
20
]
T
10 yy—
]
—
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&

TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BUX 86 - BUX 87

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendungen: Schaltnetzteile, Treiberschaltungen

Besondere Merkmale:

® In Mehrfachdiffusions-Technik

® Glaspassivierung

® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

® Kurze Schaltzeit
® Verlustleistung 20 W

‘ 05
[T 1] L !
28— s
3'1-1—0,1
=P S f ¢ B Kollektor mit Montage-
[ %\ I P 23 flache verbunden
78+ P — 16—+ C
L \\_é J * 2,3 e
T 0;3 } Standard Kunststoffgehiuse
375 ) == 12A 3 DIN 41869
n1 155 8 361 JEDECTO 126
Gewicht max. 2,5 g
Zubehor:

Isolierscheibe  Best. Nr. 119880
Unterlegscheibe Best. Nr. 3.2 DIN 125 A

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom

Kollektorspitzenstrom

Basisstrom

Gesamtverlustleistung
T.._=60°C

case

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehéuse

T1.2/786.1188 D

BUX 86 BUX 87

Ueeo 400 450 v
Uges 850 1000 v
Uggo 5 \%
le 0,5 A
lem 1,0 A
/ 03 A
‘g U8 A
—ly 0,3 A
ot 20 w
T 150 °C
—-65...+1560 °C

stg
R 4,5 K/W
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BUX 86 - BUX 87

KenngréBen Min.
Tcase = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom
Uge= 800V BUX 86 lees
U=1000V BUX 87 legs
T,=125 °C, U= 800V BUX 86 lces
Ug=1000V BUX 87 lees
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
—_ — 1
I.=100mA, L.=125 mH BUX 86 U(BR)CEO1; 400
BUX 87 \BRICEO 450
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
IE =1mA U(BR)EBO 5
Kollektor-Sattigungsspannung
lc=100mA, [; =10 mA Ucksat
I.=200 mA, [, =20 mA cEsat
Basis-Séattigungsspannung
I.=200 mA, [ =20 mA, Uggsar
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Uge=5V,I[;=50mA hee
Transitfrequenz
Uyge=10V,I.=50mA, f=1MHz f;

Schaltzeiten
Ic=200 mA, I;, =25 mA, ~/,,=400mA, T =25°C

case

Speicherzeit t

Abfallzeit t

50V +US=125V
tp=25ps = ﬂ 100 uE

100 uf L,
l 150Q -|- i l 250 V I
100 pF
10V
) Ig1=20mA lo=04 A

gp=40mA
~Uggoff=5V 884937

MeRschaltung fiir Schaltzeiten

t
H_P _ =
T —0,01,tp—0,1 ms

214

Typ.

50

20

0,4

Max.

100
100
1,0
1,0

0,8
1,0

1,0

3,5

pA
pA
mA
mA

MHz

us
ps



BUX 86 - BUX 87

$ 85 4946 ? 85 4938
ﬁot ’c
20
w 1
\ A
16 \\
\ N
\ \
12 \ 0:1 %
A
X
8 Tcase <60 °C
A\ 0,01
\
4 A
\
\ BUX 86 ||BUX87
(o] 40 80 120 °C 1 10 100 V
Tcase — UCE—>
f 85 4943
T TTT1
man
zthp
N . L =
_—T::-O,s | s =T /—’;I——
- E
1 0,2 _’——;:/’,g
K/W v
[ 01 — ] 7/
0,5 - = 7
| 0,05 | =" ol
I ,A': -
0,02 _—
L~ ,/
0,14 04
e
0,05
0,01 0,1 1 10 ms
tp—>
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BUX 86 - BUX 87

T 85 4939
© T
1? I T

Ucesat[—/c-0054

0,05

0,01
0,001 0,01 01A

85 4940

—
=
o
o

<

FE

se=+125°C
+100°C
/
] T
7 I1+50°C
/ :/ +25°C
f— -25°C
50 f

~
—~§

100

10

To,01 0,1 1A

216

? 8549042
Ugesat
5
v Tease=25°C
1 Ic=500 mA__L41
5? mA ]OO mA
—
0,5
0,1
0,001 0,01 0,1A
IB ——
? 85 4941
heg
Tease=25°C
100
50
s\ N UCE=25v___
N o v
N
N
10
N I
5 v L1
\ 1,5V 177
5
1
0,01 0,1 1A
lc——>
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

S518T

Silizium-NPN-Leistungstransistoren
Anwendung: Getaktete Netzgerate

Besondere Merkmale:
® In Dreifachdiffusions-Technik
® Hohe Sperrspannung
Abmessungen in mm

8263 41

E 21
D [
1NR 4 '

10,9 1,6
25,4 85 n4

Zubehor
Isolierscheiben Best. Nr. 569524

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Ucesm
Kollektorstrom, Mittelwert leav
Kollektorspitzenstrom lem
Basisspitzenstrom lam
~lgm

Negativer Basisspitzenstrom, Mittelwert

t,,=20ms —lgav
Gesamtverlustleistung

Tcase =95 tot
Sperrschichttemperatur 7'J
Lagerungstemperaturbereich TStg

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehduse Rinuc

T1.2/673.1188 D

® Kurze Schaltzeit
® Verlustleistung 12,5 W

Kollektor mit Gehause verbunden

Standard Metallgehuse
3B 2DIN 41872
JEDECTO 3

Gewicht max. 20 g

700 %
1500 Vv
5 A
7.5 A
4,0 A
2,5 A
0,1 A
12,5 w
115 oc
—65...+115 °C
1,6 K/W
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S 518T

KenngrofRen
T. . =25°C

case

Kollektorsperrstrom
Uges =1500V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

l¢=100 mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

Jy=100 mA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

Ic=32A1;=08A

Basis-Emitter-Sattigungsspannung

lc=45Al,=2A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

Uge=5V,I.=32A,

TJ.=1OO°C

Transitfrequenz

Uy =5V,l,=100mA, f=5 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Ug=10V,f=1MHz

Schaltzeiten
Abfallzeit
/ =3,2A,1

Cend Bend 0.7A

t
nEe =
T 0,01, tp 0,1 ms

218

Fig. 1,2

CES

V)

U(BR)EBO

1)
(BR)CEO

Min. Typ.-
700
5
4

7

125

Max.
0,5 mA
\%
\%
2 \Y
1.5 \%
MHz
pF
0,5 us



S 518T

84 4164

Fig. 1 Impulsdiagramm

I 1BV 84 4165
9 O
W b Iy
ur < —-__
100 uF
6
e 4 100 Q BYW 32
TDA |, 1o0ke
4600
4 270 kQ
—
3 220 100 pF ==2
T
T 22pF URegel=0...15V ==8,2nF —==Ug=300 v
2 1kQ
Ug=+1v
1 2,2kQ tp=1ps
e O N

Fig. 2 MeRschaltung fir: ¢,
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S 518T

[]8242732 84470
1 1 - ?
[T
Ic Tease = 95 °C RthJC
l '7": 0.01]]
10 ] maim o5 Hs
A EE NIRRT es 10
N N K/W
\ \‘\ \|
1 N\ NN Al s us || —'$=1
\ 100 ps [ |
0,75
1| T
0.5 [
\\\ \\ i 1ms _J_ 0.33 o
0,1 \/1; 1 0,20 = ”
| | A
\ SIS
\ l Rgg=100Q 0,14— 0'0‘5 = -’
1 'l
0,01 %: 0,25 — o.é
< —t d
= 20 us < Jml’//
j: 0.0 M
0,001 . ,01
1 10 100 1000 V 0,001 0,01 0,1 1 ms
Ucg—= p—

T 84472 ? I 841322
Uggsat heg
UcEsat
1
\ V4 LB ™
Uggsat P //*‘T
I 10 Ugg=5V
0,8 A CE \
Tj=25°C
] 5
0,6 heg =2
Tease = 25 °C
% =0,01 . H
0,4 tp = 0,3 ms 1
87
0,2 /
% Ucgsat 1T
fotee ] ~
o 01
0,1 0,5 1 5 A 0,01 0,1 1A
IC — h IC
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

S601T

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistor

Anwendungen: Elektronische Kfz-Ziindschaltung, allgemeine Schaltanwendungen bei hohen
Spannungen, wobei nur relativ geringe Steuerleistung vorhanden ist

Besondere Merkmale:

® Dreifachdiffundiert

@ Monolithischer NPN-Darlington

® Hohe Sperrspannung

® Glaspassivierung

Abmessungen in mm

n5

® Kurze Schaltzeiten

® GrolRRe Spannungsfestigkeit bei hohen

Temperaturen

P
0,63

BeO—Keramik,

844157

Metallisierung beidseitig

B

N\

Ni, KollektoranschiuR®

1

I

02
=Ll
16.8

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Kollektorstrom
Basisspitzenstrom

Gesamtverlustleistung

T,o=100°C
Tose= 55°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-BeO-Keramik

T1.2/675.1188 D

25 75
Chip-
8391
Ueeo 400
I 15
Tsm 4
Py 62,5
Py 100
T 175
Tuq -65...+175
RthJC 1.2

Abmessungen:
5,7 x 6,0 mm?
Dicke:

200 pm
Bondfleck
Metallisierung:
AL 4,5 um

==

°C

K/W
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S601T

KenngrofRen

ca:

Kollektorreststrom
U =400V

Uge=400V, T =1 25 °C
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

I,=500mA, [;=0,L=1.5mH

Kollektor-Sattigungsspannung
I.=10A,1,=0,15A
I.=10A,[j=015AT_ =-40°C

case
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uge=15V. .= 7A
Uge=5 V.I.=15A

DurchlaBspannung der integrierten
Schutzdiode
=l,.=10A

Induktive Energie
U,=400V,I.=5A,L=16 mH, Fig. 1

823620

1

Uce

Uz=400V 3
4 Uce-Ic-tp
E=—a — =

1 2
impulsgenerator =3"-C' Ic

Fig.1

222

Tose=25°C, falls nicht anders angegeben

> >

Max.
250 pA
2 mA
\%
2 \Y
2,9 \%
1.8 \%
mWs

T 823486 |

\\ L VA N 5 us
N\ v 100 ug|
A) T

N\ T

A) TTTIT

-~

-

>

100 V

Ucg—



S601T

? - 84 4241
Zthp -
#’---
1 P
K/W g 7 =0 —— Lol .
—
1
o2 =
//Ar r4¢
— A
ot 1L 4= /‘,A/}
- L2
0,1 0,05 — = A
- T = -
P v d
0,02 < Z
= d ‘ "
- ,v’
0,011
+7
"
||
0,01 ] Fig.3 |
' 1076 1075 10~4 1073 1072 1071 100s
fp-»

f 823487 ? 823488
Ucesa UBE sat
Ic=6A /A
| 18 5A /
le=ea v 4A ,4/
5]
|
T

13 . /
an Juni /
1 Btz %07}
. el —“"-, 1><y/
V‘"—" 7 /x 22
!
14 o - - PN1a
2A P’
AN 5 u
10— & N ::i !
I I i H‘ Tcase = 25 °C
[INEEY
Tcase= 25°C 112
F_i;,'s' o Fig-6
o 10 100 mA 10 100 1000 nl1A
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T 823489 ﬁ ﬁﬁ J; 82 3461
Unp=2V (1T I
U cE
BE Tease=-30 °C hFE foe~2Y
ool A ]
15 +25 C'X / Teage=+150°C
5 = = X 1000 +100°C 7 gas
= +75°C ul
= /": / / 4
. tt 4/,& ! p v
B " /, / 1 ;/
b= |
10 T | LA y 100 7 ’// !
V4
- V4
e _/ >§ N+75°C }»_‘ /- NF25 °C
L +100°C —-H NS A [Jrocc
> 150°C A/ ,7// ~30°C
Y Y
L / /
0,5 104 ,/ /i /
/
VARV 4
i /
77
94
o Fig.7 1 / Fig.8|
10 100 1000 r;lA 10 100 1000 mA
c— le—
? 823490
[ ]
hFE Ic=3A
T B
500 /,’
400 |
200 Tcase = 25 °C
200 2
100 05A
Fig.9
0 10 20V
Uce—
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

S627T-S628T:-S 629T

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren

Anwendungen: Allgemein bei hoher Betriebsspannung

Besondere Merkmale:

® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

Absolute Grenzdaten

Koliektor-Basis-Sperrrspannung

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung

Kollektorstrom

Gesamtverlustleistung
Tiase=25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Wiarmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung
I = 3 mm, auf Kupferkiihlflaiche
10 mmx10 mm mit 35 um Dicke

Sperrschicht-Gehause

T1.2/1680.1188 D

OQ OQ
@
o

EOQ

[

EBO

o

tot

~ =

stg

thJA

thJA

s ]

thJC

Standard Kunststoffgehause
10A 3DIN 41868
JEDECTO 922

Gewicht max. 0,56 g

S627T S628T S629T

300 350 400 Y
250 300 350 \%
8 \%

500 mA

1 w

150 °C
—55...4150 °C

156 K/W

125 K/W

55 K/W
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S627T-S628T-S 629T

. Min. Typ. Max.
KenngrofRen
Tomp =25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom
UCES =150V ICES 50 nA
Ugs=150V, T =150°C lees 100 pA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
l.=1pA $627T U(BR)CBo:i 300 %
S$628T UlBR)CBO]) 350 \%
S$629T Ugrcao 400 \%
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
— 1
Ie=1mA $627T U(amcso1; 250 Vv
$628T U(BR)CEO” 300 \%
S$629T \BRICEO 350 \%
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1TpA U(BR)EBO 8 v
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Uge=15V, /. =50 mA hee 30
Ug=15V,l;=1mA hee 50

t
NP — =
= 0,01, tp— 0,3 ms
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S637T

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistor

Anwendungen: Elektronische Kfz-Ziindschaltung, allgemeine Schaltanwendungen bei hohen
Spannungen, wobei nur geringe Steuerleistung vorhanden ist.

Besondere Merkmale:
@ Dreifachdiffundiert

® Monolithischer NPN-Darlington

® Hohe Sperrspannung

@® Glaspassivierung

Abmessungen in mm

?

L5 !

I

T

® Kurze Schaltzeiten

@ GroRe Spannungsfestigkeit bei hohen

Temperaturen

0,6 +0,05

2,6

— N
0
>

883570

|
T "\\’J' c
‘ I i ——1 E
|
i [
s P
15 145 415 4-— + 7 —3 (od
| ~120Q ~90Q |
) ) 13 55
I ,J Kollektor mit Montage-
1 e m————— .
| l = - B flache verbunden
43 .8
0 33 Standard Kunststoffgehause
207 16 8379 15A 3 DIN 41869
- TOP 3
Gewicht max. 5,5 g
Zubehor
Isolierscheiben Best. Nr. 191 131
Montageclip  Best. Nr. 191940
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 400 \Y
Kollektorstrom I 15 A
Kollektorspitzenstrom Iem 20 A
Basisspitzenstrom lem 4 A
Gesamtverlustleistung
Tcase =25°C tot 100 wW
Sperrschichttemperatur TJ 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg —65...+150 °C
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause R 1,25 K/W

T1.2/713.1188D
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S637T

Min. Typ. Max.
KenngroRen
T .se = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom
U,=400V leeo 250 pA
— . Of
Uge=400V, T =125°C leeo 2 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I.=500mA, L=1,5mH Ugriceo 400 \%
Kollektor-Sattigungsspannung
I.=10A,1;=0,15 A Ucgsat 2 \%
- — — o]
I.=10A,[;=0,16A T =-40°C cEsat 2,9 \%
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Uge=15V, I,= TA hee 100
Uge=5 V. I;=156A hee 20
DurchlaBspannung der integrierten Schutzdiode
—l.=10A U, 1,8 \%
Induktive Energie
U,=400V,I.=5A,L=16mH, Fig.1 E 200 mWs
? T 8234
823620 IC
tp=1ps
Ic AN \ N\ 5 ps
00 LN e
4 AN NN\H50 us
A N\ U 100us
A [T
\ L
A} TTT1T
Ucg A 500 uis|
I \ NN AL
1,0 AY Tms
T \ HH
N I i
\
% =0,01 \ N\ ) 5ms
c ) Tease=25°C \ \(
Lc N
140 NN
0,1 N
Uz=400V R : N
4 g Ucelctn ™
L 2 -
Impulsgenerator =_12..Lc. 'C2
0,01 Fig-2
1 10 100 V

Ucg—
Fig. 1. MeBschaltung und Impulsdiagramm
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S 637T

? . . 84 4241
Zihp
1 T
Ip_ -
K/wW 72 = .
]
g
-7
0,2 ——— 7
//;g
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0,1 005/ —L — 2 7
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0,01
10~6 10~5 10~4 1073 1072 1071 100s
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* 844311 ? —F I 823487
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N
v 5A
N 10 =
\J AT I
N I
3A
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\ I
. I\
N 1,0 i | ‘ L1
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440 a T
Tease= 25°C
Fig.4 I’F'I';'g
435 0,1
-50 (0] 50 100 150 °C 1 10 100 mA
T I —
case —™



? 823488 f l ‘ | 523439‘]
Ugg =2V
Ugg sat I Uge Teaenn30C. )
18 Ic=6A / oo\ | _AY
)y 5A / +25 °C A
v 5 32 A
aa{ NV, 15
Y/ ’ ..-/”ﬂ .X
Y / / — 74/’/ 4 _i
1;6 - Eautl /:/’: : /———-- ,A/"’ f
ﬁ/ ::-,//‘ I =
—: 'IX, 10 A
—7 L o , T AL
A L~ =
1,4 // it 1A — L 1&\*7500
Pt i T AN Nsro0ec ]|
r/ H > N+1504c ][]
Tease = 25 °C il
ca. 0’5 guss?
1,2
0 Fig.6 0 FT:.-;
10 100 1000 mA 10 100 1000 mA
B Ic ——
* ﬁﬁ d] 82 3461 $ 823490
h T— [ 1
FE Ucg=2V hFE Ic=3A
| T
Tease=+150°C 500 /71
1000 +100°C 7
= 1
Z H .
TR 7 s00-Hf
017, |
A MY,
100 ao 7
—~ —f 300 case = 25 °C
Y4
/- 325 °C
/A N [Jo-c
V| W/ //1/ S30°C 2 1A
101174 00T
10 Y/
7
Y 4 05A
y, 100 -
/7
/
1 Fig.8| Fig.9
10 100 1000 mA Y 10 20 V
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S876T

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendungen: Schaltnetzteile, inverter, Motor- und Relaistreiber

Besondere Merkmale:
® In Dreifachdiffusions-Technik
@® Glaspassivierung

® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

48

® Kurze Schaltzeit
@ Verlustleistung 110 W

0,5+002

IREE] B ]
}

I
|
!

10 35+t —f—
[ |
I

2,9 9,6

Zubehor:
Isolierscheibe Nr. 564 542

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom, Mittelwert
Kollektorspitzenstrom
Basisstrom, Mittelwert

Basisspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
Topse=25°C
ase
Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause

T1.2/1882.1188 D

6376

Kollektor mit Montage-
flache verbunden

Standard Kunststoffgehause
~ 14A 3 DIN 41869

~ JEDEC TO 220

Gewicht max. 5,5 g

530 \%
1200 \%
7 \%

12 A
20 A

3 A

6 A

2 A
110 w
150 °C
—65...+150 °C
1,13 K/w
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S876T

KenngréRen

T ...=25 °C, falls nicht anders angegeben

case

Kollektorreststrom

T pe=150°C, Ug=1200V

case

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic=05mA, L.=125mH

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le=1mA

Basis-Emitter-Sattigungsspannung
I.=5AI1;=TA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Ug=1V,[;=2A
Ug=1V,[;=03A

Transitfrequenz

Ug=10V,I;=1A

Kollektor-Basis-Kapazitat
Uypg=10V,[.=0,f=1MHz

Schaltzeiten

T _..=25 °C, falls nicht anders angegeben

case

Ohmsche Last

Uge =150V, [,=5 A, Ig;=1A

Einschaltzeit
Speicherzeit
Abfallzeit
Induktive Last
Ue

le=5A Iggq

Speicherzeit

Abfallzeit

232

=300V, -y, =5V, L;=3pH,

Min.

ICES

ICES

U 530

1)
(BR)CEO

U(BR)EBO 7

1)
UBEsat

FE
FE

>

CBO

Typ.

150

2,5

0,08

Max.

0,1
2,0

1,6

40

1,0
3,0
0,8

4,0

0,4

mA
mA

MHz

pF

us
us
us

s
us

us
us



S876T

o+Ugpy=10V
100 uF
I i
I 1l
1nF 330
f
5v 33Q BYw32
1kQ ./_E—
: Oo—9 y - 2N 2222 U
p~75 ps = 10nF ] Klemm =300V
BYW32%
270 Q
2N 2905

88 6109

MeRschaltung fiir Schaltzeiten mit induktiver Last

UKlemm

10 % ' 10 %
(]
Ucg /

o

\/ 884299

Impulsdiagramm
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? 88 6092 ? 88 6110
@ot IC
100 Y
W
A\
10
80 N A
5
N
60 ‘\
N
40 1
tp<05ps
\ 05 Rgg <100 0]
20 \\
01
0 50 100 °C 10 50 100 500 V
Tase — Upg —=
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TELEFENB@ED\‘]eIectmnic S 920TS - S 922TS

Creative Technologien

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: In Telefonapparaten, Vermittlungstechnik, Video-Treiber- und Endstufen in Fernseh-
empféngern, Monitoren und allgemein bei hoher Betriebsspannung

Besondere Merkmale:

® Hohe Sperrspannung ® S 920 TS komplementérzu S 921 TS

® Temperaturunabhangige ® S 922 TS komplementarzu S 923 TS
hee-Stabilitat

Abmessungen in mm

Standard Kunststoffgehause
10 A3 DIN 41868
JEDECTO 927

Gewicht max. 0,5 g

Absolute Grenzdaten S 920TS $922TS
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo 300 250 \%
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 300 250
Emitter-Basis-Sperrspannung Ugpo 5 \Y
Kollektorstrom I 25 mA
Kollektorspitzenstrom lew 100 mA

Gesamtverlustleistung

Rypua=270K/W, T =25°C Py 460 mwW
Sperrschichttemperatur TJ 150 °C
Lagerungstemperaturbereich TS'g —-55...+4150 °C

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung
I =3mm, auf Kupferkihlflache
=10 mmx10 mm, mit 35 ym Dicke Riua 270 K/W

T1.2/1226.1188 D
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S 920TS - S 922TS

KenngréRen Min. Typ. Max.

Tomp =25 °oC, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

Uge =250V S$920TS lees 50 nA
Ug=200V $922TS lees 50 nA
Ue =200V, Ry =2,7kQ, TJ =150°C leer 10 pA
Emitterreststrom
Uge=5V leso 10 pA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Ic=10 pA S 920TS Ugriceo 300 A
S$922TS Ugriceo 250 \%
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lo=1mA S$920TS U(BR)CEO 300 \Y,
S$922TS U(BR)CEO 250 \%
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1pA Ugr)eso 5 \%
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Uge=20V,I,=25mA hee 50
Transitfrequenz
Uge=10V,I,=10mA fr 60 90 ViHz

Ruckwirkungskapazitat
Uge=380V,[;=0,f=1,0MHz Coe 1.1 1,6 pF

Kollektor-HF-Sattigungsspannung
l;=25mA, T,150°C Ucgsatrir 20 \Y,
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S 920TS -S 922TS

? 88 6112
fot
400 \\
mw \
A\
3
00 N
N
200 \
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100 \
o] 50 100 °C
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T :
UBE [ Tuee=20v Y
o8 il A
’ T,==20°C_L_ 41111
Y AT T /
= 25°C_L"1
il A
T v
0,6 - 75°C L1
1
= p
04 o
—"“
0,2
0
01 1 10 mA
/C —

1 88 2838
|
lcer
- UCE 200V
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1000 £
nA
7

100 /

™N

10

(0] 40 - 80 120 °C‘
L ——

J

* 86 5370
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S 920TS - S 922TS

% 86 5371
fr
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100 -
MHz \ \:
AWA\
\\
L
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20V
10 30V
1
0,1 1 10 mA
[——
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Creative Technologien

S 921TS-S 923TS

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: In Telefonapparaten, Vermittlungstechnik, Video Treiber- und Endstufen in Fernseh-
empfangern, Monitoren und allgemein bei hoher Betriebsspannung.

Besondere Merkmale:

® Hohe Sperrspannung

® Linearer h -Verlauf von
Ic=10 pyA...10 mA

Abmessungen in mm

Absolute Grenzdaten

® S 921 TS komplementar zu S 920 TS
@ S 923 TS komplementéarzu S 922 TS

Kollektor-Basis-Sperrspannung —Ucgo
Kollektor-Emitter-Sperrspannung —Ugeo
Emitter-Basis-Sperrspannung —Uggo
Kollektorstrom =l
Kollektorspitzenstrom —lem
Gesamtverlustleistung

Ry a=270K/W, T, =25°C ot
Sperrschichttemperatur Tl
Lagerungstemperaturbereich stg

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung

I =3mm, auf Kupferkiihlflache

=10 mmx10 mm, mit 35 ym Dicke Rinua

T1.2/1224.1188 D

Standard Kunststoffgehéduse
10 A3 DIN 41868
JEDECTO 927

Gewicht max. 0,2 g

S 921TS S$923TS
300 250
300 250 \Y
5 \
25 mA
100 mA
460 mW
150 °C
—-55...+150 °C
270 K/wW
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S$921TS-S 923TS

Kenngroflen

T =25 C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
—U=250V $921TS
—Ug=200V S$923TS
—Ue =200V, Ry =2,7 kQ, Tj= 150 °C

Emitterreststrom

—Uge=5V
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
—l,=10 pA $921TS
$923TS
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
—l.=1mA S$921TS
$923TS

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
—l=10pA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
—Uy=20V, -/, =25 mA

Transitfrequenz
—Ugye =10V, =, =10 mA

Rickwirkungskapazitat
=Ug=30V, -I,=0, =10 MHz

Kollektor-HF-Sattigungsspannung
=l =25 mA, 7,150 °C

240

_UlBR)CBO

~Y(BR)CBO

_U(BR)CEO

(BR)CEO

_U(BR)EBO

C125

~Ueesarmr

Min. Typ.
300
250
300
250
5
50

60 90

1.1

20

Max.

50
50
10

nA
nA
pA

pA

MHz

pF



S 921TS:-S 923TS

? 88 6112 T - 882843
fot \ ~IcER /
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mwW \ 1000 A
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300 N //
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1
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S 921TS - S 923TS

? T 86 5374 ? 586086
fr Ci2e
~I=0
Tamb=25°C 4 $=1 MHz
pF Tease=25°C
L |
100 SE §
VIHz \‘ \ 3
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2
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N
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Creative Technologien

Silizium-NPN-Leistungstransistoren
Anwendungen: Schaltnetzteile, Lampenansteuerschaltungen
Besondere Merkmale:

® In Mehrfachdiffusions-Technik @ Kurze Schaltzeit
@® Glaspassivierung @® Verlustleistung 38 W
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

3'14'01
i 23" .
16— C Kollektor mit Montage-
1 28 5 fliche verbunden
(08 * «
_375_| 12 Standard Kunststoffgehduse
i 15,5 o 365 14A 3 DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht max. 0,8 g
Zubehér:
Isolierscheibe  Best. Nr. 119880
Unterlegscheibe Best. Nr. 3.2 DIN 125 A
Absolute Grenzdaten TE 13002 TE 13003
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 300 400 \%
Uces 600 700 \%
Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo 9 \
Kollektorstrom IC 1,6 A
Kollektorspitzenstrom lem 3 A
Basisstrom Iy 0,75 A
=l 0,75 A
Gesamtverlustleistung
Toase=25°C P 38 W
ase tot
Sperrschichttemperatur TJ 150 °C
Lagerungstemperaturbereich TStg —65...+150 °C
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause Rinsc 3,3 K/W

T1.2/788.1188D
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TE 13002 - TE 13003

KenngrofRen Min. Typ. Max.
T .. =25 °C, falls nicht anders angegeben

case

Kollektorreststrom

U, =600V TE13002 /. 0,5 mA
Uge=700V TE13003 /g 0,5 mA
T ..=150°C, U.. =600V TE13002 |/ 2,0 mA
case CE CES
Uge=700V TE13003 /o 2,0 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
IQ= 100 mA, L, =125 mH TE 13002 Ugriceo 300 \%
Fig. 1,2 TE 13003 U(BR)CEO 400 \Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA U(BR)EBO 9 \%
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
I;=100mA, [;=10 mA UCEsat:: 1,6 \%
le="1 Alg= 0256 A cesat 1,0 \%
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
—_ - 1
l.=1A1,=025A Uggsat ) 1,6 \%
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Uge=2V,[,=05A hFEI) 8 40
Ugeg=2V.l.=1 A hee 5 25
Transitfrequenz
Ug=10V,I.=100A, f=1MHz f; 4 10 MHz
Schaltzeiten
Tomp = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Ohmsche Last Fig. 3
Ug=125V,I.=1A,
gy =—lg; =02 A,
t
— P
t, = 25 us, T =0,01
Einschaltzeit ton 0,2 0.4 us
Speicherzeit t 1,7 2,5 ps
Abfallzeit t, 0,2 0,3 us
Induktive Last Fig. 4, 5
le=TAI;;,=02A,
Uklemm: 300V, ~UBEoff =5V, Tcase =100°C
Speicherzeit s 1,2 2,0 us
Abschaltbelastungszeit t 0,4 0,7 us

t
n_e_ —
T= 0.02, tp =0.3ms
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TE 13002 - TE 13003

88 4295

Ugp=10V 430
o5wW
Ic=0,2A LC=125mH
BC160 /g=50mA >
Us1=0..30V,
5V Ig=56A
—\ Y
3 Impulse q—b (BR] CEO
t;
P_
T 01
tp=10ms
100
mQ

Fig. 1 MeRschaltung fiir: U

(BR)CEO

\ 1
I
e
0.2A
01A
Uce
YisriCEO
+
~50 ps

Fig. 2 Impulsdiagramm
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TE 13002 - TE 13003

50V +Ug=125V

_[—L 1250 1250
fp=25 s { 100 pF
250 V I

lg1=—/g2=0.2A lc=1A

~Uggoft=5V 88 4207

Fig. 3 MeRschaltung fiir Schaltzeiten mit ohmscher Last

otUgy=5V +Ug1=~9Vo
100 F
t i} 100 pF
T
1nF 33Q
1L
5v i, 330 BYW32 Le=200 pHI
1%Q — BSS 44
o— = 2N2222
tp~50 s Lionk ) BYW 32
Ll
BYW 32 % H
100 14F BY 228

270 Q 1%Q
[ 2N 2905 BFX 34 7 =

88 0[]

100 pF IC=1A

88 4298 ~Uggoff=5V

Fig. 4 MeRschaltung fir Schaltzeiten mit induktiver Last

SV,

10%
Uce /

-

88 4299

Fig. 5 Impulsdiagramm
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TE 13002 - TE 13003

? 88 6129 ? 88 6153
P I
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TE 13002 - TE 13003

I
$ ! 88 6155
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TE 13002 - TE 13003
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TE 13002 - TE 13003

f Dynamische Séattigung 88 6159
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

TE 13004 - TE 13005

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendungen: Schaltnetzteile, Lampenansteuerschaltungen

Besondere Merkmale:

® In Mehrfachdiffusions-Technik
® Glaspassivierung

® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

® Kurze Schaltzeit
® Verlustleistung 57 W

o 54-0,03
4?8 i i - X 1 %
IRES . s 248
b }
'11 0,75x01
————— bl
‘ [ | e ——= S -
|
|
10 35 | :
i ,
f == =
] T
Lr—1 01)
2,9 47
58
7377 16 12,2
Zubehor:

Isolierscheibe Nr. 564 542

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Basisstrom
Basisspitzenstrom
Gesamtverlustleistung

T =25°C
Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause

T1.2/715.1189 D

TE 13004

300
600

Kollektor mit Montage-
flache verbunden

Standard Kunststoffgehause
14A 3 DIN 41869

JEDEC TO 220

Gewicht max. 2,6 g

TE 13005
400 \%
700 \%
9 \Y
4 A
8 A
2 A
4 A
57 w
150 °C
—65...+150 °C
2,2 K/W

251



TE 13004 - TE 13005

Kenngrofien

T . =25°C, falls nicht anders a

case
Kollektorreststrom
U, =600V
Uge=700V
Toase = 150°C, U, =600V
Uge=700V

ngegeben

TE 13004
TE 13005
TE 13004
TE 13005

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

l=100 mA, L =125 mH
Fig. 1,2

TE 13004
TE 13005

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le=1mA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspann
I.=2A,1,=05A

Basis-Emitter-Sattigungsspannung
Ic=2A,1;=05A

ung

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

Uge =5V, ;=10 mA
Uge=5V. .= 1 A

Uge=5V.l.= 4 A

Transitfrequenz
Ugeg=10V,[,=500mA, f=1M

Schaltzeiten

al
Ohmsche Last Fig. 3
Usg=125V, I =2A;

lyy =—lg, =04 A,

t
— L
t,= 25 s, % =0,01

Einschaltzeit
Speicherzeit
Abfallzeit
Induktive Last Fig. 4,5

Ic=2A I, =04A,
Upgormm =300V, =U

klemm

Beorr =S Vi T,
Speicherzeit

Abschaltbelastungszeit

t
N_P _ —
T =0,02, tp =0,3ms

252

Hz

T.mp = 25 °C, falls nicht anders angegeben

=100°C

case

U(BR)CEO
U(BR)CEO

U(BR)EBO

sv

Min. Typ.
300
400
9
10
10
4
4

0,25

1,5

0,2

1,2

0,4

Max.

50
50
0,6
0,5

0,6

1,6

0,4
2,5
0,3

2,0
0,7

pA
pA
mA
mA

MHz

s
s
ps

s
s



TE 13004 - TE 13005

5V

Fig. 1 MeBschaltung fir: Ugg,

C

BC160

88 4270

Ic=0,3A Lp=125mH
C d
Ilg=50mA -

)_ -
Ugy=0..30V
Ig=5A
Q:DU( BR) CEO

100
mQ

Uce

Yisr

)CEO

~50 ps
88 4300

Fig. 2 Impulsdiagramm
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TE 13004 - TE 13005

50V +Ug=125V
ﬂ 620 620
th=
p=25ps 100 pF
12Q I 250 V I
100 pF
10V
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~UgEoff=5V 88 4271
Fig. 3 MeRschaltung fiir Schaltzeiten mit ohmscher Last
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—i—1
33Q
1nF
i

5V 330 BYW32 Lc=200 HHI

1kQ ./—:}— BSS 44

o—s = 2N 2222 U —300V
tpr~50ps = 10nF BYVLSZ Klemm
i4
BYW32 %
14F BY 228
*a 10Q

270 Q
D e
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Fig. 4 MeRschaltung fir Schaltzeiten mit induktiver Last

UKIemm
lc
tSV
'
90 %1
10 % 10 %
Uge /
1}

\/ 88 4299

Fig. 5 Impulsdiagramm
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TE 13004 - TE 13005
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TE 13004 - TE 13005

f a: 888041 ﬁ 886042
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TE 13004 - TE 13005
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Creative Technologien

TE 13006 - TE 13007

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendungen: Schaltnetzteile, Lampenansteuerschaltungen

Features:

O. In Mehrfachdiffusions-Technik

@® Glaspassivierung

® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

® Kurze Schaltzeit
® Verlustleistung 100 W

0’5+0,03
8 } X 1 | #
1] 1 T : 48
P f
1
LI 0,75x01
L | R B | e ——— —

3
w
o
|
—_——1—

b ——

29

58

7377

12,2

|| — ..__'f‘B

Zubehor:
Isolierscheibe Nr. 564 542

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung

Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Basisstrom
Basisspitzenstrom
Gesamtverlustleistung

T .=25°C

case

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause

T1.2/717.1188 D

TE 13006

Kollektor mit Montage-
flache verbunden

Standard Kunststoffgehause
14A 3 DIN 41869

JEDEC TO 220

Gewicht max. 2,6 g

TE 13007
300 400 \%
600 700 \Y
9 Vv
A
16 A
4 A
A
100 w
150 °C
—65...+150 °C
1,25 K/W

259



TE 13006 - TE 13007

KenngroBen

T___=25°C, falls nicht anders angegeben

case
Kollektorreststrom
U =600V TE 13006
Uge=700V TE 13007
T...=160°C, Uy,=600V TE 13006

case
Uge=700V  TE 13007

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I.=100mA, L,=125 mH TE 13006
Fig. 1,2 TE 13007

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
I.=5AIl,=1TA
l.=8AI,=2A

Basis-Emitter-Sattigungsspannung
I.=5Al,=1A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Ug=5V,[;=10mA
Ug=5V, ;=1 A
Ug=5V,l;= 4 A

Transitfrequenz
Uge=10V,I[.=500mA, f=1MHz

Schaltzeiten

T.mp = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Ohmsche Last Fig. 3

Ug=125V,1,=5 A,
lgy=-lgp=1A

t
t,=25ps, Tpgo,m

Einschaltzeit

Speicherzeit

Abfallzeit

Induktive Last Fig. 4,5
le=5A I, =1A,

U =300V, -U

klemm BEoff case

Speicherzeit

Abschaltbelastungszeit

t
n_pe _ —
= 0,02, tp =0,3ms

260

=5V, T__=100°C

— o~ ~

(BR)CEO
(BR)CEO

U(BR)EBO

1)
UCEsat
1)

UCEsat

sv

Min.

300
400

Typ.

Max.

0,5
0,6
1,0
1,0

1,5
3,0

1,6

1.1
3,0
0,7

2,3
0,7

mA
mA
mA
mA

MHz

us
us
s

us
s



TE 13006 - TE 13007

Ugp=10V

5V

3 Impulse
4

P_

T 01

tp=10ms

Fig. 1 MeBschaltung fir: Uriceo

o —=

Uce

BC 160

BC1078B

Ig=50mA

=

88 4273

Ic=05A Lg=125mH

Usy=0..30V
lg=5A

G:DU(BR) CEO

88 4301

Fig. 2 Impulsdiagramm

~100 ps

Yier

)JCEO
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TE 13006 - TE 13007

+Ug=125V
25Q
100 pF
250 V I
h=5A
~Uggoff=5V 88 4274
Fig. 4 MeRschaltung flr Schaltzeiten mit induktiver Last
0+Usp=5V +Ugy~20V0
100 pF
it 100 uF
330 — |

1nF

i

5V|_“ 33Q BYw32 L=200 pH
1kQ '/—E—~
° = v =300V
tp=~50ps 10nF Klemm
BYW 327
|!270 Q
ss0l]

88 4275

Fig. 3 MeRschaltung fir Schaltzeiten mit ohmscher Last

UKlemm

s

90 %1
10 % t 10 %
C
Uce /

\/ B

Fig. 5 Impulsdiagramm
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TE 13006 - TE 13007

/
fot
Y L th=1ps
100 10 PN -
W \ ) A AN N \2 10ps
N 1
AN \\ TN 100 ps
80 \
\ 1 A \‘
\
\ N
60 \ \ . 1ms
N | | |
AN 01
N v - 10ms
40
o
N F =00t
N 0,01 Tase=26°C
20 \Y [
TE 13006
\ TE 13007~ ]
T T
0 50 100 °C ’ 1 10 100 1000 V
Tcase —= Uce—

88 6116

T
T
1 $ T T TT00T
lces UcEsat oase=25°C
4
mA Ucp=600 V
]
10
V.
L /~=1AHH 2A{3AH 5A| 8A
3 I 5 C ‘
|
2 \
y 1 X
- A ¥ i
\ \
e 05 \\ \
1 \ N\
\ N
. \ N
Fig.8 01 Fig.9
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TE 13006 - TE 13007

88 6118

1 B; 6117 ?
Uge Mg Ueg=5V
1§/6 UCE=2V
Tase=25°C
100
12
504 Ti=+150°C
U h,
A /ﬁ"c
P
08 i —"+25°C
== 10— L
—40 °C uny
5
0,4
0 Fig.10 1 Fig.11
10 100 1000 mA 10 100 1000 mA
hee
Tcase=25°C
% 11
c=1A
//
20 'I
I
5A 1]
A
10
7
/
/]
Fig.12
0 16 24V
Ucg—
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Creative Technologien

TE 13008 - TE 13009

Silizium-NPN-Leistungstransistoren
Anwendungen: Schaltnetzteile, Lampenansteuerschaltungen
Besondere Merkmale:

@ In Mehrfachdiffusions-Technik ® Kurze Schaltzeit
@® Glaspassivierung ® Verlustleistung 110 W
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

? o
L:asll - { s

1
v 1 e

I Kollektor mit Montage-
1035 Tt T'_ P flache verbunden

i e ——
? | [—————- ' Standard Kunststoffgehause
2.9 47 14A 3 DIN 41869
58 JEDEC TO 220
7377 16 Gewicht max. 2,6 g

Zubehor:
Isolierscheibe Best. Nr. 564542

Absolute Grenzdaten TE 13008 TE 13009

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 300 400 \Y,
Uces 600 700 \Y,
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 9 Vv
Kollektorstrom Ie 12 A
Kollektorspitzenstrom lem 20 A
Basisstrom leav 3 A
Basisspitzenstrom lam 6 A
—lgm 2 A

Gesamtverlustleistung
Tiase =25 °C Pt 110 W
Sperrschichttemperatur 'I'J 150 °C
Lagerungstemperaturbereich T —65...+1560 °C

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehéuse R 1,13 K/W

T1.2/1884.1188 D
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TE 13008 - TE 13009

Kenngrof3en

Tcase = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
U= 850V TE 13008
U,=1000V TE 13009
T .o=150°C, Uy,= 850V TE 13008

case
Uj=1000V TE 13009

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I,=05A,L,=125mH TE 13008
TE 13009

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Kollektor-Emitter-S&ttigungsspannung
I.=8AI,=16A

Basis-Emitter-Sattigungsspannung
I.=8AI,=16A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Uge=5V,I,=5A
Uge=5V,I.=8A

Transitfrequenz
Uge=10V,I.=500mA, f=1 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Upg=10V,[.=0; f=1MHz

Schaltzeiten

T = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Ohmsche Last

t

Ug=125V, I =8A, [y, =—lg,=16A

t
— P
t,=25 s, £ =0,01

Einschaltzeit

Speicherzeit

Abfallzeit

Induktive Last
I.=8A1l,,=186A,

U =300V, -y,

klemm BEoff case

Speicherzeit

Abschaltbelastungszeit

1) _P _ -
T =0,02, tp—0,3 ms

266

=56V, T__=100°C

(BR)CEO
(BR)CEO

(BR)EBO

CBO

Min.

300
400

Typ. Max.

0,5
0,5
1,0
1,0

1,5

1,6

150

1.1
3,0
0,7

3,0
0,5

mA
mA
mA
mA

MHz

pF

us

Hs

us
us
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Creative Technologien

TFK 3070 D

LVorlﬁufige technische Daten |

NPN-Silizium-Darlington-Leistungstransistor

Anwendungen: ® Motorsteuerung/Umrichter (380 V-Netz)
® USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgungen)
@ Schaltnetzteile hoher Leistung (1000 W)
@ Batterie-Ladegeréat
® SchweiBgeréte

® [nduktionsheizungen

Besondere Merkmale:

® Hohe Sperrspannungen ® Basis 1 und Basis 2 anschlieRbar
® Kurze Schaltzeiten ® Dreifachdiffusions-Technik
® Sehr schnelle C-E-Freilaufdiode ® Glaspassivierung

Gehé&useversionen

TFK 3070 D TFK 3070 DA

Anschlu3belegung

875632 c —— —_—

2 ’
0 e O -
= —81
By E
88 5926 88 5927

T1.2/1450.1188 D

267



TFK 3070 D

Abmessungen in mm

801
6.3:01 2.5%01 0.8+003
i l
Lo |
0500 [ B.2 205401
08501 } - 1 Y |
| L
9501 LL
4:01 |
\fsz[‘l_ i T 11 [T ]
e
38+01 25,2101
4.2+ 4.2501  12.7:01 24101
TFK 3070 D
15201
. 30.2:01 o ewms
8101 0.8+0.03 20.5+01
(:: B 7 o | - jl—
N Eihw | ) r1| ? Jl—\ _LL
L] L e
95()\*‘”‘_ o | ‘
\‘ s | | [ l
T T | [T 11 ‘ [T 11
f “ N 726741'" o
‘_ e 316201 I 24,6401 |
38+ 25.2+01 .
A T
o AN | AN
4,201 W (7)) N | n f% N
| N\ A N\
S / | \ 7
i e NS
; N\ .
4jz00 - w,, - 7,,+, E77 @ 42:01 127:01 2401
] TSN\ = - /o
/;/,-Q I /[;’“‘;\\
NN | )Y
}%J / N\ /
e ‘ L] Nsi=? | | TFK 3070 DA
1‘ ) Kunststoffgehause

Screw nut M4 DIN 934, I
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8396

Gewicht max. 30,0 g



TFK 3070D

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Basisstrom
Basisspitzenstrom
Gesamtverlustleistung

Tase =25°C

ase

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Isolationsspannung

Maximale Warmewidersténde

Sperrschicht-Gehause
Leistungstransistor

Freilaufdiode

KenngréfRen
T ... =25 °C, falls nicht anders angegeben

case
Kollektor-Emitter-Reststrom
Ucgg =1000V, R =270Q, R, =100 Q
Uger =1000V, R =270Q, R, =100 Q
T.se=100°C
ase
Emitter-Basis-Reststrom
Ug=5V T,. T,

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic=750 mA, L=125 mH
l.=1TmA, R =270Q,R,=100Q

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

lp=5mA T

1’T

2

Kollektorsattigungsspannung
I.=17AI;=14A

I.=17AIl;=14AT_, =1256°C
Basissattigungsspannung

Ic=12A,1;=035A

I.=12A,[;=035AT_ =125°C

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uge=2V,I.=12A

CER

CER

EBO

VlBR)CEO

V(BR)CER
U(BR)EBO

UCEsat
CEsat

UBEsat
BEsat

FE

Min.

650

1000

35

700 \%

1000 \%

7 \Y

20 A

30 A

4 A

A

125 W

150 °C

—40...+150 °C

2500 \%

1,0 K/W

2,0 K/W
Typ. Max.

1,0 mA

4,5 mA

1.0 mA

\%

\%

\%

1,4 \%

24 V

1,85 \%

30 V
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TFK 3070D

Min. Typ. Max.
Dynamische Sattigungsspannung
Us=300V,R.=25Q,/,,=055A,
T 56 =100°C t=3ps Uekgatayn. 16 30V
t=5yps UCEsatdyn_ 12 20V
Kollektor-Emitter-Arbeitsspannung
lowors =15 Al =14 A, L =12 yH
“Ugg =7V, Rgy=0,6Q, Us=50V Ucew 700 \Y
DurchlaBspannung der Freilaufdiode
l=17AT,,=100°C Ue 2,0 mA
Schaltzeiten
Induktive Last, T =100°C
le=12A,15,=035A,L=02mH, U, =700V
—Ugg=7V,Rpp=06Q,U,=50V
Speicherzeit t 4,0 70 s
Abfallzeit t 0,4 0,6 ps
Abschaltbelastungszeit £ 1,0 1,4 ps
875635 875634
T
1 2 ¢
I : ;
C N y ,rpj; ps —; F /’,/'
\! NN\ -10ks 4
N 1l T, =100°C /1
10 AN \b\\( s 10 : 4
A ¥ A ¥ T 1 +
A N S8 100 ps [ A paes
1 AY 5,
{ \ \ [
|| _T‘_’s oo \ \ L1ms Jav
Toae =25°C | Yl
Hey \ 1 ,/ ,/
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TFK 3070D
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TFK 3070D
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TFK 3070D
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TFK 3070D
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

TFK 3080 D

NPN-Silizium-Tripleton-Leistungstransistor

| Vorlaufige technische Daten I

Anwendungen: ® Motorsteuerung/Umrichter (380 V-Netz)

® UPS (Unterbrechungsfreie Stromversorgungen)

® Schaltnetzteile hoher Leistung (1000 W)

® Batterie-Ladegerat
® Schweillgerite

@® Induktionsheizungen

Besondere Merkmale:
@ Hohe Sperrspannungen
® Kurze Schaltzeiten

® Sehr schnelle C-E-Freilaufdiode

Gehduseversionen

TFK 3080 D

88 6133 C

By

H

~300Q [ ~200Q
———

B, ¢

T1.2/1450.1188 D

@ Basis 1 und Basis 2 anschlieBbar

@ Dreifachdiffusions-Technik

® Glaspassivierung

TFK 3080 DA
C
2
88 5926 88 5927
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TFK 3080 D

Abmessungen in mm

ﬂt
[T 11

L

25.2:01

1127501 24101

TFK 3080D

8395

401

g —
a
N
|®l’ o~
[2a] {
—+
— 7
1% ¥s
gl & &
I
- |
L ‘1l@lc + )
@
g H .
F—
a ‘
S |
=
I s
- s -

20.5:01

15501

30.2101

20,5201

0.8+003

24.6+01

25,2101

TFK 3080 DA

2 o
Ele}
(0 o~

o
T o™
SN
£ 3
2 €
2
c 2
>3
X 3

O

!
|

1

B |

gxo1

26401

316101

1 42:00 127:00 24:01

30.2:01

.

Screw nut M4 DIN 934,

276



TFK 3080D

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Basisstrom
Basisspitzenstrom
Gesamtverlustleistung

Toase =25 °C
Sperrschichttemperature

Lagerungstemperaturbereich

Isolationsspannung

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause
Leistungstransistor

Free-wheel diode

KenngréRen
T....= 25 °C, falls nicht anders angegeben

case
Kollektor-Emitter-Reststrom
U =1000V
U =1000V

Emitter-Basis-Reststrom
Ug=8YV
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
l.=05A
Kollektor-Sattigungsspannung
I.=30A,[;,=06A

Basisséattigungsspannung
I.=30A,1;,=06A

R

ot

f{;\' |
@

<

s

thJC

thJC

CES
CEO

EBO

U(BR)EBO

UCEsat

BEsat

Min.

1000
1000

30
60

275

150
—40...+150

2500

0,45
1.5

Typ.

\%

\%

\%

A

A

A

A

w

°C

°C

\%

K/W

K/W
Max.

1,0 mA

1,0 mA

200 mA

\%

25 V

36 V
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TFK 3080D

Kollektor-Emitter-Arbeitsspannung
lowort =48 A Iy =14 A, Iy, =2 A
DurchlaBspannung der Freilaufdiode

l.=30A
Schaltzeiten
Induktive Last, Tcase=100 °C

Ic=30A,Iy;=0,6 A, ~Ig, =2 A

Speicherzeit

Abfallzeit
Rot
250 N\
W
AV
\
200
150 \
\
N\
100 \
\
50 N
\
N
Fig.1
0 50 100 °C
7;:ase —
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TFK 3080D
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A
A\ 4
TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

TFK 5070 D

l Vorléufige technische Daten |

NPN-Silizium-Darlington-Leistungstransistor

Anwendungen: ® Motorsteuerung/Umrichter (380 V-Netz)
® USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgungen)
@® Schaltnetzteile hoher Leistung (=1000 W)
@ Batterie-Ladegerate
® SchweiBgeréte

® Induktionsheizungen

Besondere Merkmale:

® Hohe Sperrspannungen ® Basis 1 und Basis 2 anschlieBbar
® Kurze Schaltzeiten ® Dreifachdiffsions-Technik
@ Sehr schnelle C-E-Freilaufdiode ® Glaspassivierung

Gehé&useversionen

TFK 5070 b TFK 5070 DA

AnschluBbelegung

875632 Cc - _—
By C By

Irn
|=
) (5]
(=) (]

By E

88 5926 88 5927

T1.2/1452.1188 D
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TFK 5070 D

Abmessungen in mm
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TFK 5070D

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Basisstrom
Basisspitzenstrom
Gesamtverlustleistung

Tase =25 °C
Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperaturbereich

Isolationsspannung

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause
Leistungstransistor

Freilaufdiode

KenngréRen
T _..=25 °C, falls nicht anders angegeben

case
Kollektor-Emitter-Reststrom
U =1000V, R, =270Q,R,=100Q
Uggr=1000V,R/= 27Q,R,= 10Q

T _..=100°C
case

Uqer =1000V, R, =270 Q, R, =100 Q
Uegg=1000V,R,= 27Q,R,= 10Q

Emitter-Basis-Reststrom
Ug=5V . T,

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic=750mA, L=125 mH
le=1mA R =270Q,R,=100Q

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

l,=5mA T,.T,

Kollektor-S&ttigungsspannung
le=25A1,=15AT__=100°C

Ic=18A,I[;=05A,T__=125°C

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Uge=2V,I[.=25A

thJC
thJC

Min.

ICER
ICER

ICER
ICER

EBO

V) 650

(BR)CEO
(BR)CER 1000

U(BR)EBO 7

UCEsat
CEsat

FE 17

700
1000

30
50

150
150
—40...+150

2500

0,83
1.8

Typ.

Max.

0,4
0,6

3,0
5,0

25
2,2

> > P P < <<

=3

°C
°C

K/W
K/W

mA
mA

mA
mA

mA
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TFK 5070D

Min. Typ. Max.
Kollektor-Emitter-Arbeitsspannung
lowort =30 A, Iy, =14 A, L=12H
—Ugg =7V, Ry =0,6Q Us=50V Ucew 700
DurchlaBspannung der Freilaufdiode
l.=25A Ue 1,9
Schaltzeiten
Induktive Last, T, =100°C
I.=25A,1;,=15A,L=06mH, U, =700V
—Ugg=7V,R;z=0,6Q, U;=300V
Speicherzeit t 70 ps
Abfallzeit t 0,6 ps
875647 875634
T 1T | I - ?
T 11
| AV tp =1ps : |
c NN H 10w [ F N
\_ L\‘ N /50 ps // //
\\ NIR\% | 1] T =100°c// //
10 \; LR S 10
= _100ps H 7/
A AV i T A 25°C
o
L2<oor |\ 1ms /17
e ST /Y
Tase = 25°C
1 N 1 /A
i
r=<02ps / ]/
/
01 3 | 01 Fif =
\L Y
Hf
0,01 [Fo 0,01 I flo.2
1 10 100 1000V .0 04 08 1,2 1.6V
Uce = U

284




TFK 5070D
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TFK 5070D
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TFK 5070D
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TFK 5070D
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Adressen






Auskiinfte iiber unser Produktionsprogramm erteilen
TELEFUNKEN electronic GmbH

TheresienstralRe 2
Postfach 1109

D —7100 Heilbronn
Telefon (07131) 67-0
Telex 728746 tfk g

Regionalbiiros

Berlin

TELEFUNKEN electronic GmbH
Hohenzollerndamm 150
D-1000 Berlin 33

Tel.: (030) 828-1

Fax: (030)828-2227

Telex: 183581

Hamburg

TELEFUNKEN electronic GmbH
Postfach 300110
Stadthausbriicke 9

D-2000 Hamburg 36

Tel.: (040) 3498-0

Fax: (040)3498-232

Telex: 211609

Hannover

TELEFUNKEN electronic GmbH
Postfach 309
Max-Mdiller-StralRe 50-56
D-3000 Hannover 1

Tel.: (0511) 6304-0

Fax: (0511) 6304-648
Telex: 1751183105

Essen

TELEFUNKEN electronic GmbH
Kruppstr. 6

D-4300 Essen 1

Tel.: (0201) 244-1

Fax: (0201) 244-285

Telex: 857849

TTX: 17201495

FAX: (07131) 67— 2340 Zentrale
— 2700 Geschéftsleitung
— 2444 Vertrieb Europa
— 2100 Vertrieb Export/Disposi-

Frankfurt

TELEFUNKEN electronic GmbH
Postfach 110152

Mainzer Landstr. 351-367
D-6000 Frankfurt 1

Tel.: (069)7507-0

Fax: (069)7507-440
Telex: 414477

~

Heilbronn

TELEFUNKEN electronic GmbH
Postfach 1109
Theresienstrale 2

D-7100 Heilbronn

Tel.: (07131)67-0

Fax: (07131) 67-2444
Telex: 728746 tfk d

Eching

TELEFUNKEN electronic GmbH
Erfurter Strae 16

D-8057 Eching

Tel.: (089)31906-0

Fax: (089)31946-21

Telex: 522432*)

Nirnberg

TELEFUNKEN electronic GmbH
Obere KanalstraRe 24

D-8500 Nirnberg 83

Tel.: (0911)277-1

Fax: (0911)277-354

Telex: 622551 tfknbd

*) Gber EUROSIL electronic

tion und Auftragsabwicklung

Distributoren

Alfred Neye
Enatechnik GmbH
Schillerstr. 14

D-2085 Quickborn

Tel.: (04106)612-0
Fax: (04106)612-268
Telex: 213590

Spoerle Electronic
Max-Plank-StraRe 1-3
D-6072 Dreieich 1 b. Frankfurt
Tel.: (06103) 304-0

Fax: (06103) 304-201
Telex: 417903

Elkose GmbH
Elektronik Vertrieb
7141 Moglingen

BahnhofstraRe 44
Tel.: (07141)487-0
Fax: (07141) 487-210

Telex: 7264472
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Export
Algerien

AEG Aktiengesellschaft

Bureau de Liaison pour I'Algerie
24 B, Cité des Ptt

16035 Hydra-Alger

Tel.: (213) 2607024

Telex: 66074 dz

Argentinien

AEG Argentina, S.All.y.C.
Bernardo de Irigoyen 308
Casilla de Correo 4302, cc
1379 Buenos Aires

Tel.: (1) 33444...49
Telex: 9154 egmar ar

Australischer Bund

Promark Electronics Pty. Ltd.
6 -8 Clarke Street

P. 0. Box 381

Crows Nest, N. S. W. 2065
Tel.: (02)4396477

Fax: (02) 4360863

Telex: 120474 promar aa

Belgien

S. A. belge AEG

Rue de Stalle 65
B-1180 Bruxelles

Tel.: 02/3700-6M
Fax: 02/3776-653
Telex: 21359 aeg belg

Brasilien

TELESILICON eletronica LTDA.
R. Cel. Lisboa, 666

04020 S&o Paulo

Tel.: (011) 5750985

Fax: (011) 5728738

Telex: 1122779 mscl br

V.R. China

AEG Aktiengesellschaft
China Liaison Office Beijing
Noble Tower

4th Floor, Room 401/402
22, Jianguomenwai Da Jie

Beijing
Tel.: 1/6127516
Fax: 1/5123557

Telex: 22811 acl cn
Telex: 22 811 atcl cn
CSSR

MEDIA

Panenska 30

CS-80100 Bratislava

Tel.: 545346...49,549754
Telex: 121925 mdia

292

Danemark

AEG Dansk Aktieselskab
Roskildevej 8-10
DK-2620 Albertslund
Tel.: 02/64-8522

Fax: 02/64-8449
Telex: 33122

Finnland

Sahkoliikkeiden OY
P.0.B. 88, Sahkometsa
SF-01301 Vantaa 30
Tel.: 80/838-1

Fax: 80/838-2665
Telex: 124431 slo sf

Frankreich

AEG France S.A.

10, avenue Reaumur
F-92142 Clamart cedex
Tel.: (1) 4537-9600
Fax: (1)4630-0110
Telex: 631339 ft

Griechenland

Th. Theodoropulos
Glististr. 34
GR-117.44 Athen
Tel. (01) 9014373

GroRbritannien

AEG (UK) LTD.

217 Bath Road

Slough

GB-Berkshire SL 14 AW
Tel.. 0753/87-2101
Fax: 0753/87-2176
Telex: 847541

Hong Kong

AUDIO MECHANICALCORP.LTD

1411-2 World Finance Centre

North Tower Harbour City

19, Canton Rd., Tsimshatsui

Kowloon

Tel.: 3-7224192-4
3-688424

Fax: 3-680826

Telex: 54524
Indien

NGEF Ltd.

BANK OF BARODA BLDG.
(Fifth Floor) P.O.Box 633
16, Sansad Marg

New Delhi-110001

Tel.: 310995

Telex: 031-65677

Iran

AEG Iran

Ave. Karim-Khan Zand

P.0.Box 14155-1194
AEG-Building

Teheran

Tel.: 827143-47/830341-45
Telex: 212679 aeg ir

Irland

Neltronic Ltd.

John F. Kennedy Road/
Naas Road

Dublin 12

Tel.: (01) 503560
Fax: (01) 552789
Telex: 93556 nelt ei

Italien

AEG ltaliana S.p.A.

Viale Brianza, 20

Casella Postale 47

1-20092 Cinisello Balsamo/
Milano

Tel.: 02/61798-1

Fax: 02/61256-71

Telex: 333117

Japan

TELEFUNKEN electronic

Liaison Office Japan

Yokohama Excellent Bldg.

Room 601

6-9, Furocho 1 chome, Naka-ku,

Yokohama 231

Tel.: 045-664-5567

Fax: 045-664-5570
(GIl/GHI compatible)

Jugoslawien

INTEREXPORT
27th Marta No. 69
P.0.B. 789
YU-11001 Beograd
Tel.: (11) 323271
Telex: 11240

Kanada

AEG Corporation
P.0.B. 3800

Route 22 -Orr drive
Somerville,

New Jersey 08876
Tel.: (201) 722-9800
Fax: (201) 722-4905
Telex: 178028



Export

Republik Korea

Comtel Korea Co.

Room 903, Hosung Bldg.
44-22 Yoido-Dong
Youngdungpo-ku

Seoul

Tel.: 2-784-9873

Fax: 2-785-3643
Telex: 22828

Malaysia

Dynamar Computer Systems

P.T.E. Ltd.

NG Choo Kiang

4.02, 4th Floor,

Wisma Esplanade

43, Green Hall

10200 Penang

Tel.: 60-(4)-377-269
60-(4)-377-292

Fax: 60-(4)-377-319

Telex: MA 40750 DYNAMA

Mexiko

AEG Mexicana, S.A. de C.V.
Apartado Postal 60-504
Prol. Calle 16 No. 53

San Pedro de los Pinos
01180 Mexiko, D.F.

Tel.: (5)2778833

Fax: (5) 515-1151

Telex: 1777 284 aeg me

Neuseeland

AWA New Zealand Ltd.
Wi-neera Drive
P.0.Box 560-248
Porirura, Wellington
Tel.: (04)375-069
Fax: (04)374-201
Telex: 3839 awa nz

Niederlande

AEG Nederland N.V.
Aletta Jacobslaan 7
NL-1066 BP Amsterdam
Tel.: 020/5105-911
Fax: 020/5105-240
Telex: 11234

Norwegen

Rifa A/S

P.O.B. 40, Rislgkka
N-0516 Oslo 5

Tel.: (02) 650190
Fax: (02) 644138
Telex: 76 611 rfnos n

Osterreich

W. Moor Ges. m. b. H.
Lamezanstr. 10

A-1232 Wien

Tel.: (0222)61062
Fax: (0222)61062-151
Telex: 135701 moor a

Polen

THM EXIMPOL S.A.
ul. Stawki 2/Etage 28
P.0.B. 810
PL-00-950 Warszawa
Tel.: 635-76-86

635-76-41
Telex: 814640

Portugal

AEG Portuguesa S.A.R.L.
Rua Joao Saraiva, 4-6
P-1799 Lisboa CODEX
Tel.: (01) 897121

Fax: (01)897128
Telex: 12173

Rumaénien

AEG

Verbindungsbiiro Bukarest
Str. Sevastopol

Nr. 13-17, Ap.: 405

78118 Bukarest

Tel.: 592022,5070861
Telex: 10477

Schweden

Ericcson Components AB
Isafjordsgatan 10-16, Kista
S-16 481 Stockholm

Tel.: 08/7574643

Fax: 08/7529265
Telex: 8125008 elrifa s

Schweiz

W. Moor AG

BahnstraRe 58

CH-8105 Regensdorf/Ziirich
Tel.: 01/8433-111

Fax: 01/8433-910

Telex: 525840 moor ch

Singapore

Dvnamar Combut
vynamar U t

Pte. Ltd.

Suite 05-11

12, Lorong Bakar Batu
Kolam Ayer Industrial
Estate

Singapore 1334

Tel.: 747-6188
Fax: 747-2648
Telex: 26283

Spanien

AEG lbérica de Electricidad, S.A.
Principe de Vergara, 112
Apartado 235

E-28002 Madrid 2

Tel.: (1)262-7600

Fax: (1) 262-7514

Telex: 48789

Siidafrika

International Components
(Pty.) Ltd.

P. 0. Box 1471

Randburg 2125

Tel.: (011) 7891214
Fax: (011) 7870319
Telex: 424159 sa

Taiwan R. O. C.

Dynamar International Ltd.
14/F, 186, Nan King East Road,
Sec. 4

P.0.Box 67 -445

Taipei 105670

Tel.. (2)7775670-4

Fax: (2)7775867

Telex: 11064 DYNAMAR

ERDA elektronik
Istiklal Caddesi 378/5
P.K. Beyoglu 366
Istanbul-Beyoglu

Tel.: 1-1442168
Fax: 1-1431324
Telex: 24102

Venezuela

Electronica Uribe C. A.

Edif. Centro Profesional

La Urbina, Calle 3-A

Piso 1 — Oficina G

La Urbina

Caracas 1060

Tel.: (02) 2412689
(02) 2416336

Telex: 21875 uribe vc

Vereinigte Staaten v. Amerika

AEG Corporation
P.0.B. 3800
Route 22 -0
Somerville,
New Jersey 08876
Tel.: (201)722-9800
Fax: (201) 722-4905
Telex: 178028

v At
T arive
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TELEFUNKEN electronic GmbH — Lieferprogramm

Dioden

Kleinsignaldioden

Schalterdioden

PIN-Dioden fiir regelbare Dampfungs-
netzwerke

Kapazitatsdioden
GaAsP-Referenz-Spannungs-LEDs

Z- und Suppressordioden

Schnelle "Soft recovery” Gleichrichter-
dioden im Sinterglasgehduse

Gleichrichterdioden im Sinterglasgehduse

Fast recovery Leistungsdioden im
Leistungsgehause

Transistoren
NPN-Kleinsignaltransistoren fiir allgemeine
und NF-Anwendungen

PNP-Kleinsignaltransistoren fiir allgemeine
und NF-Anwendungen

PNP-Kleinsignaltransistoren fir HF- und
ZF-Anwendungen

Dual Gate Si-MOSFET's
(N-Kanal-Verarmungstyp)
Dual Gate GaAs MESFET's
(N-Kanal-Verarmungstyp)

NPN-Kleinsignaltransistoren fiir Tuner und
Breitbandverstarker

PNP-Kleinsignaltransistoren fiir Tuner und
Breitbandverstarker

Video-Transistoren
NF-Leistungstransistoren
NPN-Leistungsschalttransistoren fir
KFZ-Zindungen und andere Spezial-
anwendungen

NPN-Leistungstransistoren fiir Horizontal-
ablenkstufen und Schaltnetze
NPN-Leistungsschalttransistoren mit hoher
Sperrspannung

294

Optoelektronische
Bauelemente

LED’s und Displays

Miniatur LED’s (SMD)

Side view LED's

LED’s zur Ankoppelung an Kunststoff-
lichtleiter

Besonders leuchtstarke, rotleuchtende
LED’s

LED’s mit geringem Strombedarf

High efficiency LED's

Universal LED’s, rotleuchtend
Miniplast LED’s, @ 1,8 mm

Symbol LEDs

Anreihleuchtdioden 2,5 x5 mm
Referenzspannungsdioden

LED's im hermetisch dichten Gehause
Blinkende LED’s

LED Bandanzeigen mit Dekoder und Treiber
LED Leuchtfelder

7-Segmentanzeigen

(7mm, 10mm und 13 mm Ziffernhthe)
7-Segment-Doppelziffer
256-Punkt-LED-Printing Modul

Optoelektronische Koppel-
elemente

Standardkoppler

— mit Transistorausgang

— mit Darlingtonausgang

— mit gruppiertem Koppelfaktor

— fiir hohe Spannungen mit Transistor-
ausgang

Mehrfachkoppler mit Transistorausgang

Optoelektronische Koppelemente mit

VDE-Zeichengenehmigung

Optokoppler nach besonderer Spezifikation

und fiir Telekommunikationsanwendungen

— mit Transistorausgang

— mit Wechselspannungseingang

Optokoppler mit Triac-Ausgang

Optokoppler mit Schmitt-Trigger-Ausgang

Optokoppler im Metallgehause

HIREL-Optokoppler im Metallgehduse fir

Raumfahrtanwendungen

Reflexkoppler mit Transistorausgang



Paarweise ausgemessene Sender- und
Empfangerbauelemente

Optische Schalter
Gabelkoppler der TCST...-Serie

— ohne Apertur jedoch mit Transistor-
ausgang
— mit Apertur und Transistorausgang

Gabelkoppler der TCSS...-Serie

— mit Apertur und Schmitt-Trigger-
Ausgang

Empfangerbauelemente

NPN-Fototransistoren im hermetisch
dichten oder Kunststoffgehause

SMD Silizium-NPN-Fototransistor

Foto PIN Dioden im hermetisch dichten
oder Kunststoffgehduse

Foto PIN Dioden zur Ankopplung an
Glasfasern

Foto PIN Diode (SMD)

Avalanche Fotodioden

Fotodioden und -Elemente

Foto Schmitt-Trigger

Foto Quadrantendetektor
Hybrid-Optoempféanger, Transimpedanz-
verstarker

Infrarotdioden

GaAs-Dioden fiir allgemeine Anwendungen
im hermetisch dichten Gehause

GaAs-Dioden fiir allgemeine Anwendungen
Seitstrahler im Kunststoffgehéuse

SMD GaAs-Diode

GaAs-Dioden im Kunststoffgehduse

GaAlAs-Dioden im hermetisch dichten und
im Kunststoffgehuse

Solarzellen

Integrierte Schaltungen
fii

ir Rundfunk und Audio

ENAT AR REN LARE

NF-Verstarker, Empfangerschaltungen
Kompander-Bausteine, Stereodekoder
fur FS und VCR

TV und CATV Tuner, SAT-TV

Bild-ZF, Ton-ZF und QPT
Farbaufbereitung, Impulsaufbereitung

Vertikal-Ablenkung und VCR

fiir Bedienungs- und Abstimm-
systeme

in Rundfunk- und Fernseh-
empfangern

Fernbedienungs-Interface

Niederohmige Schalter
Standard-IR-Fernbedienungsschaltungen
Frequenzteiler

Mikrocomputer-gesteuertes Kon-
troll und Abstimmsystem
Mikrocomputer, PLL, Fernbedienung
LED-Displays, D/A-Wandler
Phasenanschnittsteuerungen
Nullspannungsschalter
Optoelektronische Schaltungen und
Display-Ansteuerungen
Telefonanwendungen
Spezialschaltungen
KFZ-Anwendungen

Umsetzer

SC-Filter

Schichtschaltungen

Kundenspezifische Dickschichtschaltungen
Elektronisches Ziindmodul

Fokusregler

Widerstandsnetzwerke

Bleederwiderstande

Kleinbaugruppen

Folienschalter

Folientastenfelder und Folientastaturen
— ohne Druckpunkt
— mit Druckpunkt

Tastaturen mit Folienschalter
Tastaturen mit Metallkontaktschalter
Crhaléar

wvuliailel

Widerstandsbahnen
Baugruppen

VHF/UHF Kombituner in Chiptechnologie

Baugruppen fiir elektronische Leistungs-
regelung bis 2 kW

Sonderbaugruppen fiir kundenspezifische
Lésungen in neuer Technologie

Baugruppen fiir KFZ-Elektronik
Baugruppen fiir Lichttechnik
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TELEFUNKEN electronic GmbH
Halbleiter

Theresienstralde 2

D-7100 Heilbronn

Telefon: (07131) 67-0

Fax: (07131) 67-2340
Telex: 728746 ttkd
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